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Halbleiterdioden
und Transistoren
Typenverzeichnis
Typ Seite
AAZ 12 Germanium-Golddraht-Schalterdiode 245
AAZ 13 Germanium—-Golddraht-Schalterdiode 249
AAZ 15 Germanium-Golddraht-Allzweckdiode 253
AAZ 17 Germanium-Golddraht-Schalterdiode 257
AAZ 18 Germanium-Golddraht-Schalterdiode 261
AC 107 Germanium-p-n~p-NF-Transistor fiir rauscharme Eingangs-— 103
stufen von rohrenbestiickten Tonbandgeriten
ADZ 11 Germanium-p-n—-p-NF-Leistungstransister 339
ADZ 12 Germanium-p-n-p-NF-Leistungstransistor 341
AF 102 diffusionslegierter Germanium-p-n-p-HF-Transistor fir 107
Vor—, Misch- und Oszillatorstufen bis einschliefBllich
FS-Band III
“AF 114 diffusionslegierter Germanium—-p-n-p-HF-Transistor fiir 109

UEKW-Vorstufen

AF 115 diffusionslegierter Germanium-p-n-p-HF-Transistor fir 115
UEW-Mischstufen sowie fiir Vor- und Mischstufen im KW-,
MW- und LW-Bereich

AF 116 diffusionslegierter Germanium-p~-n-p-HF-Transistor fiir 121
ZF-Verstirker in AM/FM-Empfiéngern sowie fiir Vor- und
Mischstufen im MW- und LW-Bereich

AF 117 diffusionslegierter Germanium-p-n-p-HF-Transistor fiir 125
Vor— und Mischstufen im MW- und LW-Bereich sowie fiir
ZF-Verstarker in AM-Empfé&ngern

AF 118 diffusionslegierter Germanium-p-n-p-HF-Transistor fiir 129
HF-Anwendungen bei kleinen Leistungen

AF 124 diffusionslegierter Germanium-p-n-p-HF-Transister fiir 133
UEW-Vorstufen

AF 125 diffusionslegierter Germanium-p-n-p-HF-Transistor fiir 139

UKW-Mischstufen sowie filr Vor- und Mischstufen im KW-,
MW- und LW-Bereich

AF 126 diffusionslegierter Germanium-p-n-p-HF-Transistor fiir 145
ZF-Verstérker in AM/FM-Empfiingern sowie fiir Vor- und
Mischstufen im MW- und ILW-Bereich

AF 127 diffusionslegierter Germanium-p-n-p-HF-Transister fir 149
Vor- und Mischstufen im MW- und LW-Bereich sowie fiir
ZF-Verstérker in AM-Empfingern

AFZ 12 diffusionslegierter Germanium-p-n—-p-HF-Transistor fiir 343
HF-, Misch— und Oszillatorstufen bis ca. 260 MHz
ASY 26 Germanium-p-n-p-Schalttransistor 3567
ASY 27 Germanium-p-n-p-Schalttransiator 359
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.0)
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Halbleiterdioden
und Transistoren
Typ Seite
ASZ 15 Germanium—-p-n-p-Leistungs-Schalttransistor 407
ASZ 16 Germanium-p-n-p-Leistungs-Schalttransistor 413
ASZ 17 Germanium-p-n-p-Leistungs-Schalttransister 419
ASZ 18 Germanium-p-n-p-Leistungs-Schalttransistor 425
ASZ 23 diffusionslegierter Germanium-p-n-p-~Schalttransistor 361
zur Erzeugung von Impulsen kurzer Dauer
AUY 10 Germanium—p-n-p-HF-Leistungstransistor 363
BA 100 Silizium-Allzweckdiode in Miniaturausfiihrung 49
BA 102 Silizium-Flichendiode fiir Nachstimmschaltungen in Fern- 53
sehempfingern fiir Band I/III
BA 109 Silizium-Flichendiode fiir Nachstimmachaltungen in Fern- 55
sehempféngern fiir Band IV/V
BCY 10 Silizium-p-n-p-NF-Transistor 369
BCY 11 Silizium-p-n-p-NF-Transistor 373
BCY 12 Silizium-p-n-p-NF-Transistor 377
BCZ 10 Silizium-p-n-p-NPF-Transistor 379
BCZ 11 Silizium-p-n-p-NF-Transistor 383
BCZ 12 Silizium-p-n-p-NF-Transistor 387
BY 100 Silizium-Gleichrichterzelle fiir Fernsehempfinger 57
BYY 15 Silizium—-Gleichrichterzelle fiir professionelle Anlagen 265
BYY 22 Silizium-Gleichrichterzelle fiir professionmelle Anlagen 273
BYZ 14 Silizium—-Gleichrichterzelle fiir professionelle Anlagen 281
BZZ 10 Silizium-Zenerdioden in Miniaturausfiihrung, zur Erzeu- 289
bis gung ven Vergleichsspannungen und zur Stabilisierung
BIZ 13 von Verbraucherspannungen bei kleinen Leistungen
0A 5 Germaninm-Golddraht-Allzweckdiode 291
0A 7 Germanium-Golddraht-Schalterdiode 295
oA 9 Germanium-Golddraht-Schalterdiode 301
0A 31 Germanium—-Gleichrichterzelle fiir professionelle Anlagen 307
0A 47 Germanium—Golddraht-Schalterdiode 309
0A 70 Germaniumdiode fiir niederohmige Demodulaterschaltungen 61
0A 72 Germaniumdiode fiir hochohmige Demodulatorschaltungen, 67
2-0A 72 Diodenpaar fiir Ratiodetektor- und Diskriminatorschal-
tungen
0A 73 Germaniumdiode fiir niederohmige Demcdulatorschaltungen 315
0A 79 Germaniumdiode fiir hochohmige Demodulatorschaltungen, 69
2-0A 79 Dicdenpaar fiir Ratiodetektor- und Diskriminatorschal-
tungen
0A 81 Germanium-Allzweckdiode mit hoher Sperrspannung 73
0A 85 Germanium-Allzweckdiode mit hoher Sperrspannung 77
?-61 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Halbleiterdioden
und Transistoren
Typ Seite
0A B6 Germanium-Schalterdiode 321
0A 90 Germaniumdiode in Miniaturausfiihrung, fir niederohmige 81
Demodulatorschaltungen
0A 91 Germanium—Allzweckdiode in Miniaturausfilhrung, mit ho- 85
her Sperrspannung
0A 95 Germanium-Allzweckdiode in Miniaturausfiihrung, mit ho- 89
her Sperrspannung
0A 200 Sjlizium-Allzweckdiode fiir hohe Umgebungstemperaturen 93
0A 202 Silizium—-Allzweckdiode fiir hohe Umgebungstemperaturen 97
0AZ 200 Silizium-Zenerdioden mit kleiner Uy—Toleranz, zur Er- 325
bis zeugung von Vergleichsspannungen und zur Stabilisierung
0AZ 207 von Verbraucherspannungen bei kleinen Leistungen
0AZ 208 Silizium-Zenerdioden zur Erzeugung von Vergleichsspan- 331
bis nungen und zur Stabilisierung von Verbraucherspannungen
0AZ 213 bei kleinen Leistungen
oc 22 Germanium-p-n-p-HF-Leistungstransistor fiir Schalteran-— 389
wendungen und fiir hochwertige NF-Verstirker
0C 23 Germanium-p-n—p-AF-Leistungstransistor fiir Schalteran— 395
wendungen, speziell fiir Treiberstufen in Kernspeichern
0Cc 24 Germanium-p-n-p-HF-Leistungstransistor fir Schalteran- 401
wendungen sowie fiir Sender im MW-Bereich
0c 26 Germanium-p-n-p-NF-Leistungstransistor, 153
2-0C 26 Transistorpaar fiir Gegentakt-B-Verstidrker
oc 28 Germanium-p-n-p-Leistungs—Schalttransistor 407
0Cc 29 Germanium-p-n-p-Leistungs-Schalttransistor 413
0C 30 Germanium-p-n-p-NF-Leistungstransistor, 161
2.0C 30 | Transistorpaar fiir Gegentakt-B-Verstidrker
0C 35 Germanium—p-n-p-Leistungs-Schalttransistor 419
0C 36 Germanium-p-n-p-Leistungs-Schalttransistor 425
0C 44 Germanium-p-n-p-HF-Transistor fiir Misch- und Oszillator- 165
stufen im MW- und LW-Bereich
0C 45 Germanium-p-n-p-HF-Transistor fiir ZF-Verstidrker in 169
AM-Empfingern
0C 46 Germanium-p-n-p-Schalttransistor 431
0c 47 Germanium-p-n—-p-Schalttransistor 433
0Cc 57 173
0C 58 Germanium-p-n-p-NF-Transistoren in Subminiaturtechnik, 175
fiir Vorstufen in Horgerdten
0C 59 177
ac 60 Germanium-p-n~p-NF-Transistor in Subminiaturtechnik, 179
fiir Endstufen in Horgeriten
0oC 70 Germanium—p-n—p-NF-Transistor 183
oc 71 Germanium-p-n-p-NF-Transistor 193
. —
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 128
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Halbleiterdioden
und Transistoren
Typ Seite
0oc 72 Germanium—-p-n-p~NF-Transistor fiir Endstufen, 205
2-0C 72 Transistorpaar fiir Gegentakt-B-Verstirker
0C 74 Germanium-p-n-p~NF-Transistor fiir Endstufen, 213
2-0C 74 Transistorpaar filir Gegentakt-B-Verstirker
0Cc 75 Germanium-p-n-p-NF-Transistor 217
0C 76 Germanium-p-n-p-Schalttransistor 227
oc 17 Germanium-p-n-p-Schalttransistor 435
0Cc 79 Germanium-p-n-p-NF-Transistor fiir Treiber— und Endstufen 235
0C 80 A Germanium-p-n-p-Schalttransister 239
oc 122 Germanium-p-n-p-HF-Transistor fiir Schalteranwendungen 443
und fir hochwertige NF-Verstiirker
0C 123 Germanium-p-n-p-HF-Transistor fiir Schalteranwendungen, 449
speziell fiir Treiberstufen in Magnetspeichern

0oC 139 Germanium-n-p-n-Schal ttransistor 457
0C 140 Germanium-n-p-n-Schalttransistor 463
0Cc 141 Germanium-n-p-n-Schalttransistor 469

12.61

10
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Halbleiterdioden

und Transistoren

Typeniibersicht

Standardtypen fir Rundfunk-, Fernseh- und &hnliche Anwendungen

Halbleiterdioden

Allzweckdioden BA
0A
0A

HF-Dioden_fir niederohmige

Demodulatorschaltungen 0A

HF-Dioden_fiir hochohmige

Demodulatorachaltungen 0A

HF-Dioden_fiir Nachatimm-

schaltungen BA

Gleichrichter flir

Fernseh—_Empfinger BY

Transistoren

NF-Transgistoren AC
0C
0c
0C

NF-Leistungstransistoren 0c

HF-Transistoren AF
AF
AP
AF
0C

Schalttransistoren ocC

100

81, OA 85, 0A 91, 0A 95
200, 0A 202

70, 0A 90

72, 0A 79

102, BA 109

100

107

57, 0C 58, 0OC 59, 0C 60

70, 0C 71, 0OC 75
72, 0C T4, OC 79

26, 0C 30

102

114, AF 115, AF 116, AF 117
118

124, AF 125, AF 126, AF 127
44, 0C 45

76, 0C 80 A

VALVO HALBLEITERDIODEN
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Typenibersicht

Typen fiir professionelle Anwendungen

Halbleiterdioden

Schalterdioden

HF-Dioden fiir niederchmige

Gleichrichterzellen

Zenerdioden

Transistoren

NF-Trangistoren

NF-Leistungstransistoren

Schalttransistoren

Leistungs—Schalttranasistoren

HF-Transistoren

AAZ 12, AAZ 13, AAZ 17, AAZ 18
OA 7, DA 9, OA 47, 0A 86

0A 73
AAZ 15, OA §
BYY 15, BYY 22, BYZ 14, OA 31

BZZ 10...BZZ 13
0AZ 200...0AZ 207, OAZ 208...0AZ 213

BCY 10, BCY 11, BCY 12
BCZ 10, BCZ 11, BCZ 12

ADZ 11, ADZ 12

ASY 26, ASY 27, ASZ 23
0C 46, OC 47

0c 77

0C 139, 0C 140, 0C 141

0C 28 (ASZ 15), 0C 29 (ASZ 16)
0C 35 (ASZ 17), OC 36 (ASZ 18)

AFZ 12
0c 122, oC 123

AUY 10
0C 22, 0C 23, 0C 24

SR

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Halbleiterdioden
und Transistoren

Typenbezeichnung

pie Typenbezeichnung bei Halbleiterdioden und Transistoren unterscheidet
zwischen Standardtypen fiir Rundfunk-, Fernseh- und Khnliche Anwendungen und

Typen fiir professionelle Anwendungen.

Die Typenbezeichnung besteht aus
9 Buchstaben und einer 3stelligen Zahl bei Standardtypen,

3 Buchstaben und einer 2stelligen Zahl bei professionellen Typen.

Als erster Buchstabe bedeutet:

A = Ausgangsmaterial Germanium

B = Ausgangsmaterial Silizium

Als zweiter Buchstabe bedeutet:

=
li

Diode

= NF-Transistor

= NF-Leistungstransistor 1y

= Tunneldiode

= HF-Transistor

= HF-Leistungstransistor 1)

= Schalttransistor

= Leistungs-Schalttransistor 1y2y

= Steuerbarer Gleichrichter (Thyristor)

= Gleichrichter

I - B V- B e B R = B = B
i

= Zenerdiode, Referenzdiode

Der dritte Buchstabe kennzeichnet professionelle Typen.

Die Zahlen dienen der laufenden Kennzeicnung.

Die vor Einfiihrung dieses Bezeichnungssystems bereits im Programm befindlich

gewesenen Typen werden weiterhin mit OA .. (Dioden) und 0C .. (Transistoren)

bezeichnet.

1) unter Leistungstransistoren werden Einheiten mit einem Wirmewiderstand
K < 15 grd/W verstanden

2) fiir Leistungs-Schalttransistoren wurde bei Einfiihrung dieses Bezeichnungs-
systems auch der Buchstabe "S" verwendet.

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12-?8
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Halbleiterdioden
und Transistoren

Erléiuterungen zu den technischen Daten

1. Allgemeines

1.1. Schaltzeichen und Elektrodenbezeichnungen

1.2. Zdhlrichtungen und Formelzeichen von Strimen und Spannungen

1.3. Betriebsbereiche, normaler und inverser Betrieb von Transiatoren
1.4, Grundschaltungen bei Verstirkerbetrieb

1.5. Formelzeichen

1,5.1. Strome, Spannungen, Leistungen

. .

. Schreibweise

1
1,5.1.1
1.5.1.2. Beispiele fiir Stréme (sinngemifi fiir Spannungen und Leistungen)
1.5.2. Beispiele fiir Widerstinde (sinngemif Leitwerte)
1.5.3. Beispiele fiir Kapazititen

1.5.4. Beispiele fiir thermisch-elektrische Gréfen

2. KenngrolBen

2.1. Statische Kenngrtfien von Transistoren

2,1,1, Reststrome

2,1,2, Restspannungen

2.1,3. Emitter-Flub-Spannung

2,1,4. Durchbruchspannung

2,1.5. Sperrschicht-Beriihrungsspannung (punch through)
2,1,6, Gleichstromverstirkungen

2.2. Dynamische KenngriéBen von Transistoren

9.2.1. KurzschluB-Stromverstirkungen und deren Grenzfrequenzen
2,2.2, Vierpolgriofen und Betriebsgrofen

9.2.3. Ersatzschaltbild nach Giacoletto (Emitterschaltung)
2,2,4. Rauschen

2.2.5. Schaltzeiten

2.3. Dynamische Kenngriéflen von Dioden

3. Grenzwerte
3.1, Integrationszeit

3.2. Zusiitzliche Angaben fiir Grenzwerte von Spannungen und Strdmen bei
Transistoren

3.3. Zusidtzliche Angaben fiir Grenzwerte von Spannungen und Strémen bei
Dioden

3.4, Verlustleistung bei Transistoren

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12-??
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Halbleiterdioden
und Transistoren

1. ALLGEMEINES

1,1. Schaltzeichen und Elektrodenbezeichnungen

Dioden
Katode ......v00vv0e00.. K, k ”
Anode .........v0..... D, d; A, a D X
(D und d werden auch als Indizes fir
Spannungen und Strime verwendet.)
E c £ c
Transistoren:
Emitter .............. E, e
Basis ........ci00000n B, b
Kollektor ............ C, 8 ')
(auch als Indizes fiir Span-
nungen, Stréme usw,) p-n-p-Transistor n-p-n-Transistor

1.2, Zihlrichtungen und Formelzeichen von Strémen und Spannungen

Die (positiven) Zihlrichtungen von Strémen und Sbannungen werden hier durch
Zihlpfeile, bei Transistorspannungen auch durch Doppelindizes gekennzeichnet,
Dann gelten sowohl fiir Gleichatrtme und Gleichspannungen wie auch fiir Wechsel-

strome und Wechselspannungen folgende Regeln:

Einem pesitiven Zahlenwert des Stromes I entspricht die Bewegung positiver La-
dungstriger (Strom konventioneller positiver Richtung) in Richtung des filr
diesen Strom I festgesetzten Zéhlpfeiles; einem negativen Zahlenwert von T
entspricht die Bewegung positiver Ladungstriéger entgegen der Ziéhlpfeilrichtung.
Diese Regel ist sinngem#B umzukehren, wenn man die Bewegung negativer Ladungs-

triger betrachtet,
b)}_Spannungen:

Einem positiven Zahlenwert der Spannung U entspricht ein Anwachsen des Poten-—
tials (von negativeren zu positiveren Werten) in Richtung des fiir diese Span-
nung U festgesetzten Zdhlpfeiles; einem negativen Zahlenwert von U entspricht

eine Abnahme des Potentials in Richtung des Zihlpfeiles.

1]?’.60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN

Page 14/446



T Download v. www.rainers-elektronikpage.de; gescannt von Hr.R.Fredel )

Halbleiterdioden
und Transistoren

Tir alle Datenblitter dieses Handbuches sind die in den nachstehenden Bildern
festgelegten Strom- und Spannungs-Zihlpfeile zusammen mit den dazugehidrigen

Formelzeichen malBgebend.

Y,
- 0 Ip = Diodenstrom
] U = Diodenspannung
oo — ’
(ebenso fiir n-p-n-Transistoren)
I
I = Emitterstr
Ues Use E -
Ip = Basisstrom
Ic = ZKollektorstrom
? Ugp = Emitter-Basis-Spannung
Upc = Basis-Kellektor-Spannung
Ig Usg = EKollektor-Emitter-Spannung
Dioden

Einem positiven Zahlenwert des Diodenstromes Iy entspricht ein Strom konven-

tioneller positiver Richtung, der die Diode veon der Anode zur Katode durch-

flieft.
Einem positiven Zahlenwert der Diodenspannung UD entspricht ein positives Po-

tential der Anode gegeniiber der Katode,

7.B. ist bei einer Diode

im Durchlafbereich: Ip = 10 mA
im Sperrbereich: Ip = -1 pA oder -Ip = 14 1)
Uy =-10 V oder -Up = 10V 1)

1) Liegen negative Zahlenwerte vor, so wird das Minuszeichen im allgemeinen
vor das Formelzeichen gesetzt.

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN ]2-]671
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Halbleiterdioden
und Transistoren

Transistoren

Positiven Zahlenwerten der Transistorstrome Ig, Ip, Ip entsprechen Strime kon-
ventioneller positiver Richtung, die zum Kristallinneren hin flieBen.

Positiven Zahlenwerten der Transistorspannungen Ugg, Ugq, Ucg entsprechen po-
sitive Potentiale der mit dem ersten Index bezeichneten Elektrode gegeniiber der

mit dem zweiten Index bezeichneten Elektrode.
Es gllt daher UEB = _UBE’ UBC = "UCB, UCE = —UEC- 1)

72.B. ist bei einem als Verstidrker geschalteten p-n-p-Transistor (aktiver Be-

reich, normal, vgl. 1.3.)

Ig = 1 mA, (im wesentlichen Durchlafstrom der Emitter-Diode),

der Emitterstrom teilt sich in Basis— und Kollektorstrom auf, und es ist
Iy = ~10 pA  oder -Tg = 10 uA 1y
I = -0,99 mA oder ~-Ip = 0,99 ma ')

ferner ist
0,1V 1y  (Emitter-Diode im DurchlaBzustand)
5V 1) (Kollektor-Diode im Sperrzustand)

UEB = 0,1 V oder —UBE

]

UBC = 5V oder _UCB

hieraus folgt

2
Uog = —(Ugg + Ugg) = =5,1 V. bzw. -Upg = 5,17V )

1.3. Betriebsbereiche, normaler und inverser Betrieb von Transistoren

Durch Anlegen verschiedener Gleichspannungen an die Elektroden kann sich der
Transistor in vier verschiedenen Betriebsbereichen befinden, die sich aus den
Kombinationen der DurchlaB- und Sperrzustinde von Emitter- und Kollektor-Diode

ergeben, Sperr- und DurchlaBzustinde werden wie folgt definiert:

p-n-p-Transistor n-p-n-Transistor
Sperrzustand der Emitter-Diode Ugg € 0 Ugg » 0
DurchlaBzustand der Emitter-Dicde Ugg > © Ugg < ©

Fiir die Kollektor-Diede tritt an die Stelle von Ugy sinngemidB Upp.

1) Die Schreibweise Ugzp, Upg wird vorzugsweise bei der Basisschaltung ver-
wendet, die Schreibweise UBE’ UCE vorzugsweise bei der Emitterschaltung.

2) Liegen negative Zahlenwerte vor, so wird das Minuszeichen im allgemeinen
vor das Formelzeichen gesetzt.

}g-él VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Halbleiterdioden
und Transistoren

Betricbhbshereiche

Emitter-Diode Kollektor-Diode
Sperrbereich Sperrzustand Sperrzustand
aktiver Berecich normal Durchlallzustand Sperrzustand
aktiver Bereich invers Sperrzustand Durchlallzustand
Uberstenerungshereich DurchlaBzustand DurchlalBzustand ‘

b die in den Datenblittern angegebenen Kennwerte fiir normalen oder tnversen
Betrieb gelten, ist daher nur an ihren Vorzeichen erkennbar,
Bei p-n-p-Transistoren gelten z.B. folgende Vorzeichen
Tg e UEB Ucs
norwaler Betrieb + - + _

inverser Betrieb . + - +

Bei n-p-n-Transistoren gelten die entgegengesetzten Vorzeichen.

In Fillen, in denen die beiden aktiven Bereiche unterschicden werden sollen,
werden Indizes N (normal} und I (invers) verwendet.Die am Transistor als Kol-
lektor gekennzeichnete Elektrode wird in den Indizes der Grenz— und Kennwerte
auch dann als Kollektor bezeichnet, wenn beim inversen Betrieb der Kollektor

physikalisch als "Emitter" anzusehen ist.

1.4, Grundschaltungen hei normalem Vérstirkerbetlrieb

Emitterschaltung: Der Emitter ist gemeinsame AnschluBlelektrode fiir Eingang
und Ausgang

Basisschaltung: Die Basis isl gemecinsame AnschluBelektrode fiir Eingang
und Ausgang

Kollektorschaltung: Der Kollektor 1ist gemeinsame AnschluBelektrode fiir Ein-
gang und Ausgang

In Fillen, in denen eine besondere Kennzeichnung der Schaltung erforderlich

ist, werden die Formelzeichen mit grofien oder kleinen Indizes e, b bzw.c ver-

schen.,

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN ]2-(])8
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Halbleiterdioden

und Transistoren

1.5. Formelzeichen

1.5.1,1., Schreibweise

grofle Formelbuchstaben: zeitlich konstante GroBen, z.B. arithmetische
Mittelwerte (Gleichwerte) und Effektivwerte

kleine Formelbuchstaben: Aungenblickswerte zeitlich veridnderlicher Gro-
Ben bzw, Zeitfunktionen in reeller oder kom-

plexer Schreibweige

grole Buchstaben fiir Indizes: Grélen, die vam gtatischen Wert Null an ge-
rechnet werden

kleine Buchstaben fiir Indizes: Grdlen, die vom Gleichstromwert an gerechnet
werden

Kollektorgleichstrom oder —gleichstromkomponente .............. ceeeen Ip
Augenblickswert des Kollektorstromes, vom Knllektorstrom Null an ge-
rechnet (im allgemeinen ImpulsgréBen) ..........cuviinenrnnonnnnnnnes i
Scheitelwert des Kollektorstromes, vom Kollektorstrom Null an gerech-

= R ic
Effektivwert des Kollektorstromes, vom Gleichstromwert an gerechnet 1,

Augenblickswert des Kollektorstromes, vom Gleichstromwert an gerech-
1 i

Scheitelwert des Kollektorstromes, vom Gleichstromwert an gerechnet i, o

Damit bei Maximalwert— oder Minimalwert-Angahen keine Millverstindnisse auf-
treten, werden Minuszeichen vor das Formelzeichen und nicht ver den Zahlen-
wert gesetzt, z.B.

bei der Angabe von Grenzwerten —IC max. 6 A

bei der Angabe von Streugrenzen —UBE é 200 mV bei -IC = 2 mA

Dioden

innerer Widerstand der Diode ... ... .iiiiirin it ionetnnnnnsaarennns r
DurchlaBwiderstand (statisch und dynamisch) ............ e e rp, Ty
Sperrwiderstand (statisch und dynamisch) ... e e ennerannnnan g, Iy
Bahnwiderstand (statisch und dynamisch) .....c.iueiiiuunenennnnnnrnn, rg, T
Dampfungswiderstand ....... ... .ttt ittt ittt eartnaaenaaan rg
1260 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Transistoren (vgl. anch 2,2.3.)

inpere Widerstidnde des Transistors .....eeeieieeneansnnssossstansss .. T
Widerstand der Emitter-Diode (statisch oder dynamisch) ............. + Tp, Ta
Basisbahnwiderstand (statisch und dynamisch) ....... R I 3 L
Thh'
Generatorwiderstand .......... f et e s eec e e e e Rg
Lastwiderstand .....c.i e neiietiainsensns chae e . RL 1)

Diffusionskapazitidt ... .. ittt ittt aeine ittt ssaarsnseasssnsons Cq

Sperruschichtkapazitit ... .. .. ittt eneannn R
Kapazitdt zwischen ¢ und b’ (Kollektorkapazitiit, vegl. 2.2.3.) ciiiaan Cyie

Ausgangskapazitit bei kurzgeschlossenem Eingang in Basisschaltung ... Cuo

1,5.4. Beispiele fiiv thermisch-elektrische Groflen

Aucenblickswert der Kollektorverlustleistung (Zeitfunktion) ......... Pes PCE

Kollektorverlustleistung, arithmetischer Mitltelwert .........c00v0eas P

c
In manchen Fidllen werden die zwischen den Elektroden in Transistoren ver-—

brauchten Leistungen getrennt bezeichnet, die gesamte Leistung ist dann

z.B. Pep + Pgp = ICUCE + IBUBE

Temperatur in D it it e et e et e et T
Temperatur 1n e :%
Temperaturspannung (ij/e) e et a e et Cre e i e Up
Sperrschichttemperatur in O°c, arithmetischer Mittelwert ............. 35
dcheitelwert der Sperrschichttemperatur in R VI :% M
Unge bungs temperatur in o¢c ... ottt e r e e a s e a e e e e a e Shgb
(Transistor-) Gehiusetemperatur in R S ch s e i e e . Sh
Chassistemperatur in Q0 ..ottt iine ittt it e enranaaaeeenas Sbh
Lagerungs temperatur in T Gee e 5%
Wirmewiderstand ..o ittt ieeinneesseeseransantsstssatanasaneas .. K
Wirmewiderstund zwischen Sperrschicht und Gehduse (... ...... e eeea . K
Wirmewiderstand einer Isolierschicht ..., it cee.. Ky
Wirmewiderstand des Chassis . rerer ottt ianaaaesenrtaasosanasans KCh
Wirmeze itKonsStanle .o oot v s cncnerreenctsssssonsnseanssassens cee e T}
l) I'm Verwechslungen zwischen dem Kleinbucehstaben 1 und der Zahl 1 (eins) zu

vermeiden, wird hiev der GroBlbuchstabe L als Index verwendet, obwohl der
Lastwiderstand im allgemeinen dynamischen Charakter hesitzt.

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12%(]3
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und Transistoren

2, KENNGROSSEN

Die in den Datenblittern angegebenen Werte der Kenngréflen, die Kennwerte, sind
Mittelwerte. O0ft wird hierzu ein Streubereich oder auch nur eine Grenze des
Streubereiches angegeben,

Bei der Aufnahme von Kennlinienfeldern ist zu beachten, daB die angegebenen
Sperrschichttemperaturen eingehalten werden bzw. keine Erhshung der Sperr-

schichttemperatur gegeniiber der Gehduse- oder Umgebungstemperatur der Diode

oder des Transistors auftritt,

2,1. Statische KenngriolBlen von Transistoren

2,1,1. Reststrome (die hier angegebene Polaritdt der Speisespannungen gili
nur fiir p—n—p—Transistoren)

Emitter—-Reststrom ... 40404 IEB 0 Kollektor-Reststrom

T
S
W
x

- llcs 0

Eollektor-Emitter—-Reststrom ICE 0 Kollektor-Kurzschiufl—-Reststrom ICB K

Teg o = (1 + By) Icg g
(By fir Ip = Ipp 0)

1222-60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Die Reststrome wachsen mit der

Sperrschichttemperatur, In dem

nebenstehenden Diagramm ist der

(1]
33 = 25 “C

Kollektor-Reststrom
ICB 0 als Punktion von

auf einen Strom bei
bezogene
j dar-
gestellt, Diese theoretische
Eurve gilt, wenn nichts anderes
angegeben ist, fir Germaniuml
Transistoren.

Bei Silizium-Transistoren und
auch bei manchen Germanium-Tran-
gistoren hat ein temperaturunab-
hingiger, dem Reststrom iiberla-
gerter Oberflédchenstrom im Be-
reich niedriger Temperaturen Ein-
fluf auf den Temperaturverlauf
(vgl. gestrichelten Bereich).Bei
einigen Typen werden gesonderte

Kurven angegeben,

2,1.2. Restspannungen

a) Kollektor-Restspannung bei einem
mit
einer be-—

Strom I, fir eine Kennlinie
Ig = const, die bei
stimmten Kollektorsperrspannung

(z.B. ~Upg = 1 V) den Wert k-Ig
hat (z.B. k = #,1) cueveuennnn

b) Kollektor-Restspannung bei einem

Strom I~ an der tbersteuerungs-
grenze ?U

cg = 0)

und Transistoren

1000¢

Icg, beI ;

Ipg o bei 9 =25°C

100

L LA L AR LA AL

T NARnnn

N\,
A
L

L L0 A L0 L

I 0 WV 'Y Y U] S I

T
LN

LU
N

H

1
20 40

'k Ic
-IC

Ucg o
a)

---------- LU ] UCER

In manchen Fillen wird fiir einen Kollektor-

strom IC und einen Basisstrom IB eine

lektorspannung Upep angegeben, bei

Kennlinienpunkt mit Sicherheit im Ubersteu-

der

Kol-

der
-IC

erungsbereich liegt (UEB >0, Usg > 0 bei

p-n-p-Transistoren).

b)

60 80 ¥ (°C) 100

-[g =const.

~Uee o Y=V
-UCB=0

~Uee n
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und Transistoren

Die Emitfer—FluB—Spannung ist die Spannung
zwischen Emitter und Basis bel gesperrter

Kollektor-Diode und IE = 0:

Uggp p = Tpp'icp o - Up-1n(i+By)

(Die hier angegebene Polaritdt der Speise-

spannung gilt nur fir p-n-p-Transistoren,

bei diesen ist Ugg p < 0 oder Ugp g > 0)

Als Durchbruchsspannung wird diejenige Kollektorspannung bezeichnet, bei der
ein steiler Anstieg des Kollektorstromes (meist infolge eines Lawinenprozesses
in der Sperrschicht) bei kleiner Anderung der Kollektorspannung erfolgt (vel.
3.2.).

Bei manchen Transistoren wird in den Kennwerten fiir einen bestimmten Kollek-
torstrom und eine gegebene Basis-Emitter-Spannung (in Sperrichtung)eine untere
Grenze fir die Durchbruchsspannung Uep angegeben, z.B.

bei -Ig = 6 A und Ugp =2V ist -Ugg 2 60 V.

Als Sperrschicht-Beriihrungsspannung wird diejenige Sperrspannung der Kollek-
tor-Diode bezeichnet, bei der die Kollektorsperrschicht sich bis zum Emitter

hin ausgedehnt hat.

-1~ + I
normal (bei bestimmter Kollektor-Basis-Spannung) ....... Ay = __Q_E__QE_Q
E
. . : . . ~Tg + 'EB 0
invers (bei bestimmter Emitter-Basis-Spannung) ......... Ay = = —
Io
in_Emitterschaltung
Ip - 1
normal (bei bestimmter Kollektor—Emitter-Spannung) ..... By = ¢ CBO
Ip + 1
B CB 0
. . : . Iy - lgp o
invers (bei bestimmter Emitter-Kollektor-Spannung) ..... By = ——r—
Ip + 1
B EB 0
12.60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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und Transistoren

Die Gleichstromverstirkungen hingen durch folgende Gleichungen zusammen

By 1
BN B e oder AN = oder i - AN T —
1—AN 1+BN 1 + BN

Entsprechende Beziehungen gelten zwischen AI und BI‘
Wenn keine MiBverstdndnisse miglich sind, werden die Indizes N bzw. I fort-

gelassen,

2.2. Dynamische Kenngriflen von Transistoren

Stromverstirkung bei kurzgeschlossenem Ausgang fir kleine Stgnale

-1
. . c
in Basisschaltung .........eciviiissenacsncanans er e e a o=
nle

e

in Emitterschaltung ....... T R 8 = —
'b

Wenn die KurzschluB-Stromverstiirkungen speziell fir eine niedrige Frequenz
(1000 Hz) gekennzeichnet werden sollen, wird ein Index 0 verwendet (ao, BO).
Die KurzschluB-Stromverstirkungen hingen niherungsweise durch folgende

Gleichungen zusammen

B = o oder o o= oder 1 - o = 1
1 - « 1 + B 1 + B

Die Grenzfrequenz £, bzw. fg ist diejenige Frequenz, bei welcher der Betrag
der KurzschluB-Stromverstirkung o bzw. £ auf den I/Vgnfachen Wert des bei
niedrigen Frequenzen (1000 Hz) gegebenen Wertes gesunken ist.

Fir i f, bzw. £ i fy gelten niherungsweise folgende Gleichungen

‘a ) hzw. |B| BO

V1. (f/fa)z Vi (f/f{})g

Es pilt annihernd t,/fg = Bp/og

Mit fy wird die Freguenz bezeichnet, bei der der Betrag von B den Wert 1 hat.

Stromverstirkung von Vierpolen ........... Cer e teea s e ey e VS
Spannungsverstirkung ven Vierpolen .......... b e e r et [ Vu
Leistungsverstirkung ven Vierpolen .............cuvnannn G et «a Vp
Mischverstidrkung (Leistungsverhﬁltnis) ............................ sees Y,
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.80
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Komplexer Eingangsleitwert (y; = g; + ) e e Yi
Komplexer Ausgangsleitwert (yo = g+ jbo) Ch e et te et eer e Yo
Eingangsleistung ........c0cuuun... et a et ittt ettt . Pi
Ausgangsleistung ...... ottt ir e e s nnnnnn. e eesa e Pt et e st e e . P0
Fiir alle Vierpoldarstellungen dieses iy

.
Handbuches sind die in dem nebenste—

henden Bild festgelegten Strom— wund i

Spannungszihlpfeile zusammen mit den u, Eingang Transistor- Ausgang u,
Vierpol

J L

dazugehérigen Formelzeichen maBgebend.

Fir Niederfrequenz werden meist die
reellen Vierpolkoeffizienter der (h)-
Matrix verwendet. Die in den Daten aufgefiihrten Werte der h-Koeffizienten gel-
ten jeweils fiir einen bestimmnten Arbeitspunkt und eine bestimmte Frequenz (hier
1000 Hz). Die Anderungen der h-Koeffizienten bei anderen Betriebseinstellungen
werden pgesondert angegeben. Die Grundschaltung wird durch ein e, b oder ¢ im

Index gekennzeichnet,

iy —- -
& .
? Py ? up = hygiy + hygu
hy, i - ;
l h,zUz h22 l
KurzschluB-Eingangswiderstand .......c00iiuunvennnn. h = (u,/i )
11 = (uy/iy g0
Leerlauf-Spannungsriickwirkung ..........c0vueunn.. . hys = (ul/ug)_
1L4=
KurzschluB-Stromverstirkung ............. ceeeinaas hyy = (iz/il)
112—
Leerlauf-Ausgangsleitwert .....o..iurinnenennnnnnnn. hyy = (i2/u2)11:0

Da fiir die h-Koeffizienten nur reelle Werte angegeben werden, kinnen anstelle
von uy, iy usw. auch die Effektivwerte Uj, I, usw. eingesetzt werden.
Bei den oben festgelegten Strom-Zihlrichtungen erhilt man fiir die KurzschluB-—

Stromverstirkung in Basisschal tung hy; |, einen negativen Zahlenwert.

]226;60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Die im folgenden angegebenen Betriebs—

formeln filir nebenstehende Schaltung

gelten fiir alle drei Grundschaltungen, Transistor- I I:]G
wenn man entsprechend hyqy, hy ., oder Vierpol 2 L
hy;,. usw, einsetzt.
hay
Stromverstirkung v, = 12/11
s stirkung v, = ug/uy = ha1
annungsver = o/uy = -
’ ¢ " ® hyy(hoo+Gy) - hyghoy
Ei iderstand r = u /il = hyy - _EAEEEE_
ingangswide .= 1 = :
1 h22 + GL
, . Lo hyohgy
Ausgangsleitwert g, = 12/u2 L 22 ~ T
11+ B
hy G
. . : 21 YL
Leistungsverstirkung vp = ViVy =
[h11(h22+GL) - h12h21]'(h22+GL)
Verhdiltnis der Ausgangs- P R GLh212
leistung zur verfiigharen ;-2—— = 4 - 5
Leistung des Generators g max [(h11+Rg)(h22+GL) - h12h21]
2
u
P = £
g max AR
£
. 2
Leistungsverstidrkung bei h212 1
angepaf3item Eingang und VP opt -
Ausgang highas \1 + {1 = (kyohoq/h;q1has)
fiir Ry oo = hyg V1 = (hyphoy/hyihoo) 5 G gpg = Poo Y 1 - (hyghgy/hyqha)
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN ]2-29
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Fiir Hochfrequenz werden entweder die Koeffizienten einer Leitwert-Matrix oder

die Elemente eines Ersatzschaltbildes (vgl. 2.2.3.) angegeben. Die Vierpol-

gleichungen bei Verwendung einer Leitwert—Matrix lauten

- . 1 = ¥i1w + Yoo
Nl

u, []yn i ¢ Yik = &k + Jbjy
. 1
l _l mit bik = wcik )
- & -

lg = ygquy + yoolo

1 1
| S §
"
™
[
N

KurzschluB-Eingangsleitwert Y11 = (il/ul) 0
Ua=
2
Riickwdrtssteilheit Yio = (il/ug)
Vorwirtssteilheit Yo = (io/uy)
u2=0
KurzschluB-Ausgangsleitwert Yoo = (ig/uy) 0
4=
1

Die Leitwerte y;, gelten fiir einen bestimmten Arbeitspunkt und einen schmalen
Frequenzbereich in der Umgehung einer angegebenen Frequenz. Die Anderungen der
y-Koeffizienten bei anderen Betriebseinstellungen und anderen Freqguenzen wer-
den gesondert angegeben., Die Grundschaltung wird durch ein e, b oder ¢ im In~
dex gekennzeichnet,

Fiir y;o0 und yy¢ wird in vielen Féllen gesetzt

j®12 Jo 1
¢ Y21 = |Y21 le °

Y12 = |Y12

¥Ya1p hat fiir f-»0 einen negativen reellen Wert, y5 1, hat fiir f-—50 einen

positiven reellen Wert. Mit wachsender Frequenz drehen sich die Zeiger yoqy

und yo9, in der komplexen Ebene im Uhrzeigersinn.

1) Die Werte Cijk sind nur formal als Kapazititen aufzufassen, da sowohl wegen
der festgelegten Strom-Spannungs-Zihlrichtungen als auch wegen des induk-

tiven Charakters mancher Leitwerte negative Werte der Imaginirteile vorkom-
men.
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Im

Yarp(F>0)
A
/ \ Re
Yop F=0) P

Basisschaltung

Die im folgenden angegebenen Betriebs—
formeln fiir nebenstehende Schaltung

gelten fiir alle drei Grundschaltungen,

und Transistoren

Im

y2,.(f—b 0)

Re
Voo (F >0)4<\/

S

Emitterschaltung

f Transistor-

wenn man entsprechend yq(y, ¥11, oder Uy Vierpol
usw., einsetzt. 1
Yile b :
. Yo1¥y,
Stromverstiarkung v, = i /1 =
' 2 v11(y22+YL) - ¥19Yag
. Yoi
Spannungsverstirkung v, = Ugfuy = - —=—
Yoz + Yy
A Yig¥a1
Eingangsleitwert yi = 11/u1 = ¥y lev=al
Yoo + Yy
: Y12¥21
Ausgangsleitwert Yo = in/us = Yao —mm =l
Y1 + Yg
G 2 G y
; r L _ L 21
Leistungsverstidrkung vp = —|Vu = = ——
g4 gj |Yaz * ¥y
mit Gp = Realteil von Yp; g; = Realteil von y;
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.60
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Verhdltnis der Ausgangs-— P y
leistung zur verfiigharen — 0% = 4GgGL 2l
Leistung des Generators Py max (y11+Y5) (y22+Y1) - ¥1a¥ag
1
P = £ mit G, = Realteil von Y,

g max
4Gg

Falls eine Anpassung des Eingangs und Ausgangs moglich ist, gilt fir die op-

timale Leistungsverstirkung

VP opt = |Y21, -
op 4 1]
£11822 }_(1_3+V1_3__1_¢,2)
2 2 4
y .
mit g = Realteil von Zlg_gl H @<= Imaginirteil von Xlgzgl
€11822 €11822
. . 1a2
Die Anpassung erfolgt bei Gg = gq1 V 1 - g - ZG’
12
GL:g22¢1‘9"‘Zﬁv
B, = - by + = g1 0~
By = - boo + L g,,0
L 22 5 €22
(Yg = Gg + jBy ; Yy = Gp + iBy,)

2
Fiir (q +-g;—) > 1 gibt es keine Anpassung.

o_(Emitterschaltung)
. Der Punkt b!
C Iy beze%chnet
- 3 den inneren
Sy Basispunkt
£ Uce
-
e
Es gilt ndherungsweise Ehre = 1 Chio = 1 g = 1
€ r. BO e ry 2% f1 m Ty

(re = UT/IE mit Up = 26-10"3 v bei 25°; ro, ist der differentielle Wider-
stand der Emitter—-Diode im Arbeitspunkt.)
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Die Rauschzahl (anch Rauschfaktor) eines Transistors ist das Verhidltnis der am

Ausgang vorhandenen Rauschleistung zu der Rauschleistung, die vom 290%K-Wirme-

rauschen des Innenwiderstandes des Signalgenerators allein

Transistors hervorgerufen wird.

am Ausgang des N

Die Rauschzahl wird in dB bei bestimmtem Arbeitspunkt und bestimmtem Generator-

widerstand fiir eine Frequenz oder fiir einen Frequenzbereich angegeben.

2,2,5., Schaltzeiten

Bei rechteckfirmigem Generator- fc
. -
strom ig ergeben sich fiir den Ver-
lauf des Ausgangsstromes i fol- Tran.5|stor PL ?
. . n
gende, durch nebenstehende Bilder ig Emitter- Ubar
festgelegte Schaltzeiten: schaltung
Anstiegszeit (rise—time) t.
Speicherzeil (storage—time) ty
Abfallzeit  (fall—time) te A
—iB
In manchen Fillen werden die Ein-
schalt-Zeitkonstante T und die
bersteuerungs-Zeitkonstante Tq
des Transistors (fiir eine bestimm-
te Grundschaltung, Ansteuerung und
Last) angegeben. Dann ist =
t, =T- ln m - 0,1
m - 0,9
1, =T In K + m
: s kK + 1 A
'ic
g k+ 1
tp =T+ in 2+ 2 0917, -
f * k + 0,1 e
mii. dem Uberstenerungsfaktor
Byl
- _ N BX
ox 011
Igx = Einschalt-Basisstrom X >
Iex = Einschalt-Kollektorstrom
By = Gleichstromverstirkung
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12-%(])
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und Transistoren

und mit dem Ausschaltfaktor

By I
K - _ Bnlmy
Icx

Ausschalt-Basisstrom
(bei mnoch nicht gesperrter
Emitter—Diode)

Gleichstromverstirkung
bei ICX und UCB = 0

-

jor ]

o
I

o
z
il

2.3. Dynamische KenngriéBen ven Dioden

a) Einschaltvorgang Up
Beim Umschalten vom Sperr- in den Durchlaf-
bereich (Einschalten) muB bei hohen Strémen

und kurzen Anstiegszeiten manchmal die
DurchlaBtrigheit von Dioden beriicksichtigt
werden, d.h. die Tatsache,daB der Durchlal-

widerstand im Einschaltaugenblick wesent- L
lich groBer sein kann als der statische

DurchlaBwiderstand. Dieses kann, besonders SPannunggver1auf an einer
Diode beim Einschalten mit

bei Ansteuerung der Diode aus einer Quelle hohem Strom

hohen Innenwiderstandes (Stromsteuerung),
zu sehr hohen Augenblickswerten der Dioden-

& A 1t — >
Verlustleistung und damit zur Zerstorung .

i
der Diode fiihren. ol = 1 I‘

b) Ausschaltvorgang

Beim Umschalten vom BurchlaB- in den Sperr— |

hereich (Ausschalten) ist bei Schalterdioden '

die Kenntnis des zeitlichen Verlaufs des

Diodenstromes wichtis. Nebenstehendes Bild
zeigt den beim Umschalten entstehenden Ver-

lauf des Sperrstromes einer Diode und die — —

Festlegung zweier Punkte A und B, mit denen

der Ubergang in den Gleichgewichtszustand Stromverlauf in einer Diode

.. yim Ausschali o
charakterisiert werden kann. beim Ausschalt
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3. GRENZWERTE

Alle Grenzwerte sind a b 8 o 1 u t e Grenzwerte, sofern nichts an-

deres angegeben ist. Sie diirfen unter keinen Umsténden iiberschritten werden;
Spannungsschwankungen, ©Einzelteile-Toleranzen usw. miissen hierbei sorgfiltig

beriicksichtigt werden, Eine i(fberaschreitung der Grenzwerte kann zu Schiddigungen

des Transistors oder der Diode fiihren; ein einzelner Grenzwert darf auch dann
nicht tiberschritten werden, wenn etwa andere Grenzwerte nicht voll ausgenutzt

werden.

3.1. Integrationszeit

maxlma]. z‘llla.SS].ge Integrat10n3281t e 8t e A LI AR E S EENEEEEEEPEIESP IR tav max

Beim Betrieb eines Transistors oder einer Diode mit einer hohen Spannung oder
mit einem hohen Strom spielt nicht nur die in der Sperrschicht erzeugte Ver-
lustleistung eine Rolle, sondern die Konstanz der Exemplareigenschaften kann
auch allein durch eine zu hohe Spannung oder allein durch einen zu hohen Strom
beeinfluBt werden. Aus diesen Griinden wird flir alle Typen, bei denen in den
Grenzwerten maximal zul#ssige Scheitelwerte angegeben werden, die grdfBier als
die maximal zullssigen Gleichwerte sind, eine maximal zullssige Integrations-

zeit too pax
Der innerhalb eines jeden Zeitintervalls von der Dauer t . .. gebildete arith-

vorgeschrieben, die folgende Bedeutung hat:

metische Mittelwert (Gleichwert) eines Stromes bzw. einer Spannung beliebiger
Eurvenform darf den in den Grenzwerten angegehenen maximal zul#ssigen Gleich-
gtrom bzw. Gleichspannungswert nicht flberschreiten 1). Unabh8ngig davon ist

zu beachten, daB der Augenblickswert von Strom oder Spannung h$chstens gleich

dem angegebenen maximal zullssigen Scheitelwert sein darf.

3,2, Zusitzliche Angaben

filr Grenzwerte von Strémen und Spannungen bei Transistoren

Den prinzipiellen Verlauf der Kennlinien I, = f (UCE) mit I bzw. Ugp als Pa-
rameter fiir einen p-n-p-Transister zeigt nachstehendes Bild. Bei n-p-n-Tran-
sistoren gelten die entgegengesetzten Vorzeichen.

Oberhalb einer gewissen, vom Basisstrom abhéngigen Spannung -U,p wichst der

Strom -I, sehr rasch mit -Upg (Durchbruchsgebiet). In den Datenbliéttern wird

1) Bei Dioden kénnen fiir sinus- und rechteckférmige Aussteuerung einfachere
Regeln angewendet werden, vgl. 3.3.
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A
%

=0

Ip<0 *+— | —» 1,50

Ip=-ly >0
Upe=Upg >0
L. =0
Iz I ,(Rpz>00bei U=0)
Ic = Icp «(Rpe =0 bei U=0) c=lcao
-
'Uce

IC, Ucg - Kennlinienfeld eines

p-n-p-Transistors

hiiufig die hinsichtlich des Abbiegens der Kennlinien maximal zul#ssige Kollek-

tor-Emitter~Spannung ~UCE max 218 Funktion des Wideratandes Bpp bei U = 0 an-

gegehen.

In anderen Fillen wird innerhalb des
Io, Upg - Kennlinienfeldes ein Ar-
beitsbereich gemdB nebenstehendem
Bild angegeben. Innerhalb dieses Be-
reiches ist jede Einstellung von ic
und upp erlaubt, sofern der Tramnsi-
stor thermisch nicht iiberlastet wird
(vgl. 3.4.).

Kurzzeitige ﬁberschreitungen des er-
laubten Arbeitsbereiches iiber die
rechte Begrenzung hinaus sind beim
Abschaltvorgang (Ubergang vom GUber-
gteuerungs- in den Sperrbereich)mit

induktivem Lastwiderstand zulissig,

-Ic

max

erlaubter ~UeE max
Arbeitsbereich

12.61
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wenn folgende Bedingungen eingehalten werden:
a) Die wihrend der Abfallzeit ty von Batterie und Induktivitét an den Transi-

stor abgegebene Energie

te

Ep, = fiCuCE dt

0
darf den angegebenen maximal zuldssigen Wert ETr max dicht itherschreiten.

b) Die Abfallzeit ty des Kollektorstromes (vgl. 2.2.5.) darf den angegebenen

maximal zul#ssigen Wert ty .. nicht iiberschreiten.

¢) Der Scheitelwert der zum Ausschalten angelegten positiven Basis~-Emitter-
Spannung darf den angegebenen maximal zul#ssigen Wert UBE Y max Richt iiber-

schreiten.

3.3. Zusitzliche Angaben fiir Grenzwerte von Striomen und Spannungen bei Dioden

Bei sinus- und rechteckfdrmiger Aussteuerung mit Ausnahme des Gleichrichterbe-

triebes (siehe unten) geniigt fiir alle Diodgn, bei denen keine Angaben iiber den

Wirmewiderstand und die maximal zulHssige Sperrschichttemperatur gemacht wer-
den, die Einhaltung der maximal zul#ssigen Spannungen und Strdme sowie eine
Reduktionsformel fiir die maximal zul#ssigen Scheitelwerte von Sperrspannung

bzw. DurchlaBstrom im Zusammenhang mit Frequenz und Tastverhdltnis. Es gilt

“Up M RS “Up M max iD M s iD M max ‘

fiir f > 20 Hz bei sinusférmiger U
Aussteuerung

f, > 20 Hz bei rechteckférmiger’ =TT T — —1"Ypm max
Aussteuerung mit Vq < 0,5 +_ \1 _J_qmw
PEERS ¢ GBI - AN S - — max

Fiir Vp > 0,5 gilt eine lineare Inter- \\\ !(Vr>0‘5)
N

polationsformel (vgl. nebenstehendes - — — — -l- — —!n — “Up mox
Bild) ! | I

i I
-up i < 2(""1]) M max)(l’VT) + ("UD max)(avT_l): { lL [ -
sinngemdB auch fiir ip . 05 1 v

Liegt keine sinus- oder rechteckférmige Aussteuerung vor, so mufl die Integra-

tionszeit t . .. = 50 ms beriicksichtigt werden (vgl. 3.1.).

Bei Verwendung einer Diode als Gleichrichter muB der arithmetische Mittelwert
Iy des DurchlaBstromes unterhalb eine¢ Grenzwertes Ip .- bleiben, dessen
GréBe von dem Scheitelwert up  der in den StromfluBpausen anliegenden Sperr-

spannung abhéngt. Ein Beispiel dieser Abhiingigkeit ist nachstehend skizziert,
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In den Daten erscheinen die beiden Grenz-—

werte I/
* D max
Id max ('UD =0V)
maximal zul#ssiger DurchlaBstrom (arith- [ I, (-U,=0)

metischer Mittelwert) bei‘der Dioden-—
spannung Null in der Strompause

D max (~%p ¥ max) Ip mex (“Ups mex)
maximal zulBssiger DurchlaBstrom (arith- [~——~— —— — — — —
metischer Mittelwert) bei Belastung der

Diode mit -Up M max 1D der Strompause

]
ot
“Upmmoxr~~  ~Upm
Fiir verschiedene Temperaturen gelten verschiedene Reduktionskurven. Falls die

Reduktionskurve nur fir A}ugb = 25 °C angegeben ist, kann man bei Temperaturen
>25

°C bis zur maximal zullissigen Umgebungstemperatur den maximal zullissigen
DurchlaBstrom ermitteln aus

d : 0
ID max (shgb) = 3§§: " ID max (jb) mit sb =25 7°C

Weitere Grenzwerte:
ip max ***++-++ mMaximal zulHssiger Rechteck-Stromimpuls bei gegebener Impuls-
dauer und gegebenem Tastverh#iltnis (periodisch zulﬁssig)

istoB max °"-*++ maximal zullssiger Uberlastungs~8tromstoﬂ, maximale Dauer 1 a,
wenn nicht anders angegeben (nicht als Betriebswert zuldssig;

bei Wiederhelungen kinnen die Lebensdauereigenschaften beein-
trichtigt werden)

“Ustol max °+++ maximal zulBssiger SpannungsstoB in Sperrichtung, maximale
Dauver 10 ms, wenn nicht anders angegeben ( nicht als periodi-
scher Betriebswert zullssig)

3.4. Verlustleistung bei Transistoren

Innerhalb des Arbeitsbereiches, der durch die maximal zullissigen Strfme und
Spannungen 1) festgelegt ist, wird die maximal zullisgige Verlustleistung eines
Transistors durch die maximal zulH#ssige Sperrschichttemperatur, die maximal

zuliissige Umgebungstemperatur und den Wirmewiderstand durch folgende Gleichung

bestimmt P - '3j max ’&ugb max
K

max

Hierin sind P ,., SB max und ugb max maximal zulissige arithmetische Mittel-

werte, K ist der WHrmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung.

1) Fiir kurzzeitige Uberschreitungen der maximal zulfssigen Spannungen gelten
aufler den in diesem Abschnitt gegebenen Vorschriften iiber die Verlustlei-
stung die besonderen Bedingungen des Abschnitts 3.2.
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Bei Leistungstransistoren, die auf einem Chassis montiert werden, ist in vie-
len Fillen die maximale Chassistemperatur bzw. die maximale Temperatur am Ge-

hiuseboden des Transistors :&h max

P - ’&j max ~ ’S‘G max

max KG

Kg = Wirmewiderstand zwischen Sperrachicht und Geh#iuseboden

bekannt, Es gilt dann

Wenn der Transistor die einzige Wirmequelle am Chassis darstellt, kann der
Wirmewiderstand des Chassis, falls nicht anders angegeben, aus der folgenden

Niherungsformel berechnet werden

0,25
3,3 ¢ , 850 ¢

KCh = =,

Vad A

Kop = Wirmewiderstand des Chassis in grd/W
A = Wirmeleitfihigkeit des Chassismaterials in W/(grd cm)

2,1 W/(grd cm)
3,8 W/(grd cm)
1,1 w/(grd cm)

d = Dicke des Chassisbleches in mm

[}

Aluminium: M\
Kupfer: A
Messing: A

it

A = Flidche des Chassisbleches (nicht zu sehr von der quadrati-
schen Form abweichend) in cm®

EKorrekturfaktor

(o]
]

= 1,0 bei horizontaler Lage des Chassis, Oberfliche un-
bearbeitet

0,85 bei vertikaler Lage des Chassis, Oberfliche unbe-

arbeitet

bei horizontaler Lage des Chassis, Oberfliche ge-

schwirzt

0,43 bei vertikaler Lage des Chassis, Oberfliche ge-
schwirzt

]
o
(2}

Die Werte gelten fiir den Wirmewiderstand vom Mittelpunkt des Bleches zur Um-
gebung (Umgebungstemperatur bis etwa 45 °C) bei ruhender Luft und wenn keine

heiBen strahlenden Objekte in der Nidhe sind.

>

P = 35 max ~ “~ugb max

Mit K = KG + KCh wird

Po.x i8t die gesamte, im Transistor verbrauchte Leistung, z.B.
Pmax = Pce + Ppg = IcUce * IpUse

In vielen Fillen ist Ppg vernachliissigbar klein, so daB es geniligt, nur die

Kollektorverlustleistung Pnp (abgekiirzt auch PC) zu beriicksichtigen,
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Bei sinusfdirmiger Aussteuerung kann fiir alle Transistoren mit den arithmeti-
schen Mittelwerten von Sperrschichttemperatur und Verlustleistung gerechnet

werden, sofern die Aussteuerfrequenz f 2 50 Hz ist.

Bei einigen Transistoren, die auch als Schalter verwendet werden kénnen, wer-
den Kurvenscharen angegeben, mit deren Hilfe der maximal zul¥ssige Scheitel-

wert der Verlustleistung berechnet werden kann. Bei Zugrundelegung eines

rechteckférmigen Verlaufs der Verlustleistung gemdf nachstehendem Bild

P‘ T

—___HlLll :po | -

- £ ! | t

|‘—— 1/fp =fp/Vr ‘—’l

ist der Scheitelwert der Sperrschichttemperatur

1
fh = Shgb + Kg [E(puwp0)+pél + Koy [VT(pu—p0)+p4 filr t, < tg
bzw,
S% M = ﬁ*ugb + (KG+KCh)PM fiir tP 2 tg

to = Zeitwert am Endpunkt der Kurvenschar in nachfolgendem Bild.
Zahlenwerte fiir ty werden in den jeweiligen Datenblittern
angegeben, z.B. tg =1 8.

Der arithmetische Mittelwert der Sperrschichttemperatur ist

¥ Bugn + BeoEen) [Valoypg)+ng]

Pulsfrequenz .......vcevemeuean e sttt ss s ettt st a st naas . fp

Impulsdauer .......... e edt e e

Tastverhiiltnis (relative Einschaltdauer, duty cycle) VT=tpfp. Vo
Der Faktor R = R (tp, VT) ist in den Datenblittern der Schaltertransisto-

ren als Kurvenschar angegeben., Ein maBlstabsloses Muster zeigt das nachfol-
gende Bild.
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THHL T TH
o H
R ~1V¥:=0 =
A=t
0,00 - B
—| £ - :;. " - T :
05 b o
OJ I By
=02 Pl ——
—05 7] —
I 4 L oL

Um eine {iberlastung des Transistors zu vermeiden, miissen folgende Bedingungen

1 eingehalten werden:

Entweder
<
:% M = SE M max und :E $ jh max’
! wobe i ;E M und :% nach den vorangegangenen Formeln berechnet werden kdnnen,
j oder
} Py < pg + R 33 M max ~ shgk,max = (KG+KCh)p0
j und  py < pg + 3_j max "Sugb max — (KG+KCh)PO fiir to < tg
Vp(Eg+Egy) P
, < Sj max 3h,b max "
bzw. py S g fiir tp 2 tO

Kg + Kep

Bei Schaltvorgingen hat die Verlustleistung im allgemeinen etwa einen zeit-
lichen Verlauf, wie er im Bild auf der n#chsten Seite skizziert ist.

Die Berechnung des Scheitelwertes der Sperrschichttemperatur kann als Sicher-
heitswert in der oben angegebenen Weise gewonnen werden, wenn ein griflerer
Rechteckimpuls {gestrichelte Kurve im Bild) zugrundegelegt wird. Eine genau-

ere Berechnung ist in folgender Weise moglich:
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4

p

e
¢

px und py sind die beim Ein- und Ausschalten auftretenden Verlust-
leistungsspitzen, tx und ty sind die Ein- und Ausschaltzeiten

Man ersetzt in den EKurvenscharen die Variablem t_ und VT in der Funktion

Y
durch neue Variable & und q
R (&, n).

Dann ist der Scheitelwert der Sperrschichttemperatur fiir (tp+tY) <ty

entweder 5% My = 'Shgb + KgpP + Kg (pO + pX;fO _ pX;:M N PY;iu)

Pvy-D Pv—P Px-P
e '3)']. ux - &ugb " Kot * K (pu * YR:{ B YR50 i XRSO)!
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(px-Pwtx + (Py-Polty + (pyPolty

wobei P = Vp T 0
P
R; = By (gia i)
T to+ by
t
P
t +tu—t
§2=t‘p+t’Y*t'X N2 = tYXVT
‘ p
| t
1;P
1-V
Vp tp
1-v ty—
Vo tp
p
Fir tp 2 to i8t der Scheitelwert der Sperrschichttemperatur
'3:]' M = '3\ugb + (KG+KCh)pM

[yenn pxty << pu(tp—tx) und pyty << Pl(tp_th]'

Der arithmetische Mittelwert der Sperrschichttemperatur ist

N e W+ (KgrEgy)P

J ug

Um-eine Uberlastung des Transistors zu vermeiden, miissen folgende Bedingungen

eingehalten werden

33 MX s SE M max
iMY s Jj M max
5% 5 j max*
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN ~ 12,60
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Lotvorschriften

Bei den im folgenden aufgezeigten Létvorschriften fiir Halbleiterbauelemente
handelt es sich um eine Kombination von Erfahrungswerten aus der Lottechnik
und um Werte, wie sie dem Halbleiterbauelement aufgrund seiner Eigenarten
zugemutet werden konnen. Wesentlich ist dabei immer, daB das Bauelement vor
thermischen {iberlastungen geschiitzt wird; bei den angegebenen Drahtlédngen
handelt es sich somit stets um Mindestwerte und bei den Lotzeiten um Maximal-
werte,

Im einzeluen werden zwei verschiedene Litverfahren (Kolbenlétung und Tauch-
l6tung) unterschieden und verschiedene Kombinationen von Létzeit und Draht-
lingen zur Auswahl angegeben,

In allen Fdllen ist das rechtwinklige Abkrépfen der Anschlufidrihte bis zu

einem Abstand von 1,5 mm vom GehHuseboden zulidssig.

1. Kolbenlstung

1,1. Bei einer Kolbentemperatur von max. 245 O¢  betrdgt die zulidssige L&t-
zeit 10 s, wobei die Létstelle mindestens 5 mm vom Gehduseboden ent-

fernt sein muf.

1.2, Bei einer Kolbentemperatur ven 245...400 ®C betrigt die zulissige Lot-
zeit 5 s, wobei die Liétstelle mindestens 5 mm vom Geh#iuseboden ent-

fernt sein mull.

1.3. Bei einer Drahtldnge < $ mm mull ein Wirme-Nebenschlul angelegt und die

Létzeit so kurz wie méglich gehalten werden.
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2. Tauchlétung

2,1, Tauchlétbedingungen fiir Typen mit einseitig herausgefiihrten Anschlu~
drdhten:
{AC 107, AF 102, AF 114, AF 115, AF 116, AF 117, ASZ 11, ASZ 12,
BCZ 10, BCZ 11, BCZ 12, OA 5, 0A 7, 0A 9, 0AZ 200...0AZ 213, 0C 44,
0C 45, 0C 46, OC 47, OQC 57, OC 58, 0C 59, OC 60, OC 70, OC 71, OC 72,
0C 74, OC 75, 0OC 76, O0C 77, 0C 79, 0C 80, 0C 139, 0C 140, 0OC 141,

0C 169, 0C 170, 0C 171)

min.15
Einbau 1: ]
Nicht zulissig s )
fiir Tauchlgtung L }
Einbau 2:

Tauchzeit max. 10 s

Lottemperatur 240 * 5 °C '

min.5

Einbau 3:

Tauchzeit max, 5 s
Lottemperatur 240 *+ 5 °C

| K

Die Stidrke der Platte I < £
ist ohne Einflus AE
Einbau 4:
Tauchzeit max. 10 s o min.1,5
Léttemperatur 240 * 5 °C & ni

~

£ —

minj‘l

—ry
L.
— |-
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Tauchlitbedingungen fiir Halbleiterdioden mit beidendig herausge{iihrten
AnschluBdriahten:

(BA 100, BA 102, O0A 47, 0A 70, 0A 72, OA 73, 0A 79, OA 81, 0A 85, 0A 86,
DA 90, 0A 91, 0A 95, 0A 200, DA 202)

Einbau 1: )
min.15 m'n.LS
bt |
Nicht zuliissig ? il R ~
fiir Tanchlotung . \ — -
Einbau 2:
Tauchzeilt max, 5 8
Léttemperatur 240 = 5 °C wn, =
: c
Die Stiirke der Platte £ =
ist ohne Einflub g4 L"*—-'—+——J By t—-

Einbau 3:

©
& ”éb
Tauchzeit max. 10 = & - dp
Lottemperatur 240 + 5 °C 1\ £ A c
PN 3 =] | Ti ¢
1 | *E ¥ ! + (S

Tauchlothedingungen fiir Leistungstransistoren:

(0C 22, 0C 23, 0C 24, 0C 26, OC 28, 0C 29, 0C 30, 0C 35, 0C 36)

Tauchzeit max. 10 s (—““___“1
|

Lottemperatur 240 £ 5 °C wy [ L]
o~ I L t i | )
c '
EX
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 11.60
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&ugbéasf’c 3\ugb=90°c
Up = max. 60 60V Fagh = max. 90 °C
_uD.M = max. 60 60 \' Shgb = min. -55 °C
Ip = max. 90 18 mA 1) 3% = max. 90 °c
ip y = max. 100 100 mA M, = min. -55 °C
igiop = Max. 200 200 mA
KEennwerte:
:Tugb = 25°C :ﬁugb = 80°C
vy (Ip = 0,1 ma) = 0,55 (5 0,75) V 0,5 A
Up (Ip= 1 md) = 0,65 (0,5...1) V 0,6 (0,4...0,9) V
Up (Ip = 30 ma) = 0,90 (5 1,5)V 0,85 (< 1,5) v
S‘ugb = 60°C 3‘ugh = 715°C
-Ip (-Up = 10 V) & 5 pA 10 pA
-Ip (-Up = 80 V) & 10 pA 20 pA

Download v. www.rainers-elektronikpage.de; gescannt von Hr.R.Fredel 1

BA 100

SILIZIUM - FLACHENDIODE

Allzweckdiode in Miniaturausfiihrung

Abmessungen in mm:

Weiller Ring: Katodenseite

max.2 nicht verzinnt
¥

v
p 8
oA - L
3 B! ==
g B |
max.76 |
Lo mE
il - e = -
Wirmewiderstand: K & 0,4 grd/mW

Absolute Grenzwerte:

1) tay = max. 20 ms; Temperaturabhingigkeit sowie Grenzwerte fiir Gleichrichter-
und Impulsbetrieb siehe Reduktionskurven.

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12-28
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BA 100

11 Ip max=maximaler arithmetischer Mittelwert
T des Durchlafstromes in Gleichrichter-
15014 schaltungen bei sinusférmigem Ein-
1] gangssignal mit kapazitiver Last
I mex (1 sowie bei Impulsbetrieb,
[ | | Leitzeit der Diode (U, > 0)
1] Vr = 0
(mA) RE T Periodendauer
l,, = max.20ms
]00 & 'I)ugb:
: 25°C
o]
Lo
- 50°C
=
50 1A
L 75°C
]
- - - +==90°C
"
00 0,2 04 06 08 V; 10
12.60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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BA 102

SILIZIUM - FLACHENDIODE

besonders geeignet als veridnderbare

Kapazitidt (Varicap) fiir automatische

Nachstimmung in Fernsehgeriten fir
Band I und IIT

Abmessungen in mm:

WeiBer Ring: Katodenseite

max.2 nicht verzinnt

¢ e
il i

—

max25 g
e

Wirmewiderstand: K S 0,4 grd/mW

Absoclute Grenzwerte:

-1y (ﬁvugb £ 90°C) = max, 100 pA 3'ugb = max. 90 °C, min. -55 °C
s = max. 90 °C, min. -55 °C
Kennwerte:
Sperrstrom bei -Up = 20V, 5hgb = 80°C: -Ip h¢ 5 uA
Diodenkapazitdt bei -Up = 4 V: Cp = 20...45 pF
C ~Un=10V
Kapazitdtsverhiltnis: p {-Uy ) < 0,7
Cp (-Up=4V)
Serienwiderstand bei -Up = 4 V: Rg < 3
Giite bei -Up = 4V, f = 50 MHz: Q = 65
Ersatzschaltbild: I
L I
o Rs
L ~# 6 nH; L 18t die Zuleitungsinduktivitit
bei einem Abstand der Anschliisse
von 10 mm
VORLAUFIGE  VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.60
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! ]
e
Cp (Up) ﬁ 1 e
CD("'UD =4V) | e i
| T

i
I
| :
. .
x | | ] ; . | . i
SRR R
0} -
1 2 5 10 20 50 -Up (V) 100
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- BA109

SILIZIUM — FLACHENDIODE

besonders geeignet als veridnderbare

Eapazitit (Varicap) flir automatiache

Nachstimmung in Fernsehgeriten fiir
Band IV/V

Abmessungen in mm:
Die Katodenseite iat
rot gekennzeichnet

max.2 nicht verzihnt

fal
-

max25¢
3
y -

max.76
6425

Wirmewiderstand: K & 0,4 grd/mW

Absolute Grenzwerte:

—UD = max., 20 V ‘shgb = max., 80 °C, min, -55 °C
-upy = max. 20 V 1y 3y = max. 90 °C, min, -55 °C

i max. 90 °C

Statische Kennwerte:
= - 00y £
-1y (<Up = 20 V, dy,p = 80 °C) 2 5 A

Dynamische Kennwerte:

Diodenkapazitiit bei —Up = 4 V Cp = 30 (20...45) pF 2)
Cp (-Up = 10V

Kapazititsverhiltnis -2 (-Up ) g 0,70
cp (-Up = 4 V)

Produkt aus Kapazitdt . <

und Serienwiderstand Cp Bg = 30

1) dieser Wert darf iiberachritten werden, solange -I, s 100 pA 1ist.

2) BA 109/I enthdlt 20...24 pF (weiB) und 24...30 pF (gelb)
BA 109/11 enthdlt 30...37 pF (blau) und 37...45 pF (grin)

TETTRUTIET '
el VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 10.6]
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BA 109

Vereinfachtes Ersatzsechaltbild:

Cp = Diodenkapazitidt; Rg = Serienwiderstand; L = Zuleitungsinduktivitit

Die Zuleitungsinduktivitdit betr#gt ca. 6 nH bei einem Abstand zwischen den

MeBpunkten von 10 mm,

10

Co (-Up) =
Cp Uy = 4V)

5

Ty -
05 .
-
02
-
-
_{
Q1‘71 L i i Ll ilglily) Ll 1l 1 i L Ll i1l 'h
1 2 4 10 20 -Uy (V) 100
10.61 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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BY 100

SILIZIUM - GLEICHRICHTERZELLE

zur Verwendung in Fernsehempflngern

Abmessungen in mm:
Katode an MetallgehBuse

-
o, -
e e
3 7 g
E 4
M4 max2é —»
a— 87 -
Absolute Grenzwerte:
-up y = max. 800 V 1) ’sugb = max. 70 °C
Ip = max. 450 mA 2) 33 = max. 150 °C
ip u = max. 5 A 3) 3; = min. =55 9°C
Eennwerte: (grugb = 25 °C)
Up (Ip =5 4) S 1,5 V
-Ip (<Up = 1250 V) S 10 pA
Betriebswerte:
in_Einwegschaltung (E) als_Spannungsverdoppler (V), 2 Zellen
U; off = 220 240 V U; off = 127V I, = 400 mA
H = 200 200 p¥F Cyq = 200 uF o, = 315 V
I, = 400 400 mA ): 9 = 3 Q
t) = 280 300 V

@

1) nicht periodische Stérimpulse (max. Dauer 10 ms) max. 1250 V

?) max. 550 mA bei W,

3) Die Gleichrichterzelle BY 100 ist flir die in Gleichrichterachaltungen mit
C = 200 uF und By = 5 Q auftretenden Spitzenstrime und Stromstéfe betriebs-
gicher dimensioniert; als Stérspannungsschutz werden 0,1 uF empfohlen,

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12567]

b= 50°C; Integrationszeit tay = max. 50 ma
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BY 100

HIyrryrro 1 T T T T [T T T rro T T T [ R LA LR RN L | T T v 1 1
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750
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250

I

1

|
i

1 1 1 ! 1 | I

100,
%?
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10k
0

flff]lT{lll JI!I? I[l II]]TTl T T 1 7 1IIITII T T LI L
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05
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BY 100

||]|l]|||]1|||||||llllllll
do
C T+
Uier =127V
¢ % ¢zc=200p0F
U,' Rf = 39
u, lo,mFT
V3 S
300
200
100
0 200 400 /1, (mA) 600
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OA70

GERMANIUM - PUNKTKONTAKT - DIODE

HF-Diode fiir niederohmige Gleich-

richterschaltungen, apeziell fiir

Video-Demodulatorstufen in Fern-
sehempfingern

Abmessungen in mm:

Weiller Ring: Katodenseite

max.2 nicht verzinnt

J Y,
‘.
[N r :l ﬁ Lr!
—F S .’.FI
max.12,7
P 100125
Absolute Grenzwerte: é} :% o ]
o n
ugh>25°C agh=50°C

-Up = max. 15 15 v by ﬁhgb = max. 75 °C

_uD M = max., 22’5 22’5 v b‘ugb = min. =55 OC

Ip (-Up = 0 V) = max. 50 21 ma 1 d, = max. 75 °C

1 s 0

Ip (-up y max) = max. 15 6 mA ) 3% = min. =55 °C

iD M = max. 150 150 mA

istoﬂ = max. 400 400 mA 3
Kennwerte: (4}ugb = 25 °C)

up (Ip = 0,1 ma) = 0,15 (0,1...0,25) V

Uy (Ip= 10 ma) = 1,05 (0,55...2,0) V

Up (Ip = 30 ma) = 1,7 (0,8....3,2) V

-Ip (-Up = 1,5 V) = 5 (1,0..... 30) A

-Ip (-Up = 10-V) = 30 (5,5....180) A

-Ip (-Up = 15 V) = 65 (10,5...350) LA

-1p (-Up =22,5 V) = 145 (23..... 800) LA
1 -

) tay = max. 50 .ms

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12-42;1l
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OA70

Mefschaltung:

= 30 MH=z

—9 .- '* r' C = 20 pF

? ? Ry = 3,9 k{

C = 10 F

Ujr == = U, []m_ L P

; P
. - - ' rg - 3 ko 2)

Auf den anschliellenden Kennlinienseiten werden fiir die obige MeBschaltung
(mit € 2 20 pF, C; = 10 pF) der Gleichrichter-Wirkungsgrad n und der Dimp-
fungswiderstand rg in Abhiéngigkeit vom Scheitelwert der HF-Eingangsspan-
nung fiir mehrere Frequenzen mit dem Lastwiderstand R; als Parameter ange-
geben. Der Innenwiderstand des HF-Generators mufl fiir die Oberwellen der
MeBfrequenz vernachlidssigbar klein sein.

1 5 .
) m o= Uy/ugp y )ty = ugp w/igF M

16?2.60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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OA 70
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OA70
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OA 70

SN
o] o

[Dmax -
(m:g Reduktionskurve bei Verwendung als Gleichrichter
- mit sinusformiger Wechselspannung, 94, £ 25 °C.
Bei ﬁugb>25‘:;: weitere Reduktion nach
IDrnax ("}ugb)= W(;b 'IDmax (‘}0)" %= 25°C
40 N
N
N,
~
20 o
00 5 10 15 20 -up, (V) 25
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.60
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OA 72
2-OA 72

GERMANIUM - PUNKTKONTAKT - DICDE

Einzeldiode 0A 72 fiir hochohmige
Gleichrichterschaltungen

Diodenpaar 2-0A 72 speziell fiir

Ratiodetektor- und Diskriminator-
Schaltungen

Abmessungen in mm:

Weifler Ring: Katodenseite

max.2 nicht verzinnt
* ¥

»| [o—| -
o l‘ [ o ﬂ'l.f)_
==1!:\ “—'__‘t:fc;‘fr%
£
max.12,7
‘ 100125
Absolute Grenzwerte: 4} 4% o
0 _R
ughs25°C 1 zb=60°C
-Up = max. 30 30 V 1) 'Sugb = max. 60 °C
—up = max. 45 45 Vv 3ugb = min. -55 °C
I, (-Up = 0 V) = max. 35 15 ma 1) &, = max. 75 °C
1 = mi _ ] ;
Ty (-Up y max) = maxe 10 4 mal) & = min. -55 °C i
ip = max. 100 100 mA
1itoB = max. 200 200 mA
Statische Kennwerte: (f}ugb=25°c) MeBschaltung: (-Shgb=25°C)
= = —-
Up (Ip= 10ma) = 1,4V T e
¢
“Ip (-Up = 1,5 V) = 0,8 uA .
-1 (-Up = 10 V) = 4,5 LA .
-Ip (-Up = 30 V) = 50 .4 f - 10,7 MAz  Ugg opp = 3,0V
-Ip (-Up = 45 V) = 130 A R, = 33 ke 1 = 0,85 2)
_ 3
Cy, = 330 pF rg = 17 ko 7)
1) t,, = max. 50 ms 2) = U_/u 3) re = /i
ay — max. m n = UYe/UgF M ¢ = UYHF M/'HF M
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12?;
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OA 72

2-OA 72

EEEEES EEET AR g
" I
Iyg5= 25°C T HimA)
| i T
: ;201 ,
- A BRRRR R 1+
| f-d : :
ot ,
~Un(V)i E o i G
407730 20 1ol
50 :
: 10
11
-] [
D150
(AT
i pgohs £
ﬁDnmx
(mA) Reduktionskurve bei Verwendung als Gleichrichter
mit sinusformiger Wechselspannung, 9,4 225 °C.
Bei 9y4 > 25‘:;3 weitere Reduktion nach
IDmax (",ugb)z 5:;?;'_;5 Ap max (‘}0)5 17‘0: 25°C
40
30
N
Ty
20 -y
10 ~
0 10 20 30 40 50
~Upy (V)
12.60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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OA 79
2-OA79

GERMANIUM - PUNKTKONTAKT - DIODE

Einzeldiode 0A 79 fir hochohmige
Gleichrichterschaltungen,
Diodenpaar 2-0A 79 speziell fiir
Ratiodetektor- und Diskriminator-
Schaltungen

Abmessungen in mm:

WeiBer Ring: Katodenseite

max.2 nicht verzjnnt
[N

[ 3 >3

- ;L,_..£ -

" - A AR
max.12,7

10025

Absolute Grenzwerte: . :) . i
o =
Pugb$25°C agh=50°C

-Up = max. 30 30 v 1) bhgb = max. 60 °C

-up oy = max. 45 45 v jhgb = min. =55 °C

Iy (-Up = 0 V) = max. 35 15 mal) = max. 75 °C |
Ip (-up y pay) = max. 10 4 mal) Ay = min. =55 °C

iD M = max, 100 100 mA

lytoB = max. 200 200 mA

Statische Kennwerte:

Q}Ugb = 25°C é} = 60°C

ughb
Up (Ip = 0,1 ma) = 0,23 (0,15...0,3) V 0,16 (0,1...0,25) V :
Up (I = 10 mA) = 1,5 {0,8....2,2) V 1,4 (0,7....2,1) V ?
Up (Ip = 30 mA) = 2.8 (1,4....4,0) V 2.6 (1,2,...3,8) V !
~Ip (-Up = 0,1 V} = 0,35 (£ 1,0) LA 4,5 (£ 12) uA
-Ip (-Up = 1,5 V) = 0,8 (0,1...2,8) pA 6,0 (0,8...25) pA
~Ip (-Up = 10 V) = 4,5 {(0,4....18) LA 16 (2,5...60) pA
-1 (-Up = 30 V) = 35 (1,5...150) pA 60 (8....300) pA
-TIp {-Up = 45 V) = 90 (4,0...350) pA 170 (15...500) uA
1) tav = max, 950 ms
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.61
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OA 79
2-OA 79

Betriebswerte: (’sugb = 25 %C)

. [k

£ =10,7 MHz Ugp opp = 3 V f = 500 kHz Ugp opp = 0,1V
B, = 33ke 7 -0,85 1) Ry_ = 50 ke U, = 55 mV .
Cp = 330 pF  1g = 15 kg 2) R, = 8,3ko U, = 4,5 mV 4)

Cy, = 1000 pF rg = 40 kQ 7)

2 . 3 .
1) n = UO/uHF M ) 13,5-..19 kQ‘, I'S = uHF M/IHF u ) IHF 30 % moduliert

IHF unmoduliert

100 T

TTTTT I T TTT1] T =
% Mittelwert : =
g } ‘—‘-—--—— Streuwer_‘ts.? ! ]
bt V,g5725°C ‘ Iaugb=so°c' ]
(mA)[ ‘ T
T E
L ) ’ // J ne i ‘ A i ] /1 // J
AT A Vil A
s VAV ] y / ]
10} iy / [y ]
i Fi M f ’I g
C T ’1 ;Ifl' I 3
[ i ‘l _
i ‘ ( ! " L E
L ’l ' l '[ i
] | ! L ’
| 1 'l ' /
il ( f ]
C |
] ':/ /|| .
1E [
g o 5
j! n H J, ’ !‘} ! E
g n i !’ P ‘ ]:
' i t
f | 11 i
il’ gh ! 'i“
g il e
[ ¥ Il AiEk
0‘1 1 1 W !
0 2y 40 TR S
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OA 79

2-OA 79
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OA 79

2-OA 79

1
"&Ugb -'-25’(: jis
——— Dy =60°C D
ugh 4-(mA) ;
i
i
“ fi
2
~Up(V) 1
10 08 06 04 1027 »
0 051ttt 110
I Hi - Up(V)ES
- e [_J]b I‘|5
! (pA); \ E

60
Iy max 1 Reduktionskurve bei Verwendung als Gleichrichter | | N
(mA) mit sinusformiger Wechselspannung,ﬁungZS °C.
Bei 9,05 >25°C weitere Reduktion nach
ID max (0u9b)= F‘; '[Dmax({}o)i 1}0= 25°C
40
\\ .
20 | -
"--.-__- o
0 r |
0 10 20 30 40 50
~Uppm (V)
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OA 81

GERMANIUM - PUNKTKONTAKT -~ DIODE

Allzweckdiode
fiir hohe Sperrspannungen

Abmessungen in mm:

WeiBer Ring: Katodenseite

max.2 nicht verzinnt
L ¥
i o
—3t3

max.12,7
100¢25

7

[

Absclute Grenzwerte:

‘&ugb§250c ‘&ugbr-TSOC

-Up - max. 90 5 v 1) Fygy = max. 75 °C
—ap y = max. 115 100 v Nygp = min. -85 °C
Ip (-Up = 0 V) = max. 50 17 mA 1) 9, = max. 75 °C
Ip (-uD M max) = max. 15 5 mA ) S% = min. -55 °C
istoB = max. 500 500 A
Kennwerte:
[4)
{}ugb = 25°% :}ugb = 60°C
Up (Ip=0,1ma) = 0,2(0,1...0,25)V 0,13 (0,05...0,2) V
Uy, (Ip= 10mA) = 1,4 (0,65...1,9) V 1,3 (0,55...1,8) V
Uy (Ip= 30 mA) = 2,45 (1,0....3,3) Vv 2,3 (0,9...3,15) v
-Ip (-Up =1,5V) = 1,5 (0,3.....7) pA 15 (6..... 45) pA
-Ip (-Up = 10 V) = 4 (0,5....11) pA 20 (9.....60) pA
-1 (-Up = 75 V) = 40 (5,5...180) pA 115 (35...260) pA
~Ip (-Up = 100 V) = 75 {10....275) upA 190 (60...450) uA
1
) tyy = max. 50 ms
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12,61
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— . . . It R -
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GERMANIUM - PUNKTEKONTAKT - DIODE

Allzweckdiode

fiir hohe Sperrspannungen

Abmessungen in mm:

WeiBer Ring: Katodenseite

max.2 nicht verzinnt

—

+
po—ol

1

_:i::

-.||.|._
i

. max.12,7 .

100£25

$

Absolute Grenzwerte:

-Up, = max. 20 75

-uy u = max. 115 100

Iy (-Up =0 V) = max. 50 17

Ip (—uD M max) = max. 15 5

iD M = max. 150 150

igtoB = max. 500 500
Eennwerte: :} o
ugbh = 25°C

up (1p = 10 ma)
Up (Ip = 30 mA)

[

]

1,2 (0,4...4,5)
2.5 (0,8.....7)
35 (5,7...110)
75 (10....250)

-1y (<Up = 1,5 V)
-Ip (-Up 10 V)
-1y (-Up = 75 V)
-Ip (-Up = 100 v)

il

1) t,, = max. 50 ms

0,195 (0,1...0,25) V
1,15 (0,65...1,5) V
2,05 (1,0....2,6) V

LA

P gh$25°0 VPagh=T5°C

Bl

ST
E
S'ugb = max.
Sugb = min.
39 = mMaX.
:}E = min.

f}ugb = 60°C

5
-55
75

0,13 (0,05...0,2) V
1,05 (0,55...1,4) V
1,95 (0,9....2,5) V

12 (5,5...26)

100 (20...250)
190 (30...430)

uA
pA
pA
uA

oc
°c
oc
o¢

OA 85

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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OA 85

HHHE iEs 8 g
T ——— 9,=25%C 0 +
—_— 1,Ugb= 60°C T I H
] ‘ ' (mA) : pean/y au
-+ ; 5H
- - X 'v T
- Up(V)H ] i ]
10T .8 - 7061 C04 ] 10,2 ]
0 105 -1 1110
. ] HUp (V)
] 2
g 57
"] ] - -ID BN
] B T H(uA) o
[ o T.i
s 10+
14 ,
80
LDmax
(mA) , I H -
Reduktionskurve bei Verwendung
60 als Gleichrichter mit sinusformiger | H
Wechselspannung. H u
40 N
e ‘\
a e _ B —— ougbzésoc
20 - = 1 = == o
. 50 ’C~ -
. i i IL . ————
— t 111 Pl
- 175°C T
O 20 40 80 80 100 20
~upp(V)
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OA 90

GERMANIUM - PUNKTEONTAEKT - DIODE
in Miniaturausfithrung,

HF-Diode fiir niederohmige Gleichrichterschal-
tungen, speziell fiir Video-Demodulatorstufen
in Fernsehempfiingern

Abmessungen in mm:

Weiler Ring: KEatodenseite

max.2 nicht verzinnt

v )
by
-~ "G ' " i
o 4
g gh ! ‘r——(1|
E\
max.76
- 6425 -
il ot
Absolute Grenzwerte:
-Up = max. 20V 1) Shgb = max. 175 :C
-up = max. 30V 2) Bhgh = min., =55 "C
Iy (<Up = 0 V) = max. 10 mA 1y3) N, = max. 75°C
1,3 i _ o
Ip (-8p y max) = max. 8 mA )°) S% = min. -55 °C
ip M = max. 45 mA
igtol = max. 200 mA
1 =
) t,y = max. 50 ms

2) in Video-Demodulatorstufen max. 40V
3) bei 25 °C max. 30 bzw. 24 mA, siehe auch Reduktionskurve

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12-%?
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OA 90

Statische Kennwerte: :} :i
— o
ugb = 25 OC ugb = 60 C
U, (Ip=0,1ma) = 0,18 (0,1...0,25) V 0,12 (£ 0,2) \
Up (Ip= 10 mA) = 1,0 (0,5....1,5) V 0,95 (0,4...1,4) V
Uy (Ip = 30 mA) = 2,0 (1,1....3,2) V 1,95 (1,0...3,1) v
-Ip (-Up = 1,5 V) = 2,4 (£ 10) pA 11 (< 40) pA
-1y (-Up = 10 V) = 20 (£ 185) pA 45 (£ 270) pA
-Ip (<Up = 20V) = 90 (£ 450) pA 140 (< 650) pA
-Ip (-Up = 30 V) = 300 (£ 1100) pa 400 (£ 1500) pA
MeBschal tung: (i}ugb = 25 °C)
1 = 30 40 40 40 MHz
T P T ugp g = B 5 t,4 0,5V
iyr Ry, = 3,9 3 3 3 k@
Uye _.E U, R, Cr, = 10 10 10 10 pF
L l 1 - >0,6 0,63 0,5¢ 0,34 1)
| rg =>2,9 2,4 2,8 3,7ka 2)

Der Innenwiderstand des Generators muB fiir das Signal und dessen Oberwellen
so klein sein, daB das MeBergebnis dadurch nicht beeinflult wird.

1) n = U,/ugy u 2) rg = Ugy W igF M
}322-60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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OA 90

T T T T T 7710 y
EENESEEEEEEN! A
1 ‘I} = o 4
- ugb 225°C {mA) A
[ ——— Jygp=60°C | 4y
] 7
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L rd
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=710 05 1 Up(V)
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40
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OA 91

GERMANIUM - PUNKTKONTAKT - DIODE

Allzweckdiode in Miniaturausfiihrung,
fiir hohe Sperrspannungen

Abmessangen in mm:

Weiller Ring: Katodenseite

max.2 _ nicht verzinnt

A
23 . - »

e, - o 1
So, 1 ™~
T |
EY_ J‘r*. — B | ‘ i

! max.76 ; :

! e _ .- 2

| 64125

s R U S [ =

Wirmewiderstiand: K S 0,4 grd/mW

Absolute Grenzwerte:

U = max. 90 v 1) «Q)\ugh = max. 75 °C
—upy M = max. 315 100 V 3Mb = min. -55 °C
1y (<Up = 0 V) = max. 50 17 mal) B, = max. 75 °C
1y (-up y may) = max. 15 5 ma ‘) N, = min. -55 °C
iD M = max. 150 150 mA
istoB = max. 500 500 mA
Kennwerte: ’3
4]
'S‘ugb = 25°% ugh = 607C
Uy (1p = 0,1 ma) = 0,18 (0,1...0,25) V 0,11 (0,05...0,21) V
Up (Ip = 10 mA) = 1,2 (0,65...1,9) V 1,05 (0,55....1,8) V
Up (Ip = 30 ma) = 2.1 (1,0....3,3) V 1,92 (0,9....3,15) V
~Tp (-Up = 1,5 V) = 2,5 (0,3..... 7) pA 15 (6..... 45) pA
-Ip (-Up = 10 V) = 4 (0,5....11) pA 20 (9..... 60) WA
-Ip (-Up = 75V} = 40 (5,5...180) pA 115 (35...260) pA
-Tp (~Up = 100 V) = 75 (10....275) pA 190 {60...450) pA
1
) t,y = max. 50 ms
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.60
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OA 91
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OA 95

GERMANIUM - PUNKTKONTAKT - DIODE

Allzweckdiode in Miniaturausfiihrung,
fiir hohe Sperrspannungen

Abmessungen in mm:

Weifler Ring: Katodenseite -

max.2 nicht verzinnt

v
h H
b > T |
g}ﬁiY it i e
xrqf - -——ﬁF::IjD
Zye
.. MAX.] 76 ol
e o 64t25
Wirmewiderstand: K £ 0,4 grd/mw
Absolute Grenzwerte: {} £>
0 [0
ugh$25°C Wy ,,=75°C
-Up = max. 90 75 A\ 1) ’Sugb = max. 15 °C
-up y = max, 115 100 v Q}ugb = min. -55 °C
Ip (-Up = 0 V) = max. 50 17 ma 1) Q%S = max. 75 °C
Ip (—uD M max) = max, 15 5 mA 1) :38 = min, -55 °C
iD M = max. 1580 150 mA
lgtoB = max. 500 500 mA
Kennwerte: é%
] L]
'3ugb = 25°C ugh = 60°C
Up (Ip=10,1 ma) = 0,18 (0,1...0,25) V 0,1 {(0,05...0,2) V
Up (Ip = 10 mA) = 1,05 (0,65...1,5) V 0,95 (0,55...1,4) Vv
Up (Ip = 30mA) = 1,85 (1,0....2,6)V 1,75 (0,9....2,5) V
-Ip (-Up = 1,5 V) = 1,2 (0,4...4,5) pA 12 (5,5...26) uA
-Ip (-Up = 10 V) = 2,5 (0,8..... 7) pA 17 (8.....40) pA
~Ip (-Up = 75 V) = 35 (5,7...110) pa 100 (20...250) paA
-Tp (-Uy = 100 V) = 80 (10....250) pA 200 (30...430) pA
1
) tay = max. 50 ms
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.38
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OA 200

SILIZIUM - FLACHENDIODE

Allzweckdiode zur Verwendung bei
hohen Umgebungstemperaturen

Abmessungen in mm:

Weiler Ring: Katodenseite

max.2 nicht verzinnt

’

'EE;;:::jt::::: E::jt::Ij

]

max25¢

max.76
64125

Wirmewiderstand: K S 0,4 grd/mW

Absolute Grenzwerte:

ﬂ\ugb = 25°C f)'ugb = 125°C
-Up = max. 50 50 v 5ugb = max, 125 °%C
—up y = max. 50 50 v Mygp = min. -55 °C
Ip = max. 160 48 mal) A, = max. 125 °C
ip y = max. 250 125 ma 1) % = min. -55 °C
Statische Kennwerte:
Sugb = 25° 3ugb = 125°C
Up (Ip = 0,1 mA) = 0,52 (£ 0,62) 0,30 v
Up (Ip = 10 ma) = 0,80 (% 0,96) 0,65 v
up (Ip = 30 mA) = 0,90 (£ 1,15) 0,80 v
-1y (-Up = 50 V) = 0,02 (£ 0,1) 1 (£ 10) pA

1) tyy = max. 50 ms; Temperaturabhéiingigkeit sowie Grenzwerte fir Gleich-
richter~ und Impulsbetrieb siehe Reduktionskurven,

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12-33
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OA 200

Dynamische Kennwerte: | S‘ugb =

Kapazitiit Cq = 10 (£25) pF bei -Up = 0,75 V, f = 500 kHz

Beim Umschalten von Ip = 5 mA auf ~Up =5 V ist
—iD = 1,2 mA nach 3,5 ps  bzw. 35 uA nach 10 .s,

beim Umschalten von ID = 30 mA auf —UD = 3% V ist
-ip = 4 mA nach 3,5 us  bzw. 230 kA nach 10 .s,

gemessen in nachstehender Schaltung.

Impuls - Generator Oszillograf

Rechteckimpulse @
50kHz, ¥r=0,5 E Eingangskapazitit
Anstiegszeit g 40pF
50, ps a Anstiegszeit
Innenwiderstand < 0025 us
5002
Ip mox=maximaler arithmetischer Mittelwert ' Dugn =
des DurchlaBistromes in Gleichrichter- ==125°C
schaltungen bei sinusformigem Ein = -
gangssignal mit kapazitiver Last i - N
sowie bei Impulsbetrieb, =
Ve - Leitzeit der Diode (Up > 0)
r= Periodendauer
ty = max.50ms 75°C
100 & ——— —
!Dmax Lo T
(mA) d
/"
50 A
; 126°C
,f
/’
0
0 02 04 06 08 Vr 10
;%60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN

i
i
i
i
s
i

I Page 84/446



09 (M- on 0z 0 o0z 0" _0st o 08

OA 200

= RaRSS m BES SnsnaERaanEREE
| int.l_l | _ f
# I N m —+ , - [
| T T | i
R , o o e L e ' 1408
! L . oz i1 A et ©
; il . I I A S A R R Cuman o S
[TA_ : g : k ; : Jﬂ\ﬁ ,.L4|..Ig, i i ./ | — | : 1
i : -t : _

Bias) Renes Sact R EseaaenY T T T T o

Download v. www.rainers-elektronikpage.de; gescannt von Hr.R.Fredel

RS " 197 NN DRSS DD NS R et
R 2082 [ EESsE I AENESSpEy unbE BESh Vyhey Byaes
| ; 4 | 1 | I 1 ! J I ey . i
L f | | ] C | [ — } , : : N\
- - . 4 - I 0 N OO B O 0 NG
W + J — _ | | ﬁ L I..In | £ ] L — | } . : o~ :
e ._| B : _ ] : } * ! ' H T .. T j ] o
SRUESEERGe san A rEESSSuE S b i RoawmSRabESEEie Seakl SEat < a1
— —== = — ——— 09 - - - : : : —!
T e e e T e e e N
R i T e , —(vw) NS D L I ﬁ T B E—
W L m o f” q i ! I _ _ | j _ _ 7 j V xow G - _ - | ,, : ‘ l‘_ﬁ,qc._w
i BEE SESEERNERSSEEEEEEEE ST I i t= b e e g
i ] [ ! i - ; ; , ; __ : H - A — , : ; R 1
A— P ﬂ : i .a L 5 . ; a i L, ” ; L4 e TR o B sl By o N 4\I
1+ I 1 T [ ] ) i L L. I ! 1 e
P et QeGeERe T g IS SN I EDURGENES S Sl ooz
R N R R LA B U A R LU .Z\WLiT!L|T+J‘!iW b +¢;1oIiL¢\TL|I¢.!T;ilﬂl\JHH
SWQG XeW=47 ‘JSBISPUBISIAPIM R — - : “ R ]

T
pun jeubissbuebully wabiuwio} _ ] 4 f | fk | - w ” - aE W _ ull.
-snuis W uabunyeysstalydiiyaIsy ERENN ]
[
|
|

Ly

Ul SBWOJISYRIYING SBP 1AM JE Eo:mcu_&o Lw_mE__meuEE qﬁ H‘.‘.‘MWWWHIH‘W
-JPNIW JaYdSHAWY IR JaBWIXBW = H e e e e

xDw g,

Ul

12.60
93

Page 85/446

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN




Download v. www.rainers-elektronikpage.de; gescannt von Hr.R.Fredel

OA 200
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SILIZIUM - FLACHENDIODE

Allzweckdiode zur Verwendung bei
hohen Umgebungstemperaturen

Abmessungen in mm:

WeiBer Ring: Katodenseite

max.2 nicht verzinnt
I

: L
A%
I.D_,.& W iy !
E ot o I \
max.76
64125

A

Wirmewiderstand: K 2 0,4 grd/mW

Absolute Grenzwerte:

Jygp = 25°C ) b = 125°

ug ug
—UD = max. 150 150 v Shgb =
-up = maX. 150 150 v ﬁhgb =
Ip - max. 160 a8 mA 1) y, =
ip y = max. 250 125  ma 1) A =
Statische Kennwerte:
0o (1]
Shgb = 25°C Shgb = 1259
Up (Ip = 0,1 mA) = 0,52 (£ 0,62) 0,30
Up (Ip = 10 mA) = 0,80 (£ 0,96) 0,65
Up (Ip = 30 mA) = 0,90 (£ 1,15) 0,80
~Ip (-Up =150 V) = 0,00 (S 0,1) 0,5 (5 10)
1 t = max. 50 ms; Temperaturabhingigkeit sowie Grenzwerte
av !

richter- und Impulsbetrieb siehe Reduktionskurven.

OA 202

max. 125 °C
min. -55 °C
max. 125 °C

min. ~-55 °¢C

-l

LA

fiir Gleich-

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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OA 202

Dynamische Kennwerte: (‘Shgb = 25°C)
Kapazitit Cq = 10 (2 25) pF bei -Up = 0,75V, f = 500 kHz

Beim Umschalten von ID = 5 mA auf —UD = 5V ist
~ip = 1,2 mA nach 3,5 us bzw. 35 pA nach 10 ps,

beim Umschalten von ID = 30 mA auf _UD = 35 V ist
-ip = 4 mA nach 3,5 ps bzw. 230 pA nach 10 ps,

gemessen in nachstehender Schaltung.

Impuls - Generator >t ’ + Oszillograf
Rechteckimpulse .
50kHz, Vr=0,% 3 ol Eingangskapazitht
Anstiegszeit 2 ~ 40pF
FLASTH 2 .
r] Anstiegszeit
Innenwiderstand < 0,025 ps
5008 l
Ip moxzMaximaler arithmetischer Mittelwert Bugb =
des Durchlafstromes in Gleichrichter- = 25°C
schaltungen bei sinusférmigem Ein- =
gangssignal mit kapazitiver Last - &
sowie bei Impulsbetrieb, =1
v, Leitzeit der Diode (Up >0)
r= Periodendauer
loy = max.50ms 75°C
100 - -
Qjmax B -
(mA) -
vd
50 y 125°C
/’
v .
0
0 0,2 0,4 06 08 W 10
;%-60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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OA 202

1000 i
- — Mittelwerte .
ID - = === Streuwert ]
(mA)[ ) ]
100k A g
= Q =
: & H
B '5‘;8 ioc’ B
i £ )
- / ;
[ I 4 ]
10E i
- ' -3
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- ! ]
- } 1
i f i
5 / :
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1L i
5 i fHr =
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AC 107

GERMANIUM - p-n-p - NF-TRANSISTOR

fiir rauscharme Eingangsstufen von rdéhren-
bestiickten Tonbandgeridten

Abmessungen in mm:

Gehduse: Allglas
Roter Punkt: Kollektorseite

.\ ™

o ‘.‘ ~r

E o~ (=
— =

B P C ¢

’ g? L

max. 1,5 nicht verzinnt

Wirmewiderstand: K & 0,6 grd/mW

Abh‘ﬂlute GI‘eﬂZWEI'tE' | AR T T TT VI (rITT L T T TI T T[T LA T

“Uek mex
-Upg = max. 15V T&mem
-Ueg = max. 15V 1)
~ugg y = max. 15V 1) BIETSRI
~Ugg = max. 5V ~
—IC = max. 5 mA \\
-ip y = max, 10 mA 10 ‘\\k\
33 = max. 715 °C ~3
Sg = max., 715 °C g

: 0
3% = min, -55 °C 5
1) vgl. nebenstehende
Grenzkurve o e e e e e e T
‘ 10 00 Ry .2, (k9) 1000

VORLAUFIGE  yAiVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 2,80
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AC 107

Statische Kennwerte: ('Shgb = 25 °C)

Kollektor-Reststrom bei -Ugg = 5 V: ~Icp o = 2,0 (£ 3,0) bA
Basisstrom und Basisspannung -Ig = 3,5...25 A
- - - . <

bei _UCB =6V, IE = 1 mA: *UBE L 200 mV
Basisstrowm und Basisspannung -Ip = 2...10 nA

bei -Uop = 6 V, Ip = 0,3 mA: -Ugg = 100...160 mV

Dynamische Kennwerte: (A}ugb = 25 °¢)

KurzschluB-Stromverstidrkung

bei ~Uop = 5V, Ig = 0,3 mA, f = 1 kHaz: B = 60 (35...160)
Basisbahnwiderstand

bei ~Uop = 6 V, Ip = 1 mA: repe S 250 Q
Kollektorkapazitit

bei “Ugg =6V, Iy = 1 mA: Chie 2 14 -PF
Ausgangsleitwert

bei Uog =6V, Ip= 1 mA, f =1 kiz: g0 o S 50 LS
Grenzfrequenz

bei Upp = 6 V, Iz = I mA: f, 2 2 MHz
Rauschzahl

bei Upp = 4V, -I; = 0,3 ma,

Rg = 1500 Q

Frequenzbereich 30 Hz...15 kHz: F = 3 (5 »5) dB
Tgf] VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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-IB = 90 pA
X T T
Y L (ma) 00
H 70 1 3 = 45°C
\ 8
y 60
50
\
\ e 6
A &
[\
2 40
4 30
20
2
_,,-ﬂf
10
L]
0
100 -Ig (nA) S0 5 10 -Uge (V) 15
0.1
AN
_UcE”
L - ’(
0.2
TTTTTI

AC107
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AC107

T 1 1 1 4 1 T FTTTrTTqT lT,.L'.,! T T T I!E![! 1 F 71 T}.L}|{I!11IT
: - -Upe = 4Y i_ 11
F(dB) R SR S i i } [ I e f .
5 ————F - —
B i . =5kQ
Tt 1 // 1415k
10 /
—— _ ] nN ] - .
A e
] ] B 7T //:// 7 E: =
5 S o o e
_— e . i
T T UTTTTT
e
— .;_____.,_.E
1 S B 0 1 B C T
- T T T I RSN E
0 A L i 1 A 1 i 1, 4 1L 4 L 1 1 n s 1 | 1 L.l L 1 1t 1 1 L L 4\11. L
0.01 ol 1 -I. (mA) 10
-IC =0‘3mA
R, =15kQ
F{dB)
4
4
3
2
F
0
0 5 10 15 20 U (V) 25
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AF 102 |

Diffusionslegierter
GERMANIUM - p-n-p - HF-TRANSISTOR
in Metallgeh&use,

fiir Vor-, Misch- und Oszillatorstufen
bis einschlieBlich Fernseh-Band 111

Abmessungen in mm:

Die Abschirmung s 1ist
mit dem Metallgehiuse
verbunden

mh v O

Wirmewiderstand: K & 0,6 grd/mW

Absolute Grenzwerte:

~-U = max. 25 V -1, = max, 10 mA St = max. 1715 °C
Cb C J
Po (&ugb§45°c)= max. 50 mW Ig = max. 10 mA 5\5 = max. 75 °C
—IE = max, 1 mA ‘&s = min, -55 °C
. . - 0
Statische Kennwerte: (:%ugb = 25 °C)
Kollektor-Reststrom bei -Ucy = 12 V: ~Tep o 2 10 LA
Kollektor-Spannung bei -Ipg o = 50 pA: _UCB 2 25 Vv
Emitter-Spannung bei -Ipp g = 50 pA: -Ugp 2 0,3 V
Basisstrom und Basisspannung -Ig < 50 pA
bel _UCB = 12 V, "‘IC = 1 mA: *'UBE = 220-360 mV
. . - 0
Dynamische Kennwerte: (i)ugb = 25 9C)
Kurzschluf-Stromverstirkung
bei -Upp = 12 V, -Ip = 1 mA, f = 1 kHz: 2 20
Frequenz fiir|Bl= 1 bei -Upp=12V, Ig=imA: 1y = 180 MHz
Riickwirkungsimpedanz
bei -Uqg = 12 V, -Io = 1 mA, f = 2 MHz: lzi0p] = 10 @
Rauschzahl bei -Unp = 12V, -Iz =1 mA,
R, = 30 Q, f = 200 MHz: F =6 (< 7,5) dB ‘
VORLAUFIGE  yALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12:60 |
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AF 102

Kleinsignal-Kennwerte: (i%ugb = 25 °¢)

i /. )
M -l ip = ¥1qu1 * YyoUo
x - i lg = Y2191 + YaoUg
= 3
u o o~ u .
! Y =y N Y22 2 Yik = Bik * JPik
Basisschaltung, -Uop = 12V, Ip = 1 mA, f = 200 MHz
£(1, = 30 mS Zaop = 0,3 mS |¥iopl = 0,4 mS |¥o1p| = 25 mS
Emitterschaltung, —Usp = 12 V, -I. = 1 mA
f_=_35 MHz: gpo, = 10 43 f_=_450_kHz: -Cyo5, = 0,8 pF
Cooe = 2 PF
u
-0
o-12V
o+103V
Ry = 10 k@ C, = 1000 pF Cq = 1...10 pF L; = 50 nH
Ry = 30 @ Co = 180 pF Cy = 100  pF Ly = 50 nH
Cqg = 4...40 pF Cqg = 180 PF Lg = FXC-Drossel

] : . . VK 200 10/3B
R wird so gewdhlt, daB die Parallelschaltung von Schwingkreis

und Widerstand R bei Resonanz einen Lastwiderstand Ry = 2 kW ergibt. 1)

Die Leistungsverstiarkung des Transistors ist 13 dB (g 10 dB).

1) Bei diesem Wert ergibt sich zusammen mit der inneren Riickwirkung und gege-
benem Generatorwiderstand Rg eine Anpassung des Eingangs und Ausgangs.

1]%-30 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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AF 114

Diffusionslegierter
GERMANIUM - p-n-p — HF-TRANSISTOR
in Metallgeh#use,

fiir UKW—Vorsiufen

Abmessungen in mm:

Die Abschirmung s ist
mit dem Metallgehiuse
verbunden

a3 7o

moh w O

Wirmewiderstand: K S 0,6 grd/mW

Absolute Grenzwerte:

- = max., 20 V T = max., 10 mA &_ = max. 1715 °C
CB C i
~Uep = max. 20 V 1) -1g = max. 1 mA SE = max. 175 °C
P (jhgb:45°C) = max. 50 mW ylg = max. 1 mA ﬁg = min, -55 °C
I . = . 4 O
Statische Kennwerte: (’Shgb = 25 °C)
Kollektor-Reststrom bei -Ugsp = 6 V: —ICB 0 = 1,2 (§ 8) pA
Kollektorspannung bei -Iop o = 50 pA: Uep 2 20V
Emitterspannung bei -Igg o = 50 phc -Ugp =1,5 (2 1)V
Basisstrom und ) bei -Upgp=6V, Ip=imA: —IB = 7 (é 25) LA
Basisspannung CBTr TR ' -U = 270 (210...330} mv
BE = .
') bei Ry/Rg & 100 . 1 0-
Rg = (Rp(Rpa)/(Rpi+Rpa) B!
PBZ
RE
O+
VORLAUFIGE  yALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.60
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AF 114

Dynamische Kennwerte: ( Shgb = 25 °¢)
Kurzschlufi-Stromverstirkung
bei ~Uop = 6V, [g =1mA, f = 1 kHz: 6 = 150
Frequenz fiir |0} = 1
be i “leg = 6V, Ip = 1 mA: fy = 75 MHz
Rauschzahl
bei -Upp = 6 V, Ip = 1 mA, R, = 60 @, f = 100 MHz: F = 8 (59,5 dB

Vierpol-Koeffizienten bei -Upp = 6V, Ip = 1 mA, f = 100 MHz: )

i iy 1p = ¥1i% + Yypup

- - .
T I ) fa = ¥ar¥yp + Yapuy

s 9 ?
Yy 1 ;? Ay Y22 vz Yik = Bijx *+ dbyy
mit bll( S wcik

€41p = 15 mS Ileb‘ = 450 uS |y2]b] = 16 mS Eoop = 0,3 mS
“higp = 3,0 mS —py0y, = 110 ° 921 - 95 ° bysp = 1,6 mS
“Ciip = 5 pF Coop, = 2,5 pF

1) die Werte sind bei 5 mm langen AnschluBdrihten gemessen

‘1%060 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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AF 114

Melschaltung als HF-Verstirker, f = 100 MHz:

C, |C5 _
r j
Ky
L =l R,
2 7ﬂ 2 UL
Ce
Ug
¢ | G411 b0
Ls
—O -6V
P' A w=hE—
] -O+10,3V
R; = 10 k& Cy = 1000 pF Cy = 2...10 pF L; = 0,18 .H
Rg = 60 & Co = 100¢ pF Cy = 1000 pF Ly, = 0,18 uH
Ry wird so gewihlt, daB Cy = 5...25 pF Cy = 1000 pF Ly = Ferroxcuhe-—
die Parallelschaltung Breithand-
aus Schwingkreis und Drossel
Widerstand R, einen VK 200 10/3B

Lastwiderstand RL von
3,3 k& ergiht,

Die Leistungsverstidrkung in vorstehender Schaltung betridgt 14 (2 12) dB

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN ]2-1(;(]3
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AF 114

!
“c
(mA)
| - :70PA
| B
10 | —
\
AY 6OUA
AN
Y 8 {
50uA
\
& 6 4LOuA
(9]
U\\\
ANSY
\ 301A
N 4
\
\
‘ 2
\
2
N -
! \
\
751 T [ 150 25 0 3 “Ugg (V)
-~ lg (LA)-
100
: ﬁj: 25°C -+
200
/
/
U =3\l f"’
- cF;__ 390
fuoomdpere=? !
“Uge
—q(mv)
it
400
12.60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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AF 114

1000
“Teao |
(HA)
i “Ueg=6V
[~ 4
[ & /
i q,z,/
100 \@Q "
s (=Yg
- 6}' {\
L )’ \G
5 7 <
,P
- ’,
[ ”
- LT /)
l 1| /
10F -
1 74
- vd
- )4
5 T4
- ,//
Z /
1: /
20 40 60  9(°C)
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN ‘Qﬁg
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AF 115

Diffusionslegierier
GERMANIUM - p-n-p — HF-TRANSISTOR
in Metallgehiduse,

fiir UKW-Mischstufen sowie fiir Vor- und
Mischstufen im KW-, MW-, LW-Bereich

Abmessungen in mm:

Die Abschirmung s ist
mit dem Metallrxehiuse
verbunden

:Fﬂn37j

Wirmewiderstand: K £ 0,6 grd/mw

Absolute Grenzwertie:

. < 7 ;. — . = = O
-Uep = max. 20 V I = max, 10 mA 33 max. 15 "C
~Ueg = max, 20 V 1) ~Ip = max. 1 mi SL = max. 715 °C
P (3ugbé45°c) = max, 50 mW Flg = max. 1 mA 3;] = min. =55 °C
0w ’ 9\ o O
Statische Kennwerte: ( Moh = 2D C)
Kollekior—Reststrom bei —Ugg = 6 V: ~Igg o = L,2 (5 8) uA
Kollektorspannung bei -I.p o = 50 pA: -Uep Z 20V
Emi tterspannung bei -Igg g = 50 uA: Ugg = 1,9 (< 1)V
Basisstirom und -1 = 7 (£ 25) pA
- ; bei —Upg = 6V, Ty = | mA: B , ( )
Basisspannung ~lUgg = 270 (210...330) mv
- -
1y hei Rg/Ry & 100 R,
Rp = (BpiRpo)/(Rpy+Rpy)
a8z
RE
O+
VORLAUFIGE = yALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN '2i<]5(5‘
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AF 115

Dynamische Kennwerte: ( ngb = 25 °C)

KurzschluB-Stromverstirkung
bei 'UCE =6V, Igp = 1 man, f =1 kHz: B = 150
Frequenz fiir |B] = 1
bei —UCB = 6 V, IE = 1 mA: fl = 75 MHz
Rauschzahl
bei -Upp=6V, Ip=1ma, R,=500Q, f=1MHz: F = 1,5 (£ 3) dB
Mischrauschzahl
bei -Upp=6V, Ip=ImA, R =500Q, f=1MHz: F.= 3 (55) a8
bei -Ugp=6V, Ig=lmA, R =2kq, f=200kHz: F.o= 4 (£7) dB
Riickwirkungsimpedansz
bei -Upp = 6 V, Ip = 1 mA, f = 2 MHz: {zy0,] = 25 @
Vierpol-Keeffizienten bei -Upp = 6 V, Ip = ! mA, f = 100 MHz: ')

] ) 1y = Y1195 + ¥y09p

Iy '2 .

" - g = Yo"y + YaoUs
N ]
~ k = Bik * %k
u o ~N !
c[: i la.., e Y22 I’ mit by, = wCjp
g£11p = 15 mS | ¥iap] = 450 .8 lyoipl= 15 ms 99}, = 0,35 mS
(o] 1]

“b1ip = 3,1 mS ~91op = 110 21p = 95 bogp = 1,6 mS
_Cllb = 5 pF C22b = 2,5 pF

1} die Werte sind bei 5 mm langen Transistor-AnschluBdridhten gemessen

}]2660 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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AF115 |

Dynamische Kennwerte (Fortsetzung):

Vierpol-Koeffizienten bei -Urp = 6V, Ip = 1 mA:

h iz

— - -

i = 3 3

:I n sy Al Y22 vz
f=_10,7 MHz: f_=_450 kBz
gile = 1,3 m8  |yoq.]= 34 ms El1e = 250 S |yoq )= 37 mS
biie = 4,4 m8 -gyg, = 25° by, = 200 .8 Pa1e = O
Cite = 83 PF 4., = 25.8 Ci1e = TOPF 4 00 = 1.8
[ yi2el= 80 w8 boae = 200 5 Iy129l= 4 8 bope = 1143
—py0e = 100 ©  Cyo, = 3 pF —Fy9e 90 © Cys, = 4 pF

~Cyoe = 1,5 PF
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.60
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Diffusionslegierter
GERMANIUM - p-n-p - HF-TRANSISTOR
in Metallgehiduse,

fiir ZF-Verstirker in AM/FM-Empféngern
sowie fir Vor- und Mischstufen im MW-

und LW-Bereich
Abmessungen in mm:

Die Abschirmung s ist
mit dem MetallgehHuse
verbunden

min.3 7
max.9,5: .
- ¥ .
I
JE === |
Wirmewiderstand: K 5 0,6 grd/mW
Absolute Grengwerte:
-Uen = max. 20 V -1y = max, 10 mA SH = max. 75 °C
-U¢eR = max. 20 V 1) -1 = max. 1 mA Sh = max. 75 °C
P (Shgb§4500) = max. 50 mW tlg = max. 1 mA 35 = min. -55 °C
. 0
Statische Kennwerte: (Shgb = 25 °C)
Kollektor-Reststrom bei -U.g = 6 V: -Icg ¢ = 1,2 (§ 8) pA
Kollektorspannung bei -Inp g = 50 pA: -Ucn 2 20V
Emitterspannung bei -Ipg ¢ = 50 pA: -Ugg = 1,5 (2 1) v
Basisstrom und ) bei _U 6V 1 | mA -IB = 7 (é 25) uA
ei — = , = : ) |
Basisspannung ) CB E -Ugg = 270 (_10...330) mV
) bei Rg/Rg & 100 +———O-
Rp = (RpiRpa)/(Rpq+Rps) R,
B2
RE
40..,
VORLAU E
RLAUFIGE  yALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12@?
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Dynamische Kennwerte : (‘Shgb = 25 °C)
Kurzschlufl-Stromverstirkung
bei -Uep =6V, I =1mA, f =1 kHz: g = 150
Frequenz fiir |8] = 1
bei _UCB = 6 V, IE = 1 mA: fl = 75 MHz

Rauschzahl

bei -Ueg = 6 V, Tp = 1 ma, R, = 500 @, f = 1 MAz F =1,5(S3) dB
Mischrauschzahl
bei ~-Uop = 6 V, Ip = 1 mA, R, = 500 @, £ = 1 MHz F, = 3 (S5)dB
bei -Upp = 6 V, Ip =1 mA, R, = 2 ki, f = 200 kHz F. = 4 (£7) aB
Vierpol-Koeffizicenten, -licp = 6V, Ip = 1 wA

g 2 L= ¥119g + Yioo

- -

i ? 1, = ¥yoquy + Yaaus
Y9

u ~ R L .

' Yy RIS Y22 u; Yik = &jk + Jdbjy

l "L mit bik = {,oCik

£ =_10,7 MHz: f_=_450 kHz
€1 = 1,7 mS |ys1el= 32 ms £11e = 250 .8 {¥21el= 37 mS
bije = 4,0 mS 9910 = 25 ° bye 200 .S $a1e = O
Cize = 60 pF Ci1e = 70 pF

f22e = 1048 Booe = L8
| y12el= ?00 ZS byo, = 235 S |y10el= 4 ZS byo, = 11 48
~912¢ = 100 Cyo, = 3,5 pF  ~912e = 90 Con, = 4 PF

~C19e = 1,5 PF
12.60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Diffusionslegierter
GERMANIUM ~ p-n-p - BF-TRANSISTOR
in Metallgehiduse,

fiir Vor- und Mischstufen im MW- und LW-Bereich
sowie fiir ZF-Verstidrker in AM-Empfingern

Abmessungen in mm:

Die Abschirmung s ist
mit dem Metallgehduse
verbunden

-
7y)
|| B
. o
=
Wirmewiderstand: K £ 0,6 grd/mW
Absolute Grenzwerte:
”UCB = max. 20 V —IC = max., 10 mA 5} = max. 75 °C
~Ueg = max. 20 V 1) ~-Ig = max. mA 3; = max. 75 °C
P (N gp345°C) = max. 50 mW Flg = max. 1 mA M = min. -55 °C
. X - 0
Statische Kennwerte: (ﬂhgb = 25 °¢)
Kollektor-Reststrom bei -Upg = 6 V: ~Icp o = 1,2 (5 8) uA
Kollektorspanoung bei -Inp o = 50 pA: “Uen 2 20 V
Emitterspannung bei -Igp g = 50 pA: -Ugg = 1,6 (2 1} v
Basisstrom und ) ) ~-1g = 7 (8 25) pA
) ) bei -Upog =6V, Ig = 1 mA:
Basisspannung -Ugg = 270 (21¢...330) mVv
. . O-
1) bei Rg/Rg & 100 o
Rp = (RpiRpo)/(Rpy+Rps) al
82
RE
O+
VORLAUFIGE  VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.60
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‘Dynamische Kennwerte: (Shgb = 25 °C)

Kurzschlul-Stromverstirkung

bei Uog = 6 V, Ip =1 mA, f = 1 kHz: B = 150
Frequenz fiir lB| =1
bei ~Ugy = 6 V, Ig = 1 mA: f, = 75 MHz
Rauschzahl
bei -Ugg = 6 V, Iy = 1 mA, R, = 500 , f = 1 MHz: F = 1,5 (2 3) ap
Mischrauschzahl
bei Upg = 6 V, Iy = 1 mA, R, = 500 , f = 1 MHaz: F, = 3 (£ 5) dB
bei -Upp = 6 V, Iy =1 mA, R, = 2 ko, f = 200 kHz: F, = 4 (£7) dB
Vierpol-Keeffizienten, -Upp = 6V, Ip = 1 mA, f = 450 kHz
e 2 1p = ¥1191 + YiaY%
i N - ? 1g = Yo1Uy + Yooup
b 3
Uy Y l§3 SN Y22 U  Yik = Zix *+ Jbjy
l g mit by = wCj,
E11e = 250 8 [vipel = 4 us |y21el = 37 ms Eooe = 1 1S
biie = 200 p8 919, = 90 ° 921 = O bog, = 11 48
Clle = 70 pF —C129 = 1,5 pF C22e = 4 pF
,1]?2-3"0 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN

Page 113/446



Download v. www.rainers-elektronikpage.de; gescannt von Hr.R.Fredel

AF 117

[ ¥
()
m
-%=7OPA
\ 0 =TT
\
\ BOpA
\
\\ 8
50uA
- 6 4O0uA
)
o
\"2
pA
N
20pA |
2
10uA
N Ju
N\
N\
75 25 0 9 “Uge (V) 10
——Ig (KA
100
ﬂj = 25°C
200
y.
N1
~UcE_ 300
~Use
[(mV)
o
400

12.60
127

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN

Page 114/446




Download v. www.rainers-elektronikpage.de; gescannt von Hr.R.Fredel

AF 117

1000
“leao |
(A
B -UCB= 6V
[ 4
N e‘\//
4& A
100} S
2 XV
3 <°,b+~ $é\
- S
[ P /§§$
- ,'
’/
u "4
. ’/b‘ //
1 L7 /|
10E e
= (
- 4
- 7T
- ,1/
LY
h; /
20 40 60  &(°C)
12.60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN

128

Page 115/446



Download v. www.rainers-elektronikpage.de; gescannt von Hr.R.Fredel :

AF 118

Diffusionslegierter
GERMANIUM - p-n-p - HF-TRANSISTOR
in MetallgehHuse,

fiiyr HF-Anwendungen bei kleinen Leistungen

Abmessungen in mm:

Die Abschirmung s ist
mit dem Metallgeh&use E,
verbunden , E}
52‘4— - § Bt
: w©
byt
| I
‘ m
3 B .43)_. T
w '
P2 *
"'QSL" — 4 -
10 -»
Wlirmewiderstand: K; £ 0,25 grd/mW (ohne Kiihlschelle)

K, £ 0,12 grd/mW (mit Kithlschelle 56 207)

Absolute Grenzwerte:

-Upp = max. 50 V -1p = max. 30 mA :% = max. 75 °C 3)
~Ugg = max. 50 V Ip = max. 30 mA 3% = max. =55 9C
Py = max. 375 o¥ 1)2)  _Ip = max. 1 mA A, = max. 75 °C

1) mit Kiihlschelle 56 207

2) hierbei darf die maximal zuldssige Kristalltemperatur j& nicht iiber-
schritten werden

3) bei intermittierendem Betrieb darf flir insgesamt max. 200 Stunden
j = max. 90°C betragen

VORLAUFIGE  yALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 10.%;
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Statische Kennwerte: ( Shgb = 25 °C)

i Kollektor-Reststrom bei -Usp = 0,5 V: 'ICB 0 < 5 pA
‘ Kollektorspannung bei -Iop g = 50 pA: -Ucp 2 50 V
Emitterspannung bei -Igy o = 50 pA: -Ugp 2 0,5 V
Basisstrom und Basisspannung -Ig = 50 uA
bei -Upp = 6 V, -Ix = 10 mA: ~Upg = 320 mVv
Kollektor-Durchbruchsspannung
bei -Ig = 0,5 mA, Rpgp = 100 Q: Ugg 2 50 V
bei -Ig = 30 mA, Rgp = 100 Q: Ugg £ 25 V
Dynamische Kennwerte: ( Shgh = 25 °C)
Frequenz fiir |B| =1
bei ~Upg = 6 V, -Ip = 10 mA: : = 175 MHz
Riickwirkungsimpedanz
bei -Ugpg = 6 V, Ig = 10 mA, £ = 2 MHz: |z15 | = 30 2
Biickwirkungskapazitét
bei -Upp = 6 V, =I5 = 10 mA, f = 450 kHz: ~Ci90 ¢ = 1,8 pF
Anstiegs- und t. = 50 ns
Abfallzeit 1) ty - 50 ns 2)

1) in nebenstehender Meflschaltung
mit Rg = 50 2, Ry = 27 ¢, R,
Ry = 2,2 kQ, Rg = 220 kQ,
Ry = 2,2 k@, €4 = 10 pF,
beim Umschalten
von -In = 16 mA, -Us = BV R
auf -Iq ~ 0, Yo = 40 V
2) um Abschaltverziogerungen zu

vermeiden, soll

-Ugg 2 _50 sein (-Ugp in Volt, -I; in mA)

ggb& VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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d; = 25°C
30
} -Ig= 150pA
e (ma) -
‘ L4 125uA
< ,e‘*"‘
‘n =
» 20-
()]
>, a__g_lOOpA
= ami
p= o wlll
= 7SHA
10 50uA
=TT 11
25uA
200-Ig (pA){100 0 10 20U (V)30
100
200
L1
U (mV)
::'UCEz 6V m=
L 300
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Diffusionslegierter
GERMANIUM - p-n-p ~ HF-TRANSISTOR
in Metallgehiiuse,
fiir UKW-Vorstufen

Abmessungen in mm: e—4,66-5,3—+130-150
Die Abschirmung s ist 0,17-022-» =
j mit dem Metallgehiduse ) N e .
; verbunden, ‘E-Qto _l
| ufﬁ} —
L) )
T
ek
y LA
j Wirmewiderstand: K & 0,8 grd/mW
j Absolute Grenzwerte:
3 -Ucp = max. 20 v -Ig = max, 10 mA f% = max. 75 °C
_UCE = max, 20 Vl) IE = max., 11 mA 33 = max. 75 °C
PC ( ugb§45 OC) = max. 37,5 mW —IE = max., 1 mA 3; = min, =55 °C
t1g = max. 1 mA
Statische Kennwerte: (ﬁhgb = 25 °c)
Kollektor-Restatrom bei -Ugp = 6 V. -Iep o = 1,2 pA
Kollektorspannung bei ~Iop o = 50 uA; -Uep 2 20 v
Emitterspannung bei -Ipp o = 50 uA: -Upp = 1,5 V
Basisstrom und . ) —IB = 7 uA
Basisspannung )  Pei Ucg=6 V. Ig=l mA: _goo _ 270 wy
1 < -
)}  bei RB/RE = 100 ﬁ;'
Rg = (BRpiRpa) / (Rpy+Ryo)
82
RE
0O+
VORLNUFIGE  VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN ?’:?3!
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Dynamische Kennwerte: (thb = 25 °c)

KurzschluBstromverstidrkung bei

—UCE = 6 V, IE =1 mA, f = 1 kHz: [ = 150
Frequenz fiir |B| = 1 beil
_UCB = 6 V, IE = 1 mA; f1 = TS5 MHz
Rauschzahl bei
-UCB =6V, IE = 1 mA, Rg =60 Q, £ =100 MHz: F = 8 dB
I
Vierpol-Eoeffizienten bei -Usp = 6 V, Iy = 1 mA, f = 100 MHz:')
h i i, = u, + u
: 2 1S Y1iM Yig42
T ? ip = ypiup + Yapug
=h-
y, N N Y. u -
“b,;p = 3,1 mS  -pypy = 110 ° 921p = 95 ° Csop = 2,5 PF

1) die Werte sind bei 5 mm langen AnschluBdrihten gemessen

8.61

194 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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MeBschaltung als HF-Verstirker, f = 100 MHz:

||C' 155
| I 'S b
Ky
L, E{ [ 53 Y
Cs
o . -0 0
| L
O -6V
R, ——
L. ! O +10,3Vv
Rg = 80 Q Cy = 1000 pF Cgy = 1000 pF L, = 0,18 uH
Ry wird so gewidhlt, daf Cq = 5...25 pF Cg = 1000 pF Ly = Ferroxcube-
die Parallelschaltung Breitband-
aue Schwingkreis und
Widerstand Ry einen Drossel
Lastwiderstand Ry von VK 200 10/3 B

3,3 kQ ergibt,

Die Leistungsverstidrkung in vorstehender Schaltung betrigt 14 dB

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 8.6}
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Diffusionslegierter
GERMANIUM -~ p-n-p - HF-TRANSISTOR

in Metallgehsduse,

fiir UEW-Mischstufen sowie fiir Vor— und
Mischstufen im KW-, MW~ 6 LW-Bereich

Abmessungen in mm:

. —4,66-5,3-+130-150
Die Abschirmung s ist
mit dem MetallgehHuse 0,17-022-0 t—
verbunden, .
$IT |
0o !
8§ -
2 -
0~ %jb
¥ L BN
H0,41-0,487
Wirmewiderstand: K $ 0,8 grd/mW
Absolute Grenzwerte:
~Ugp = max, 20 V ~Ig - max. 10 mA A, = max. 75 °C
~Ueg = max. 20 V!) Iy = max. 11 mA &}, = max. 75 °C
Po (VygpS45 °C) = max. 37,5 uk -Ig - max. 1 mA &, = min. -55 °C
tlg = max, 1 mA
Statische Kennwerte: (Dhgb = 25 %c)
Ecllektor-Reststrom bei -Upp = 6 V; -Iep o0 = 1,2 puA
Eollektorspannung bei -Isp o = 50 pA: ~Ucp 2 20 v
Emitterspannung bei -Igp o = 50 pA: -Ugp = 1,5 V¥
Basissatrom und . -Ig = 7 uA
Basisspannung ) bei -Ucp=6 V, Ig=1 mA: ~Ugg = 270 nV
O-
pBl
R
1 .
) bei Rg/Rp < 100 82 R,
Rp = (RpyBpy )/(Rpy+Rpy) 0+
VORLAUFIGE yALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 8.61
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Dynamische Kennwerte: S‘gb = 25 °¢)

KurzschluB-Stromverstirkung bei

“UCE =6V, IE = 1 mA, £ = 1 kHz: i = 150
Frequenz fiir |B| = 1 bei

Rauschzahl bei

~Upg =6V, Ig = 1 mA, Rg =500 Q, £f = 1 MHz: F = 1,5 dB
Mischrauschzahl bei

~Upg = 6V, Ig = 1 mA, Rg = 500 Q, £ =1 MHzZ: F, =3 dB
~Upg = 6V, Ig = & mA, Rg = 2 k@, f = 200 kHz: F. = 4 dB
Rickwirkimpedanz bei

—UCE = 6 v, IE =1 mA, f = 2 MHzZ: lzl2b' = 25 Q
Vierpol-Koeffizienten bei Uop = 6V, Ip = 1 mA, f =100 MHz: ')

h

Y1191 *+ Yiate

_..
i Yoqlq + Yool
: a“‘ 5 3 2191 + Y2aUp
N N :
“ " h': 0 Yik = &ik * bk
i mit bik = NCik

s
[\
]

gllb = 15 mS ly12bl = 450 HS |Y21b|= 15 mS g22b = 0,35 nS
= - 1] — 0 .

-bllb = 3,1 mS —¢12b = 110 ¢21b = 95 b22b = 1’6 mS

_Cllb = 5 pF C22b = 2,5 pF

1) die Werte sind bei 5 mm langen Traniistor-Anschlufidrihten gemessen

184%] VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Dynamische Kennwerte (Fortsetzung):

Vierpol-Koeffizienten bei -Uop = 6 V, In =1 mA:

h i2
— -
i ) 3 i
I (7] ,? ;'5 Y22 u;
£ =_10.7 MHz f =_450 _ kHz
£11e = 1,3 mS  [yg;q = 34 mS B11e = 250 uS  |ypje|= 37 mS
blle = 4,4 mS —Qzle = 25 o blle = 200 lls Qzle = 0
Cize = 65PF .., _ 25.u8 Ci1e = TOPF 4 00 = 18
|y12e| = B0 u8 bys, - 200 us |y12e| = 4 usS byo, = 11 1S
-1, = 100 ° Cope = 3 PF -912¢ = 90 ° Cope = 4 PF
~Cy9e = 1,5 PF
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 8]21
1
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biffusionslegierter

GERMANIUM - p-n-p - HF-TRANSISTOR

in Metallgehduse,

fiir ZF-Verstirker in AM/FM-Empfingern
gowie fHir Vor— und Mischstufen im MW-

und L¥-Bereich

Abmegsungen in mm: *4,66'5,3*‘*13,0-15,0?—
Die Abschirmung s ist .
mit dem Metallgehiuse 0,17-0,22 % =
verbunden. * - .
e —
52 —
S || S
& ‘
$‘~¢‘ — b
v L “
0,41-0,487
Warmewiderstand: K < 0,8 grd/mw
Absolute Grenzwerte:
-Uep = max. 20 v -I; = max. 10 mA ﬁ% = max.
1 >
~Ucg - max. 20 V') 1g = max. 11 mA ), = max.
Pe ($,gp545 °C) - max. 37,5 uW “Ig - max. 1 mA A, = min.
*Ig = max, 1 mA
Statische Kennwerte: (ﬁhgb = 25 %)
Kollektor—Restetrom bei -Ung = 6 V: ~Icg = 1,2 pA
Kollektorspannoung bei ~Inpg o = 50 pA: -Uep 220 V
Emitterspannung bei -Igp o = 50 pA: -Upp =1,V
Bas%sstrom und ) bei _UCB=6 v, IE=1 mA _IB = 7 LA
Basisapannung -Upg = 270 mV
O-
PBJ
1) bei Rg/Ry S 100 Re2 .
* E
R = (RpyRpp)/(Bpy + Bps) o

AF 126

75 °C
75 °C
-55 °¢

VORLAUFIGE  ya1vO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Dynamische Kennwerte: (Shgh = 25 °C)
KurzschiuB-Stromverstirkung bei
_UCE =6V, IE =1 mA, f =1 kHz: B = 150
Frequenz fir |B| = 1 bei
_UCB =6V, Igp = 1 mA: fy = 75 MHz
Rauschzahl bei s
Ugg = 6V, Ig = 1 mA, R, = 500 @, f = 1 MHz: F = 1,5 dB
Mischrauschzahl bei
—UCE=6V,IE=1mA,Rg=5OOQ,f=1MHz: F, =3 dB
~Ugg = 6V, Iy = 1 mA, B, = 2 ko, f = 200 kHz: F, = dB
Vierpol-Koeffizienten, -Upp =6 V, Ip = 1 mh:
i =y + VoY
/ i iy = uy + u
! 2 1 Yaiup + Yaal2
i ? Yik = €ik * JPik
:I " 2 Al Y22 u;
£ = 10,7 MHz: f = 450 kBz:
Zi1e = 1,7 mS |y21e|= 32 mS iie = 250 uS [Yo1e] = 37 mS
blle 4,0 mS —@213 = 25 o b_l.le = 200 pS (P 213 = 0
Cite 60 pF g,5, = 40 S Ciie 70 pF g90e = 1 48
|¥12e| = 100 1S boy, = 235 S |Yi2el= 4 kS byge = 11 48
- o = - o =
~f12e =~ 100 Cope = 3,5 PF ~fi2e = 90 Cage = 4 PF
_0129 = 1,5 pF
8.61 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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AF 126

11
wn
m
L 1 “Tp=708A
i = —
| 10 ==
: \
\ 60pA
\
\ 8
50pA
:? 6 40 A
N
2
. 30pA
\ 4
\
20uA|
2
10 WA
\ 0
\
75 50 25 0 5 ~Uge (V] 1110
~Ig (HA)
100
1),:25'(:
) 200
]
/
VO
cE 300
___q—-"r —
Use
Kmv)
al; 00l
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 8.6

L Racia 1232 /44c
~J




Download v. www.rainers-elektronikpage.de; gescannt von Hr.R.Fredel

AF 126

1000
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(pA I
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- é"//
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: 'J’ d’ /
10F ;
- 7
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AF 127

Diffusionslegierter

GERMANIUM -~ p-n-p - HF-TRANSISTOR
in Metallgehiuse,

fiir Vor- und Mischstufen im MW- und LW-Bereich
sowie fiilr ZP-Verstdrker in AM-Empfédngern

Abmessungen in mm:

Die Abschirmung s ist

mit dem Metallgehduse ‘“aﬁe“&3“’ﬂ%04&0
verbunden, 017_022*‘_
R \-
S —
w3l
@8
; [Tl §
| y £\
i Wirmewiderstand: ¢ £ ¢,8 grd/mW
! Absolute Grenzwerte:
Ucp - max, 20 V Iy - max. 10 mA  Jy = max. 75 °C
-UCE = max, 20 Vl) IE = max, 11 mA '5‘8 = max. 75 °¢
Pe (NygpS45 °C) = mex. 37,5 uW ~Ig = max. 1 mA » = min. -55 °C
t1p = max, 1 mA
Statische Kennwerte: (ahgb = 25 %)
EKollektor-Reststrom bei -Uqg = 6 V: -Iep g = 1,2 pA
Kollektorspannung bei -Inp o = 50 pA: _UCB 2 29 ¥
Emitterapannung bei -Igg ¢ = 50 upA: -Usp =1, V
Basisatrom und ) bei —Una=6 V. Io=1 mA: -Ip = 7 pA
Basisspannung CB » 'E -Ugg = 270 mV
p’l
R
1 .
) bei Rp/Rg S 100 82 R
Rp = (BpiBpp)/(Bpy + Rpa) o
Voglﬁirlél;les VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 8“?3
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AF 127

Dynamische Kennwerte: (ahgb = 25 OC)

Eurzschlufl—-Stromverstirkung bei

*UCE =6V, IE = 1 mA, f = 1 kHz: B = 150
Frequenz fiir | 8] = 1 bei

-Ugg = 6 V, Ig = 1 mA: f, = 75 MHz
Rauschzahl bei

~Ueg = 6 V, Ig = 1 mA, Rg =500 ¢, f =1 MBz: F =1,54dB
Mischrauschzahl bei

Ueg =6V, Ig = 1 mA, R, = 500 @, f = 1 MHz: F, = 3 dB
Ugg =6V, Iy = 1 mA, Ry = 2 ko, f = 200 kHz: F, = 4 dB
Vierpol-Koeffizienten, —Ucp = 6 V, Ip = i mA, f = 450 kHz: ')

i i2 1j = ¥11m1 + ¥iob%
— - . _
‘i o = Yo1W1 + Yool
=M Yik = Eijk + Jbji
N N .
E11e = 250 S lyjpe|= 4 85 |ygie= 3T mS  ggy, = 148
Pige = 200 S -9i9, = 90 ° gy, 0 bage = 11 48
Clle = 70 pF —C12e = 1,5 pF 0228 = 4 pF
]85%] VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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AF 127
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CE o= 300
-_*{ -f}
BE
Kmv)
”
400
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AF 127

1000
“leao |
(BA) I
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OC 26
2-0C26

GERMANIUM ~ p-n—p - NF-LEISTUNGSTRANSISTOR

fiir NF-Endstufen, Transistorpaar 2-0C 26
fiir Gegentakt-B-Verstirker

Abmessungen in mm:

Der Kollektor ist mit dem Metallgehiiuse leitend verbunden; fir isolierten
Einbau werden eine Glimmerscheibe und zwei Isolierbuchsen mitgeliefert.

Glimmerscheibe 005 mm Dicke

30—

. o 1221 —» 1
max 26.2 ﬂ max. 7= L w
ok
g1/ ] B 3 ]
a E g H
L
c e
_. 1 _%
E B —“T
— max.3.4
Wirmewiderstand: K¢ £ 1,2 grd/w 1)2) @.
Absolute Grenzwerte:
“Ugp = max. 40 V Po (9875°C) = max. 12,5 W 2)
-Ucg = max. 40 V 3) 33 = max. 90 °c 2)
-Ugp = max. 10 V 55 M = max. 100 °c 2)
-Ig = max.3,5 A Bh = max. 75 °C
Y = min. -55 °C

1) Wirmewiders tand zwischen Sperrschicht und Gehduseboden; der Wirmewider-

%)

stand K; zwischen Geh&useboden und Chassis betrigt bei einfacher Glimmer-
isolation 0,5 grd/W, ohne Glimmerisolation 0,2 grd/w.

Berechnung des Scheitelwertes der Verlustleistung im Zusammenhang mit der
maximalen Sperrachichttemperatur und dem Wirmewiderstand siehe iibernichste
Seite.

bei -I. $ 0,5 A, siehe auch Grenzkurven “UcE max = f (—IC) und

-UcE max = f (Bpg, Zpp)-
Der angegebene Wert darf impulamiifig iiberschritten werden, sofern der
Transistor nicht thermisch iiberlastet wird.

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN ‘%-g’?]
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2-0C 26

Kennwerte : (Sh = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)

Kollektor-Reststrom bei -Unp = 0,5 V:
bei -Ugg = 14 V, &g = 100°C:

Kollektor-Durchbruchsspannung
bei -In = 3,5 A, +Upgp = av:

Kollektor-Restspannung bei -Is = 3 A 1y,

Basisspannung bei -Upop = 14 V, -Ip = 30 mA:

bei -Upp =0, Ig = 1 A:

bei -UcB = 0, IE = 3 A:
Basisstrom bei -Upp = 14 V, Ig = 30 mA:

bei -Upg = 0, Ig = 3 A

Gleichstromveratirkung

bei Ugg =1V, -Ig=1A:

1V, -Ig = 3 A:

i

bei _UCE

Verhiltnis der KurzschluB-Stromverstdrkung
bei einer Batteriespannung von 14 V und
einem fiir Wechselstrom kurzgeschlossenen

4 Q Kollektorwiderstand

Grenzfrequenz bei -Uop =6V, I = 1 A:

Transistorpaar 2-0C 26:

~Igp o= 15 (£ 100) pA
-Icp o = 4 (£ 20) mA

-Ucg = 60 (2 32)V

-Ugg o = 0.4 (£ 0,8)V

Ugp = 0,18 (2 0,1) v

-Ugg = 0,5 (0,3...0,75) V
-Ugg = 0,8 (0,35...1,2) V
-1g = 0,75 (0,38...1,5) mA
-1y = 32 (17....50) mA
-Ip = 120 (60...210) mA
B = 40 (20...75)

B = 35 (20...55)

B = 25 (15...45)

8 (-Ip=34)

= 0,45 (2 0,3)

B (-15=0,14)

Das Verhiltnis der Gleichstromverstirkungen beider Transistoren bei Ip = 3 A
sowie bei Ip = 0,3 A ist 1,15 (1,0...1,35), die Kollektorruhestrime bei
~Upg = 14V, -Ugg = 0,18 V kinnen um einen Faktor & 3 (im Mittel 1,7) dif-

ferieren,

1) fiir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt

—IC = 3,3 A, _UCE =1V geht.

1761 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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OC 26

2-0C 26

1000 -
R - -.__VT = 0 4
TR
0,005 7 I
100 DT T - ]
*"’"'WO,Qz = .: = \‘{ = E _,
10,0 RERn ::;‘ﬁ T i
10 __ﬁ031 - - il
=——0,2—
0,5" . —— ‘-"""!-_.-"
‘| I ] ! .
10-% 10-% 10-4 10-3 10-2 10-1 & (s) 1

Die Grenzwerte SH max und 33 M max

folgende Bedingungen eingehalten werden:

werden nicht iiberschritten, wenn

fir_t, < tg
< 31,]' M max _&ugb max ~ (KG+KCh)pO
Py pg + R
K, + RVpEoy
und
p < Pp + 35 max ﬂhgb max (KG+KCh)pO
M o= F0 Vo (Kg+Kgp)
A
igzmﬁp_?._ﬁo
P < 3‘,} max S\ugb max
M= KG + KCh
Eg__f__l_ﬁ Pm
——
. tp ——
llf, = b, [V, —
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 11.60
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OC 26

AN ", 15 =140mA
A ______L.. B
(A)
3 120mA
X
\ 100mA
AV
\&
\" 80mA
\"=
\\ )
\ 860mA
\ 4OmA
1
\
20mA
¥, 245°C \
=10mA
||
150 100 50 0 5 10 15 20
| -Ig (mA) -UCE(V)T
0,25
/
105
A3 '
ACE] Use
. (V)
> - o,'75
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OC 26

2-0C26

50
B -
'UCE = ]V
40 I 'a} = 25°C
Il
30
20
10
0 i
0 05 1 15 2 25 3 -I.(A) 35
..]C '
(A) / "
3 J
Fl ¥i
| I
]
i ‘ Mittelwert
T ~— Streuwert
/ TITIT7 0T
2 / % =25°C
/ “Ueg = OV
) 4
/
I [ 4
. ¥,
1 1 ‘
] y
'
r »
0 y
° 04 08 12 16 ~Upe (V) 20
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80TT|1 LR T TT 7V Iy r r1r T T J TV Ty v 111 T TITTT
-UbEmax
(V) Thermische Stabilitat
60 mull gewdhrleistet sein
40
S
Ny
N
M
S
20
OlJlI F I AN N | L Ll b LEdLhdefil 1) 1) 1 Ll bl lild
i 100 1000 R,.Z, () 10000
Erlaubter Arbeitsbereich.
Kurzzeitige Uberschreitungen des erlaubten
Arbeitsbereiches (iber die rechte Begrenzung
-7 hinaus sind beim Abschalten mit induktivem
¢ Lastwiderstand zuldssig,wenn
(A) Er. =max.5mWs
ty =max.100us
4 Uggy =max. 2V
3 \
2
A
A
1
O0
20 30 40 -y, (V) 50
115-30 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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OC 26

2-0C 26
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OC 30 |
2-0OC 30

GERMANIUM - p-n-p - LEISTUNGSTRANSISTOR
fiir NF-Endstufen und Schalteranwenduangen,

Transistorpaar 2-0C 30 spezicll fiir
Gegentakt-B-Verstirker

Abmessungen in mm:

Der Kollektor ist mit dem Gehiuse leitend verbunden. Fiir isolierten Einbau
woerden eine Glimmerscheibe und zwei Iscolierbuchsen mitgeliefert.

~18,5 ——

Wirmewiderstand:

Ke & 7,5 ard/W

Absolute Grenzwerte:

-Ucp = max. 32V
~llep y = Max. 32 v
Ugg = max. 32V 1)
“Ucp y = Max. 32 v 1)
-Ung = max. 10V
—Upg M — mAX. 10V
-le = max. 1,1 A
—iC M - max. 1,4 A
-1p = max. 0,25 A
-ig y = max. 0,25 A
Ip = max. 1,5 A
g M = max. 1,5 A
;j = max. 75 °C
&S = max, 75 °c
A, = min. -55 °C

Y bei Rgp S 500 0

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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OC 30

2-0C 30

Kenowerte : (Sb = 25 %)

Kollektor~-Reststrom bei "UCB = 14 V:
T V:

Emitter-Reststrom bei "UEB
Kollektor-Emitter-Reststrom bei _UCE
Kollektor-Restspannung bei -Ip = 1,4

Basisspannung °) bei Ucg = 14

v
v

bei —UCE = 1 V, IE =
v

bei —UCE =

Gleichatromverstirkung

bei _UCE =

bei —UCE =
Grenzfrequenz bei Upp=7TV, Ig=0

Grenzfrequenz bei _UCE =TV, Ig =0

Transistorpaar 2-0C 30:

v
v

bei -Upp = 1V, Iy =
v

= 14 V:

=0,01

=0,01

A:
A:

o e

-Icg o= 12 (5 40) pa
‘—ICE 0 = 0,3 (:<_ 1,0) mA
-Ucg o = 0,25 (£ 0,5) V
~Ugg = 0,22 V

~Upg =10,38 V

-Upp = 0,47 V

B = 32

B - 36

B = 28

B = 22

fa = 300 kH=z

fg = 9 kHz

Die zu einem Paar gehirenden Einzelexemplare sind nach kleinem Klirrfaktor

bei kleiner und grofiler Aussteuerung ausgesucht,

Das Verhdltnis ihrer B-Werte betridgt max. 1,3; die Kollektor-Ruhestriome

kdénpen bei _UBE = 0,14 V und —UCE = 7 V um einen Faktor § 3 differieren.

1.;

100

LR RERALIL

T

T

10

TTT I

1) tiir die Kennlinie, die

bei gleichem Basisstrom

N

durch den Kennlinienpunki .

—'IC= 1,55 A, -UCE= 1V i

geht

2) Temperatur-Koeffizient

A

O 17T

der Basisspannung
A(-Ugg) /> = 2,3 mV/grd

20

%0 60 v (°C)

1281 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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oC30

B
(A) ‘
G 3 = 45°C
="Ig =60mA
Ny b2 50mA
Ic.-:-"1
40mA
30mA
0,8
20ma
——-——'1I5[r1":|A|
I
0.4l 10mA
‘_ St & 1Y A
e
80--Ig (mA)J401-[-20 0 5 10} ~Ucg (V)15
0.2
' |
’ il
Uce =1V 1 |
1]
04l
- 1
“Upe |
(V)
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OC 30

2-0C 30
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OC 44

GERMANIUM - p-n-p — HF-TRANSISTOR

fiir Misch— und 0Oszillatorstufen im
Mittel- und Langwellenbereich

Abmessungen in mm:

Roter Punkt: Kollektorseite |

max. 1,5 nicht verzinnt

165

Wirmewiderstand: K £ 0,6 grd/mW
Absolute Grenzwerte:
-Ucp = max. 15V
- ~Y
“lcp y = max. 1BV eEbman ' -
~Ueg = max. 15V *) = +HE
1 : =
“uep i = max. 15V 7) e -+ _ ==
—'UEB = max. 12 V ‘-“_\ / JT
- —t
-upg g = max. 12 v ‘ = e
Sl = max. 5 mA?) 10 g
-\ .
-ip y = max. 10 mA 1
,3'] = max. 75 OC C e + l
5 B, =Sirai o
38 = max. 175 °C Thermische Siabilitat ! : !
mul gewihrleistet sein ! :
Ny = min. -55 °C ;
%” = o T
?BE(kQ) 1000
BE
1) abhingig vom HuBeren
Widerstand zwischen
Basis und Emitter,
vgl. Grenzkurve
-UCE max» “CE M max = f (Rgp> ZpE)
2) tyy = max., 50 ms
|
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.60
i
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OC 44

Statische Kennwerte: (fahgb = 25 °C)

Kollektor-Reststrom bei -Usp = 2 V: -Iep 0,5 (£ 2) uA

0o~
. _ . <
Emitter-Reststrom bei -Ugg = 2 V: ~Igg ¢ = 0,4 S2) A
i = . <
bei ‘UEB = 12 V: _IEB 0 = 40 pA
Emitterschaltung
Kollektor-Emitter—Reststrom bei -Upp = 2 V: ~Igg o = 25 (S 75) uA
Basisspannung bei —Uep = 6V, Iy = 1 mA: -Upgg = 150 (125,..185) mV
Dynamische Kennwerte: (’&ugb = 25 °C)
KurzschluB-Stromverstirkung (Emitterschaltung)
bei ~Usp =6V, Ip =1 mA, f = 1000 Hz: B =100 (45...225)
Grenzfrequenz (Basisschaltung)
bei -Usp = 6V, Ip = 1 mA: f, = 15 (7,5...30) MHz

HF-Ersatzschaltbild, Emitterschaltung: (“UCE =6V, Ip=1 mA"shgb = 25 °c)

iy b Tor c i
b -
T- gbt § 442

Upe /> Gece lé

Q

ce

4

e e

Cb'e = 410 pF gm = 39 mA/V

Chio = 10,5 (7...14) pF oo = 40 (£ 100) uS

Zhie = 390 .S b = 110 (5 250) @

Epio S 0,5 uS tpp/f, = 7,8 (3,5...20) Q/MAz
12.60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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g 710 y~Ip = S0 A -
N e 80 pA ¥y =4stc
] mA)
a 4
& 70uA
o / y
{“\ [
V :
<
4 y GO}JA
7 y
6 50 pA
4
40 pA
A p’
N y L430pA
P
20 pA
2 =
10 A
O LA
~Ip (pA) 150 0 5 10[--Use (V) {15
i
01
,zlq :
'UEE «
et
02
'UBE [
32
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GERMANIUM - p-n-p - HF-TRANSISTOR

fiir ZF-Verstirker in AM-Empfingern

Abmesgungen in mm:

Roter Punkt: Kollektorseite

i« Max.15 _— pie min.37 —»

e,
R
— (=)
il - '
L H i
max. 15 nicht verzinnt
Wirmewiderstand: K &£ 0,6 grd/mW
Absolute Grenzwerte: .
Uk max T T 1 TTTIT T TTTIT
“UeeMmax—— " -] - | _'.>: R SR B HER i o
~Upy = max., 15V W= : P o
“Upp y = Max. 15 V 15_;;1 i ! : ‘fﬁi R
~ B 1 R e N - RERE :
Ugg = max. 18V ) TN R
_uCE M = maxXx. 15 Vv ) { E :'I \~\; 11 ! ifll‘
Upg = max. 12V 10 SN
g = mAx. 12V L NG
2 T LT T M N ool
-1 = max. 5 mA %) D N - Do et oo
C b . 4 - - b e - A I e B PR
-ip y = max. 10 mA Thermische Stabilitat R Lo
Bj = max. 75 °C | muB gewdhrielstet sein SEE N RS SRR
S 4 P
&s = max. 75 °C 0 - lll RN RAE :
1 10 100 R 1000
X = min. -55 °C Zog 4
1) abhingig vom Huleren
Widerstand zwischen
Basis und Emitter,
vgl, Grenzkurve
“UCE max> ~UCE M max = (RBE' ZBE)
2) t,y = max. 50 ms
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12]-28
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Statische Kennwerte: ( smgb = 25 °C)

Kollektor-Reststrom bei -Ugg = 2 V: tIcg o =
bei -Ugp = 15 V: ~Icg o & 10 pA
Emitter-Reststrom bei -Upp = 2 V: ~Igg o = 0,4 (é 2) A
bei -Upg = 12 V: ~Igpg p & 40 LA
Emitterschaltung
Kollektor-Emitter-Reststrom bei -Upp = 2 V: ~Iop o= 12 (£ a0) ua
Basisspannung bei -Upp = 6 V, Ip = 1 mA: ~Ugg = 170 (145...195) mV
Dynamische Kennwerte: ( Shgh = 25 %)

KurzschluB-Stromverstirkung (Emitterschaltung)
bei Upp =6V, Ip =1 mA, f = 1000 Hz: B = 50 (25...125)

Grenzfrequenz (Basisschaltung)
bei -Usg = { V, Ip = 1 mA: f, = 6 (3...12) MAz

HF-Ersatzschaltbild, Emitterschaltung: (-Uyp =6V, Ip=1 mA,rghgb = 25 °C)

iy b oy c i
e}
E
Upe Gye l D Uee

©Oo—
L]

Chre = 1000 pF Zn = 39 mA/V

Chpre = 10,5 (7...14) pF Eee = 15 (£ 40) us

Ehte = 760 uS Typ = 75 (£ 200) @

Epre S 0,5 uS typt/f, = 12,5 (5...30) Q/MHz
12.60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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~10 .
T K 9;=45°C
(mA) o
| ‘ 140 pA
' Y
\& y di
\m“ 8 / ,!
™ .
< 120 pA
\
4
€L V.4
6
: 100 WA
I L4
|
80 pA
4
\ 60 pA
)
40 pA
3 . - H
20 pA
&
i
| 10 pA-
200 115 (pA)L 100 0 5 1011 -Ugge (V) 415
]
01
V.
N e 0.2
—-‘Uce +—
! -UBE
(V)
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GERMANIUM - p-n-p - NF-TRANSISTOR
in Subminiaturtechnik

fiir Vor=stufen in Hérgeriten

Ahmessungen in mm:

Roter Punkt: Kollektoransehlul}

!nmax.l. ~a—37 > -
o~
‘ : (=)
] | 1 Y
= i
Wirmewiderstand:
14 T ! T
K S 1,5 grd/mw l%
P | -
Absolute Grenzwertoe: Cmax ‘
mWw
"UCB = mdx. TV ( )
_UCB M = "MaXxX. 7 \" l ., ]O__
~lgg = max. 3V )7) o \
—Uep g = Max. TV l) \\
—UEB = max. P 8
-Upg M = max. TV A
-1 = max. 5 mA 2) A\
—iC M = max. 10 mA \ 6 \
P = ma: 10 mW ~
C max m ) -
3]- = max. 55 °C 4
5;; = max. 55 °C \
431 = wmin. -55 °C \
2
1y bei Rgg < 10 k< \
)
=) t,y = max. 20 ms 0
3) Ay € 40 °C 25 35 45 9,,,(°C) 55
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.60
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Kennwerte: (bei r& 25 °C, sofern nicht anders angegeben)

ugh <
Basisschaltung
Kollektor-Reststrom bei ~Uep =2V ~Iecp o = 1,5 uA
. — on, =
bei -Upg = 2 V, '3ugb = 35%C: —ICB o = 3.5 pA
Emitter-Restatrom bei -Upp = 2 V: -Igp o = 1,5 uA
Rauschzahl bei =Ugp =2V, Ig = 0,5 mA: F § 10 dB
Emitterschaltung
Kollektor-Emitter-Reststrom bei =Ugg = 0,5 V: -Ieg b 0,1 mA
. - - on,
bei -Upg = 0,5 V, 5hgb = 35°C; Teg o S 0,3 m
Basisspannun -U = 120 mV
pe E Y bei Ueg = 0,5V, Ig = 0,25 mA: BE
und Basisstrom -Ig = 8 LuA
KurzschluB-Stromverstirkung (f = 1000 Hz) 8 = 35 (g 20)
bei -Upp=0,5V, Ip=0,25mA:
Grenzfrequenz bei =Upgg = 0,5V, Ig = 0,25 mA: Ip 2 10 kH=z
4 8O
-]C 5
~Upe =05V {(mA) Uy =05V
% =25°C 9  =25°
3 60
N
N
C 2 40
N
N
I
1 20
.
0 0 f
50 -Ig(pA) 20 0 0 1 2 3 I-(mA) 5
12.61 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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GERMANIUM - p-n-p - NF-TRANSISTOR
in Subminiaturtechnik,

fiir Vorstufen in Hiorgeridten

Abmessgungen in mm:

Roter Punkt: Kollektoranschlul

OC 58

N ) . max.4 wta— 37 = -
i o~
m’ J. !
» T
g 1 b
B E | '
E
Wirmewiderstand:
K & 1,5 prd/m#w 14
Absolute Grenzwerte: PCrnctx
_UCB = max. TV (mW)
~Upg y = Max. TV s 10
-Upg = max, 3V )7) \
~Upp yq = max. 7V 1) -
"UEB = mdax. T\ 8
“Upg g = Wax. 1V § N\
—IC = max. 5 mA <) N
—iC M= max. 10 mA , 6 \
Pe = max., 10 mW 3)
N
_ . s 0
:ﬁ = max. onh vC 4
by = max. 55 9C \
A, = min. -55 °C C
2
1) hei Rgg & 10 ki )
{) )
=} tyy = max, 20 ms 0
. 25 35 45 9, .(°C) b5
3 O ugh
) gy S 40 %
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.60
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Kennwerte: {bei ‘&ugb = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)
Bagispchaltung
Eollektor-Reststrom bei ~Uggp = 2V -Icg g = 1,5 pA
. on. =
bel —UCB = 2 V, &ugb = 35 C. '—ICB 0 = 3,5 HA
Emitter-Reststrom bei -Ugg = 2 V: -Igg o = 1,5 pA
Rauschzahl bei -Upy = 2 V, Ig = 0,5 mA: F $ 10 dB
Emitterschaltung
Kollektor-Emitter-Reatstrom bei -U = 0,5 V: ~-I £ 0,1 m
1% CE ' CE 0 = '
. —_ — o .
bei ~Uog = 0,5 V, ~.y = 35 °C: -Icg o < 0,3 mA
Basisspannun ~U = 120 mv
PARIURE ) bei —Ugg = 0,5 V, Iy = 0,25 mA: BE °
und Basisstrom ~-Ig = 4.5 A
kurzschluB—Stromverstirkung (f = 1000 Hz) 8 = 55 (> 30)
bei —UCE = 0,5 V, IE = 0,25 mA
Grenzfrequenz bei -Ugp = 0,5 V, Ip = 0,25 mA: fg 2 10 kHz
4 100
-—IC B
~Ug =05V (mA)
% =25°C
3 75
" g
"4
\
2 50
h
1 25
N -UCE =O,SV
v/ =25°C
7 0 0
50 -lg {pA) 20 0 0 1 2 3 I-(mA)>S
124 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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GERMANIUM - p-n-p - NF-TRANSISTOR
in Subminiaturtechnik,

fiir Vorstufen in HOorgeriten

Abmessungen in mm:

Roter Punkt: Kollektoranschlull

~ﬂt1r~

Wirmewiderstand:

K & 1,5 grd/oW

14

Absolute Grenzwerte:

_UCB = max. TV PcmCIX

—upg y = max. 7V UﬂVV)

U = max. 3V 12y 10 ‘

—UCE M = max. 7 V’ 1) \

- = max. 7

UEB max V‘ 3

—upg M = max. 7V 8

-1e = max. 5 mA 2) A

- \

—ip y = max. 10 mA N

Pe ~ max. 10 m¥ 3) 6 !

5“ = max. 55 9C

3; = max. 35 “C 4 N\

&, - min. -55 °C \

3 \\
1y bei Rgg & 10 kg 2
2y L,y = max. 20 ms \
3) B‘UHb < 40 °c 0 i A
25 35 45 0ugb(°C) 55
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.60
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|
% Kennwerte: (bei '&ugb = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)
” Basisschaltung
Kollektor-Reststrom bei -Uqg = 2 V: -Icp g = 1,5 upa
bei —UcB = 2 V, ugb = 35 C —ICB 0 = 3,5 IJ»A
Emitter-Reststrom bei -Ugg = 2 V: -Igg o= 1,5 uA
Rauschzahl bei —Uop = 2V, Ip = 0,5 mA: F £ 10 aB
Emitterschaltung
Kollektor-Emitter-Reststrom bei -Uqp = 0,5 V: -IcE o hY 0,1 mA
. On,
bei ~Ucp = 0,5V, wy,p = 35 °C: -Teg o & 0,3 mA
Basisspannun -U = 120 mV
pe £ ) bei Teg = 0,5V, Iy = 0,25 ma: BE
und Basisstrom -1y = 3,5 pA
EKurzschluB-Stromverstirkung (f = 1000 Hz) 8 = 80 (2 50)
bei Uep = 0,5V, Iy = 0,25 mA:
Grenzfrequenz bei -Upp = 0,5V, Iz = 0,25 mA: fg 2 10 kHz
4 200
-IC B
-Use =05V (mA) Upe =05V
"j =25°C 13} =25°C
3 150
=
, 2 100
1 N V.
h
N 1 50
|
N,
0 0
50 -Iz(pA) 20 0 0 1 2 3 Ic(mA) 5
};gl VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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GERMANIUM - p-n-p - NF-TRANSISTOR
in Submipiaturtechnilk,

fir Endstufen in Horgerdten

Abmessungen 1n mm:

Roter Puunkt: Kollektoranschluf

--71,1 -
c
8 \
£ |
Wirmewiderstand:
K & 1,5 grd/mW
14
Absolute Grenzwerte:
_ITCB = max. 7 \P Pcmax
—Upp y = max. 7V L (mW)
~Ueg = max. 3V I)“} 0
~Upp y = Max. TV ) \
‘UEB = max. TV \\
“ugp y = MAax. TV ! 8
-1 = max. 5 mA <) N
—ic M T max. 10 mA Y
P ~ max. 10 mW 9) 6
&j = max. 55 °C 3
) 8]
3; = max. 55 °C , N |
o re O i
5; = min. -05H °C N
\
') bei Rgg S 10 k& 2 ‘
2) tay = max. 20 ms \
§ \
3 < 40 °c 0
) Yugp * 25 35 45 9,4 (°C) 55
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 121-38
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EKennwerte: (bei '3ugb = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)

Basisschaltung
Kollektor-Reststrom bei -Ung = 2 V ~Icg g= 1,5 uA
bei -Upp = 2 v;-&ugb = 35°C: -Igg o = 3,5 uA
Emitter—Reststrom bei -Upp = 2 V: -Igg o= 1,5 pA
Rauschzahl bei -Upp = 2 V, Ig = 0,5 mA: F £ 15 aB
Emitterschaltung
Kollektor-Emitter-Reststrom bei Uy = 2 V: -Icp o & 120 uA
bei Ugg = 2 V, Wy = 35 °C: -Igg o § 860 A
Kollektorstrom bei -Usp = 2 V, —-Ip = 50 pA: 1o = 3,75 (3,0-5,4) mA
Kollektor-Restspannung bei -I, = 10 mA 1): Ve o = 0,18 (§0,25) v

1) fiir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt

8 100
-IC
“Ue = 2V (mA) a amE
% =25°C
6 75 /
A
> 4 50
N
‘v
A X 2 25 ‘UCE = ZV
NG %  =25°C
- 0 0
50 I (pA) 20 0 0 1 2 3 I_(mA) 5
12.61 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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-1 =
8
1110 P o100 AL
I [ ‘,j = 45°C
\ (mA) H
L
|
{ ; a
.,“F
WA o
Oy
™
P2 6 ssnm = 60
| _E--
4 -
LY 1] _E....SAO
— 30
AE,
b A — 20
M-—--—- ———— 10
100 -7 (uA) 50 0 2 L1-Ug (V)6
0,1
A
:‘,UCE‘ﬂ .
" 0.2
- Uge
(V)

181
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GERMANIUM - p-n-p - NF-TRANSISTOR

fiir NF-, Gleichstrom- und Impuls-
Verstirker

Abmessungen in mm:

Roter Punkt: Kollektorseite

l£ e——-MAX. 15— fe— min. 37 —s
o' ‘

oM
~=
—2)—
max5,2¥
N
—{l—0,43°

max. 1,5 nicht verzinnt

Wirmewiderstand: K £ 0,4 grd/uW

Absolute Grenzwerte:

-Ucg = max. 30 V 1) -Ia = max. 10 mA 2) 33 = max. 75 °C !
—upp y = max. 30V 1) ~ig y = max. 50 mA 3% = max. 715 °C '
-Ucg = max. 32V -Ig = max. 5 mA 2) 5% = min. -55 °C

-ucg = Max. 32 v ~-ig y = max, 20 mA

-Upp = max. 6V 2) Ip = max, 15 mA )

-upg y = Max. 10 v ip y = max. 70 mA

1) bei +Upp 2 0,1V, vgl. auch Grenzkurve -Unp .y, =“Ucg M max = f (RBE)

2) t,, = max. 50 ms

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12@%
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Statische Kennwerte: Shgb = 25 °C}
Kollektor—-Reststrom bei —Ugp = 4,5 V: -Icg 0 = 5 (£ 12) ua
Kollektor-Emitter-Reststrom bei -Upp = 4,5 V: -Iggp o = 110 (é 225) WA

Kollektorstrom und Basisspannung
bei -Upg = 4,5 V, -Ig = 10 uA: -Is = 0,4 (0,21...0,65) mA

-Ugg = 110 (75...150) mV

bei ~Upp = 4,5 V. -Iz = 250 uA: -1 = 10 (4,6...13,2) mA
-Upg = 275 (200...385) mV

Dynamische Kennwerte: ('Sugb = 25 0C, f = 1000 Hz)

Bagisschaltung Emitterschaltung
(-Ucg = 2V, Ig = 0,5 mA) (-Ugg = 2 V, Ig = 0,5 mA)
hi; p = 71 (58...88) Q hi; ¢ = 2,2 (1,2...3,6) kQ
hyg p = 7-107% hyp , = 9-107%
-hpy , = 0,968 (0,952...0,976) hyy ¢ = 30 (20...40)
hyg , = 0,7 (£1,3) uS hoo o = 23 (£ 53) 48
fa = 15 kiz
F = 10 (S 15) dB
bei Ry = 500 Q
‘lgfo VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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o ] .15 )
! 1}}.:25 C 250pA
(mA) e
10
. 4200
- et
\ &
X" =T 150
r o
.% HEN -
S ° [L 100
: 80
\ 1
\ 60
40
\ 20
N ' ' 0
200 T, (nA)J0 15 01 U (V)
/
,I
1’! OJ
)l
I,
y /
y
/,‘G‘ 4 4
o
0,2
/!
3\
/' ,a?
/\)(‘6
0,3
~Uge
(V)
|
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OC 71

GERMANIUM - p-n-p - NF-TRAJSISTOR

fiir NF-, Gleichstrom- und Impuls-
Verstirker

Abmessungen in mm:
Roter Punkt: Kollektorseite

w e — Max. 15— wle—min.37 —ta.
A # ™
(=) - Y | ~r
£ ~ é =3
B ~ % C =
c 31 L o }
max. 1,5 nicht verzinnt
Wirmewiderstand: K < 0,4 grd/mW
Absolute Grenzwerte:
'UCE = max, 30 V 1) —IC = max. 10 mA 2) ﬁ% = max, 175 YC
- = 1 - = - 0
Uop y = max. 30V ) ic y = max. 50 mA ) 3; = max. 15 “C
— = - = —— i o
Uep max. 32 V Iy max, 5 mA ) Ny = min. -55 °C
-Ugp y = MAX. Jz v "iB M= m. 20 mA
—UEB = mnax. 6V 2) IE = max. 15 mA 2)
1 .
) bei +Ugg 20,1 V, vgl. auch Grenzkurve -Ucg povs ~UoE M max = | (Rgg)
2) tyy = max. 50 ms
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.60
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OC72
2-0C72

GERMANIUM - p-n-p - NF-TRANSISTOR

fiir Endstufen, Transistorpaar 2-0C 72 fiir
Gegentakt-B-Verstirker

Abmesdungen in mm:

e max. 15,7 ——ele—min.37 —»
Gehduse: ‘ -
Allglas mit ‘o_ t st
Metallumhiillung © |
Roter Punkt: g L *
Kollektorseite 1

max. 15 nicht verzinnt

15 —»f

.03 75—
|

—
0 133
Vol L
o

Kuhlschelle
56 200

Wirmewiderstand: 1) K4 < 0,4 grd/mW (ohne Eiihlschelle)
Koy £ 0,3 grd /mW (mit Kiilhlschelle und Kiihl-
fliche vonr min. 12,5 cm2)

Absolute Grenzwerte:
-Ucn = max. 32 V -Ip = max., 50 mA 3)4) -Ig = max. 20 mA 4)
~ugp y = max. 32 V ~ig y = wax. 125 mA 3) ~ip j = max. 125 mA
Ugg = max. 32 V 2) Tig y = max. 250 mA
~ucg y = max. 32V 2) Ig = max. 50 mA 3)4) 35 = max. 75 °c 1)
-Ugg = max. 10V ip y = max. 130 mA 3) ﬁb = max., 1715 °C
—upp y = max. 10 V tip = max. 250 mA d, = min. -55 °C

l) Berechnung des Scheitelwertes der Verlustleistung im Zusammenhang mit der
maximalen Sperrschichttemperatur und dem Wirmewiderstand siehe letzte Seite
dieses Datenblattes.

2) abhingig vom HuBeren Widerstand zwischen Basis und Emitter, vgl. auch Re-

. duktionskurve -~Usp .0, -UCR M max = f (RBE)'

} diese Werte sollen mit Riicksicht auf geringen Klirrfaktor nicht iiberschrit-
ten werden. )

4) t = max. 20 ms

av
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 8?:8(5)
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OC72
2-0C72

Statische Kennwerte: (jhgb = 25 9¢)

Kollektor-Reststrom bei -Ugp = 10 V: -Igg o= 4,5 (£10) pa
. . _ . - <
Emitter-Reststrom bei -Upp = 10 V: -Igg o = 4,5 (£ 10) pA
Kollektor-Emitter—Beststrom bei ~Upp = 6 V: ~Igg ¢ = 125 (50...300) pA
Kollektorstrom bei -Ugg = 30 V, +Ugp 2 0,5 V: -Ie. = 7,5 (3...15) A
bei —UCE = 6 V, _UBE = 0,15 V: —IC = 0,7.-.3,2 mA
Kollektor-Restspannung bei -I, = 125 mA 1): -Uck o < 0,4V
Basisspannung bei -Uop = 0,7 V, Ip = 125 mA: ~Ugg 20,70V
bei ~Upp = 0,7V, Iz = 80 mA ~Ugg £0,45V
bei -Upp = 6,0 V, Iz = 1,5 mA: ~Ugg = 0,13...0,17 V
Gleichstromverstirkung
bei ~Upp = 5,4 V, Ig = 10 mA: B = 70 (45...120)
bei -Uop = 0,7V, Ig = 80 mA: B = 50 (30....90)
bei Ugg = 0,7V, Ip = 125 mA: B 2 25
bei ~Upp = 1,0 V, Ip = 250 mA: B 2 15
Dynamische Kennwerte: (9hgb = 25 °¢)
Grenzfrequenz bei Ugg = 6 V, Ip = 10 mA: £, 2 350 KkHz
Grenzfrequenz bhei “Ueg = 6V, Ig = 10 mA: fa = 8 kHz
Rauschzahl bei ~Upp =2V, Ig = 0,5 mA,
R, = 500, f=1 kiz: F $ 15 dB

)

Transistorpaar 2-0C 72:

Die zu einem Transistorpaar gehdrenden Einzelexemplare sind nach kleinem
Klirrfaktor bei kleinem und groBem Signal und nach geringen Streuungen des
Ruhestromes bei einer Umgebungstemperatur 'ahgb = 25 °C ausgesucht.

Das Verh&ltnis der Gleichstromverstirkung beider Transistoren zueinander
bei Ip = 80 mA sowie bei Iy = 10 mA betrigt 1,15 (S 1,3).

1) tir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt

g'c?g VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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2-0C72
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OC 72
2-0C 72

40!1’![] T 1 L3 L LELRA! DL AL H nmTrTTrrTT T TT7 1 TTT 1117
-kanxm
“Uce Mmax
(V)
30 ~T
N
20
'\_\ 777777 —
Thermische Stabilitat muB .
10 ~ gewidhrleistet sein
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OC72 |
2-0C 72

1000 ' Zzgaiis = =
R ‘-...i}'a
10,0051 F 1+
1000 2o .
] =k - —
‘U,J_E-i M—
LG‘TI l I
10 W ==
0,5
|
l[ . | 11 3 1
10-4 10-3 10-2 1071 1 10 100 tp (s) 1000
Der Grenzwert 3']- max ¥ird nicht itiberschritten, wenn folgende Bedingungen

eingehalten werden:

ochne Kiihlschelle:

'3'3 max "~ ’j\ugb max ~ K1Pg

filr t, < t4: P

A
o
=
+
o

fir t, 2 to: Py < jma.x; ugh max
1

mit Kiihlschelle und Kilhlfliche von 12,5 cm®

B

'3‘ —/&‘ —Kp
fir t, < ty: Py < po + B Sl max ugbh max 2Pp

P Ko
fiir tp 2 to: Py < SJ_ max ;S‘Egb max A
2 -
to__:__ﬁgg_é ?
Pwm
"
-
—‘ﬁ fp oy—--
H—‘I/fp = fP[Vr—n
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OC 74

2-0C74

Eennwerte: { Smgb = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)
Basisschaltung
Kollektor-Reststrom bei -Ucpg = 9 V:/S -leg o é 20 uA
s = _ 0 .
bei -Usp = 9V, ugh = 60°C: -Icg g = 330 pA
Emitter-Reststrom bei -Ugp = 6 V: ~Tgg ¢ & 20 uA
Grenzfrequenz bei -Ung = 6 V, Ip = 50 mA: 99 = 1,5 MHz
Emitterschaltung
Kollektor-Restspannung bei -I, = 300 mA: 1) “Ueg g = 0,6V
Basisspannung und Basisstrom
bei —-UCE = 6 V, IE =, 5 mA: "UBE = 155 mV, “IB = 80 HA
bei -Unp = 6 V, Ig = 50 mA: -Ugg = 250 mV, -Ig = 0,5 mA
bei ~Uop =1V, Ip = 300 mA: ~Upg = 450 mV, -Ip = 4,5 mA
Verhdltnis der KurzschluB-Stromverstirkung
bei -I- = 300 mA zur maximalen Kurzschluf-
Stromverstidrkung: 2) B3OO/Bmax = 0,55
Rauschzahl bei -Upp = 6 V, Ig = 5 mA,
R, = 500 @, £ = 1 kHz: F < 30 dB
Basisbahnwiderstand bei —UCE =6V, IE = 10 mA: Fppt = 50 @

Transistorpaar 2-0C 74:

Die zu einem Transistorpaar gehirenden Einzelexemplare sind nach kleinem
Klirrfaktor bei kleinem und groffem Signal und nach geringen Streuungen des
Ruhestromes bei '$ugb = 25 °C ausgesucht.

Das Verhiltnis der GroBsignal-Stromverstirkung beider Transistoren zuein-
ander bei Iy = 50 mA, -Upp = 6 V und bei Iy = 300 mA, -Upp = 1 V betrigt
1,15 (£ 1,3).

1) fiir die Kennlinie, die bei gleichem Basissirom durch den Kennlinienpunkt

2) bei einer Batteriespannung von 9 V und einem wechselstrommidlig kurzge-
schlossenen 27 {2 Kollektor-Widerstand

122]-?0 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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GERMANIUM - p-n-p — NF-TRANSISTOR

fiir NF-, Gleichstrom- und Impuls-
Verstirker

Abmessungen in mm:
Roter Punkt: Kollektorseite

‘ le——Max.15 — e min. 37 —
-
Lsl :
o~ ‘
,1 g \\- 3

max. 15 nicht verzinnt

0,437

]

Wirmewiderstand: K $ 0,4 grd/mw

Absolute Grenzwerte:

~Ugg = max. 30V 1y -Ig = max. 10 mA 2) 53 = max. 75 °C
~uop y = max. 30V 1) -ip y = max. 50 mA ﬁg = max, 1715 °C
-Ugg = max. 32V -Ig = max. 5 mA 2) 3; = min. -55 °C
-Ung i = max. 32 vV -ig y = max. 20 mA

Ugp = max. © V ?) Iy = max. 15 mA 2)

-ugg y = max. 10V ig y = max. 70 mA

r) bei +Ugp 2 0,5V, vgl. auch Grenzkurve -Upp poys ~UCR M max = I (RBE)
2) t,y = max. 20 ms
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 122-?9
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GERMANIUM - p-n-p — NF-TRANSISTOR
fiir NF-, Gleichstrom- und Impuls-

Verstdrker
Abmessungen in mm:
Roter Punkt: Kollektorseite
X fe——Max.15 — ple mMin.37 —fw
o ‘.‘ o
3 P | =
o RN =
! ET I_ ' ¥
max. 15 nicht verzinnt
Wirmewiderstand: E £ 0,4 grd/mW
Absolute Grenzwerte:
Vg = max. 30 V1) -1, = max. 10 mA ?) 33 - max. 175 °C
~ugp y = max. 30 V1) —ig y = max. 50 mA Ny, = max. 75 °C
-Ueg = max. 32 V -1y = max. 5 mA 2) 3\3 = min. -55 °C
-Ugg = max. oV 2) Tg = max. 15 mA 2)
—upg y = Mmax. 10V ip y = max. 70 mA

r) bei +Ugp 2 0,5V, vgl. auch Grenzkurve -Upg paxs “UCE M max = f (RBE)
2) t,y = max. 20 ms
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.60
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Statische Kennwerte: ( Shgb = 25 )
Kollektor-Reststrom bei -Ugy = 4,5 V: —Iep o = 4,5 (& 12) pA
Kollektor-Emitter-Reststrom bei*-Upop = 4,5 V: -Icg ¢ = 3850 (2 550) pA

Kollektorstrom und Basisspannung
bei -Ucp = 4,5V, ~Ig = 10 pA: -Ip = 1,1 (0,75...1,9)

~Ugg = 120 (90...175)
bei -Upp = 4,5 V, -Ig = 250 pA: -1, = 22 {(13,5...33)
-Ugg = 270 (210...385)

Dynamische Kennwerte: ( ﬁhgh =25 %, f = 1000 Hz)
Basisschaltung Emitterschaltung
-3 _ =4
hypp = 10 hio , = 8-10
-Bpy p = 0,989 hpy o = 90 (65...130)
fB = 8 kH=
F = 10 (5 15) dB

122]-50 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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10
B 3= 25°C
(mA)
8 -Ig =90pAH
4 TOpA
6 i
I
/ S0uA[-
|
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¥, |
4 s
Fi 1]
FHAA 30pAH
|
f 20pAH
2
u / 10pA H
[ [ ]
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n OpA
= =
0 [ TTE]
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TTTTTTITITIL] !_,_I'E'
1 Emitterdiode |7 1] (mA)
o= 0t o
1)1,- = 25°C
G e |4 ‘[
T ]
5 - 7
'l y
e /
-
| P
10 - Usg (V)] B -
_.[E
(pA)
silll
A0 T Ll i R I oo
YeEmox |t oy e -
“CEM max % ]
(V) — Thermische Stabilitat muf -
gewahrleistet sein
30 o ‘ ‘
\ _\[
[y !
N
20
\'\\ -
AN
AN
10 —
T I
0] 8 515 O S N A 1 UV H S 0 L0 L T 1
01 1 10 100 RBE(kSZ.) 1000
ZBe
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GERMANIUM - p-n-p - SCHALTTRANSISTOR

Abmegsungen in mm:

Gehduse; fe—max. 15,7 ——s}e—min.37 —s
Allglas mit { -
Metallumhiillung S <
Roter Punkt: = ’]_L
Kollektorseite g | ¥
max. 15 nicht verzinnt
_,.r_oj
wn e
ji
- . I
o
Kihischelle
56 200
. S
Wirmewiderstand: 1) K, £ 0,4 grd/mW {ohne Kiihlschelle)
Es S 0,3 grd/mW (mit Kiihlschelle und Kiihl-
fldache von min. 12,5 cmz)
Absolute Grenzwerte:
e = max. 32 V 2) ~I; = max. 125 msp %) X = max. 75 °¢ 1)
“ucg y = max. 32 V Fig y = max., 250 mA 35 = max. 75 °C
Ueg = max. 32V 2)3)  _1p < max. 20 ma %) Y, = min. -55 °C
~Uep y = max. 32V 3) -ig y = max. 125 mA
Ugp = max, 10 V Ig = max. 125 mA 4)

1) Berechnung des Scheitelwertes der Verlustleistung im Zusammenhang mit der
maximalen Sperrschichttemperatur und dem Wirmewiderstand siehe letzte Sei-
te dieses Datenblattes

2) siehe Grenzkurve “UcB max® ~YCE max = £ (33) mit 3hgb als Parameter
3) siehe Grenzkurve -UCE max® ~YCE M max = f (RBE' ZBE)

tav = max. 20 ms

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 92-370
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Kennwerte: (:} p = 25 °c)

ug

Kollektor-Reststrom bei "UCB

Emitter-Reststrom

Kollektor-Emitter-Reststrom bei 'UCE

Kollektorstrom bei _UCE

Kollektor-Restspannung

Basisspannung bei -Upp
bei -Unp
Gleichstromverstirkung
bei -Upsg
bei -Unp
bei -Unp
bei -Ueop

Grenzfrequenz beil _UCB

1) fiir die Kennlinie, die bei gleichem Basisgtrom durch den Keunlinienpunkt

I

30 V, +Ugp 2 0,

10 V:

6

I

bei —IC = 125 mA

]

0,7V, Ig
0,7V, Ig
0,7V, Ig
0,7V, Ig
0,7V, 1g
5,4 V, Ig
6V, Ig =

-1p = 136 mA, -Usp =1V geht

= 125
= 80

= 250
= 125
= 80
= 10

10 mA:

V:

5 V:

h
mA :
mA

NER

“Ics
~Igp
“Ick
_IC

“Uck

-Upg
~Upg

==~ I~ I~

Il

[N

s U

[\ VAR VA V4

[NV

4,5
4,5
200
7,5
0,4

0,70

0,45

15
25
30
45

350

(£ 10)
($ 10)
(£ 600)
(£ 15)
v

'

\

kHz

9.60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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;. [ 'IB-

] 6mA

rT 1711771711
9= 45°C

L

200 5

05

=02

5 1 -Ig(mA)

e V)

-Upe

(V)

Lo
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40 TTTT T T rrryrprgn «~ 71T T RN LE AL LI L I L L L LI L L 1 CT T I

“UCE M max

-Uce max
(V)

20

Thermische Stabilitdt muB3
10 - . )
gewahrleistet sein

0 11 11 ] | L L elabi a1 g1 ] )| LLad el 1 311 | L L E b haietel 4 4 &4 1 1 IHEREERRINY]
01 1 100 Rge 1000
ZBE(kQ)
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§' Zuldssige Spannung “Upg max DZW.
E 1 -Uee maxwenn vom thermisch stabilen
-§ "Ein"-Zustand in den "Aus"-Zustand
g [|umgeschaltet wird; 9,4,=55°C
=]
[¥]
o
=
s 2
3 ]
g &
33
' 3.0 K2=0,39|'C/mw .
\
K, =04 grd/mW [g=0
oder
Upe 205V
20
K>=03grd/mwW
]I =
K; =04grd/mwW }UBI;':O
10
0
50 60 70 80
9;(°C) vor Umschaltung ‘
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 9.60
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1000 =z
R ‘--..i}'-'.'o
0,005 T4
1002 B
| | ‘s
10,05( FH—
oG] —
0,2
05 2 3
‘ -
1074 1073 102 107! 10 100 &p {s) 1000
Der Grenzwert :&- wird nicht fiberaschritten, wenn folgende Bedingungen
Jj max
eingehalten werden:
ohne Kithlschelle
fir t <ty Py & pg+ R "(}J' max '&“Eb max ~ K1Po
SR,
fiir tp 2 tg Py £ j max : ugb max
1
mit Kiihlschelle und Kiihlfliche von_12,5_cm®
. NS A - Eop
fir tp < tg: Py hS pg + B J max Kugb max 270
2
d .
b
fiir b, 2 tg: Py < _lmaxK ugh max +
2
to__=__300 s T
Pum

— {p |

1/f, =t [V, —
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GERMANIUM - p-n-p - NF-TRANSISTOR
fir Treiber~ und Endstufen

Abmesaungen jin mm:

Gehduse: Allglas mit Metallumhiillung
Roter Punkt: Kollektorseite

max.15,7 min. 37—

0,85

0,43°

-
—] f—

O m
2
— maxS,O’-—-

max. 15 nicht verzinnt

15—

—»]le—0,3 e—17,5 ——\

1 i
IR
0 e o I IR
D

Kihlschelle
56 200

Wirmewiderstand: K 0,22 grd/mW ohne Kiihlschelle

kS
Ky £ 0,09 grd/mW mit Kihlschelle und Kiihl-
fliche von min. 12,5 cm?

Ky £ 0,15 grd/mW mit Kihlschelle

Absolute Grenzwerte:

_Upp = max. 26 V') _I; = max. 300 mA %) f% = max, 75 °C
-Uop y = max. 26 V 1) -ig y = max, 600 mA 3; = max, 75 °C
-Ugg = max. 6V I = max, 310 mA 2) w = min. -55 oc
—Ugp ¥ > W8x. 6V iE M = max. 600 mA
1) bei 25 S 500 @
2) t,y = max, 50 ms
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.61
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Kennwerte: (‘Shgb = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)
Basisschaltung
Kollektor-Reststrom bei _UCB =12 V: _ICB 0~ 10 (é 20) pA
: ]
bei ~Ugp = 12 V, o, = 60°C ~Icg o = 150 (£ 330) p4
Basisstrom und Basisspannung
bei -Upg = 6 V, Ip = 50 mA: -1y = 0,45...1,45 mA
~Ugg = 225 (% 320) mV
bei -Upg = 0,5V, Ip = 300 mA: -1g = 3,5,..12,6 mA
-Ugg S 850 mV
Emitterschaltung
Kollektor-Restspannung bei —IC = 300 mA: 1) _UCE 0= 0,4 (£ 0,6) V
Basisspannung bei -Upsp = 6 V, ~I. = 5 mA: 2) -Ugp = 155 (2 125) mV
Gleichstrom-Verstidrkung
bei -Uop = 6 V, -1, = 50 mA: B = 60 (35...110)
Basisbahnwiderstand
bei Ueop =6V, I, = L0 mA, f = 0,5 MHz: Iyt = 50 &
Grenzfrequenz bei -Upp = 6 V, -TIp = 50 mA: fn = 20 (2 8) KkHz
Rauschzahl bei -Uop = 6 V, -Is = 5 mA,
Rg = 500 Q, f =1 KkHz: F = 15 dB

1) fir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt

~Ip = 330 mA, -Ugg = 1V geht

2) Temperatur-Koeffizient der Basisspannung A(—UBE)/AT = -2,3 mV/grd

12.60
236
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T 1111
3, = 25°C I, Iy =
(mA) P 6mA |
o 300 —?—(’ 1
%‘\. = 5mA
e
I & -""F
Z
\\j 4mA
X 200
I 3mA
\ |
et 2MA
\r 100
ImA
e
N
200
/
"G\ 400
& -Use
P;f (mv)
] s
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— Nicht fir Neuentwicklungen - : c 80 E

GERMANIUM - p-n-p - SCHALTTRANSISTOR

Abmessungen in mm:

Gehiuse: Allglas mit Metallumhiillung
Roter Punkt: Kollektorseite

LS, ' +——-max.15,7—-—-._m|n.37—ﬂ:)
o b ' =
E =3 o
B - @ —— |
1) T
¢ £ ' !}
T
max. 15 nicht verzinnt
DN | S—

75
|
|

18,5 ———1 !

Kuhlschelle
56 200

Wirmewiders tand: .6 $ 0,22 grd/mW ohne Kiihlschelle
Ko $ 0,09 grd/mW¥ mit Kiihlschelle und Kiih]l-
fliche von min. 12,5 cm
Absolute Grenzwerte:
-Ugp = max. 20 V -Io = max. 300 mA 2) Bj = max. 75 °C
~Upp = max. 20V 1) -ip y = max. 600 mA :&s = max. 75 °C
-Upp = max. 10V -Ig = max. 40 mA 2) 3% = min. -55 °C
—iB M = max, 200 mA
Ig - max. 340 mA 2)
ip y = max. 630 mA
1) bei Rgy = 500 @ 2) ¢, = max. 50 ms
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 11.61
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OCS80A

Kennwerte: Lshgb = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)
Basisschaltung
Kollektor-Reststrom bei -Uyp = 12 V: ~Igg o = 10 (£ 20) pA
bei —Upp = 12 V, o = 60°%C:  -Iop o £ 330 44
Emitter-Reststrom hei -Upp = 6 V: -Igp o = 6 (£ 20) pa
. Kollektorspannung bei ~Icp o = 50 pA: -Uen 2 20V
Emitterspannung bei "IEB 0= 50 pA: ”UEB 2 10 V
Emitter-Flug-Spannung bei -Ugp = 20 V, ﬁhgb = 60°C: -Ugp p S 550 mV
_ Grenzfrequenz bei ~Ucp =6V, Ip = 50 mA: f, = 2 MHz
g Emitterschaltung
1 Kollektor-Restspannung hei -I, = 600 mA 1). ~Ugp o = 0,4 (£0,9) v
Kollektorspannung fiir -I; = 600 mA bei Upg = O: -Ucr 2 20V
Basisspannung bei Iy = 600 mA, Upg = 0: gy = 0,6V
Basisbahnwiderstand bei “Ugg =6V, Ig =1 mA: T'hp! = 60 Q
Gleichstromverstirkung bei Ig = 50 mA, -Upp = 6 V: B = 180
bei Ip = 600 mA, Upp = 0: B = 85

1) fir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt
_IC = 660 mA, —UCE =1V gEht

721481 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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OC80A

. 3= 45°C
1b
(mA)
1] “Ig =6mA
T p”
600 -
A\ I
"4
»~5mA
1 P -
!
] L —_-4mA
\ T J P s
o |
» v ’3mA
G ¥
A\ 400 ,
|
Tl
E’ T 2mA
\ -
Lo
Lo
\
200 — imA
*—
i 0,56mA
~75 5 2,5 0 5 10 15
[ ~Ig (MA) “Uee (V)
c\*‘l
aUcE’
0,5
|
|
“Use
(V)
[
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 11.61
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GERMANIUM - GOLDDRAHTDIODE

fir Schalteranwendungen

Abmessungen in mm:
Roter Punkt: Katodenseite

_ max.15 plemin37

P N N,
.-

=
-

21]
max 529

0439

max.l5 nicht verzinnt

Wirmewiderstand: K & 0,4 grd/mw

Abgolute Grenzwerte:

= o _ 0

Fugh = 25 °C Shgb = 60 °C
-Up = max, 30 30 Vv 3& = max. 715 °C
Ip = max. 100 100 ma 1) d, = min. -55 °C
ip M = max, 1,0 0,3 A 5; = max, 115 °C

9

igtop = max. 4,0 A7)

Kennwerte: ('&ugb = 25 °C)
Up (Ip = 0,3 ma) = 135 (% 100) mv I (-Up = 1,5 V) = 1,5 (5 B5)
Up (Ip = 30 ma) = 250 (i 330) mv  -Ij (-Up = 10 V) = 2,0 (5 10)
Up (I = 100 mA) = 320 (= 420) mV ~Ip (-Up = 20 V) = 3,2
Up (Ip = 1000 mA) = 700 mV -1y (-Up = 30 V) = 6,0

cp (-Up = 3 V) = @ (5 12) pF

1y Integrationszeit ty,y = max. 50 ms
2) max. Dauer 100 ps

%) bei Mgy = 60 °C ist -Ip (-Up = 30 V) = 80 (S 300) pA

AAZ 12

1% %
Ty. 4
ud 3)

VORLEUFIGE  VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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AAZ 12
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Schaltverhalten: (aLgb = 25 %) MeBschal tung

Gespeicherte Ladung 1) bei I, = 10 mA

(gemessen bei einer Abfallzeit fiir

1

[ 4

Rekombinationszeit 2)

Beim Einschalten auf ID = 400 mA ist

Q = 150 (2 200) pas

tree = 50 (£ 120) ns

up 4 = 0,8 (22,0) v

von < 10 ns, -U, = 10 V, R. = 1 kQ)

(gemessen bei einer Anstiegazeit fiir

I

von 40 ns und an 10 mm langen An-

schluBdrahten)

Dj: zu messende Diode
Dyo: Diode mit niedriger Speicher-
ladung (z.B. ausgesuchte AAZ 13)

Dg: Diode mit niedriger DurchlaB-
spannung (z.B. 0A 47)

1) In der angegebenen MeBschaltung flieBt widhrend des Impulses der Strom Ip

iiber D;, Dy und R,. Die GroBe van Ip wird durch Spannungsmessung an den
Anschliissen 1-1 ermittelt. In der Impulspause bewirken die in der Dio-
de Dy gespeicherten Ladungstréiger einen StromfluB ven Masse iiber C, Dg,
D;, R, nach -U,, wodurch C aufgeladen wird. Da die Dauer dieses Strom-
flusses klein gegeniiber CRy ist, ldBt sich die gespeicherte Ladung aus
der Gleichung Q = Crugy M berechnen. Hierin ist Ugs )y der Scheitelwert
der in der Impulspause an den Anschliissen 2-2 auftretenden Spannung.
Rekombinationszeit:

Definition: Die Rekombinationszeit ist die Zeit, nach der bei -U. =0
die gespeicherte Ladung auf 10 % abgesunken ist,

Messung: wie unter "), jedoch mit verzigert angelegter Spannung -U,. Die-
Jenige Verzigerungszeit, die notwendig ist, um fiir den Scheitelwert Ugo y

dag 0,1-fache der unter ') gemessenen Spannung zu erhalten, ist dann
gleich der Rekombinationszeit,

11.6}
246
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AAZ 12
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AAZ 13

GERMANIUM - GOLDDRAHTDIODE

in Miniaturausfiihrung, fir Schalteranwendungen

Abmessungen in mm:

Weiller Ring: Katodenseite

max.2 nicht verzinnt

' 3
L8
g—lﬂw ::_ ‘e H
PN | =
E‘ / 1 T
max.76
n 64125
o :-l
Wirmewiderstand: K & 0,5 grd/mW
Absolute Grenzwerte:
- L] _ 0
S‘ugb - 25 ¢ Sugb = 60 °c
—UD = max., 8 8V 3j = max. 715 °C
I, = max. 30 20 ma ') A, = min. -55 °C
ip y = max. 100 50 mA 2) 3; = max. 75 °C
Kennwerte:
_ 0
Augh = 25 °C S‘Hgb = 60 °C
Up (Ip = 1 ma) =270 (5 320) wv -1y (-Up = 3 V) = 30 (5 85) pa
Up (Ip = 10 ma) = 500 (¥ 600) mV -1 (<Up = 8 V) = 190 LA
Up (Ip = 30 mA) = 600 (5 1000) mV
-Ip (<Up = 3V) = 5 (% 25) uaA
-Ip (-Up = 8 V) = 30 (%2 150) ua
¢p (-Up= 1vV) =3,3 pF
cp (-up = 3V) =1,3 (% 2,0) pF
1y Integrationszeit t,, = max, 50 ms
%) max. Impulsdauer 5 ms
YOy ISf  VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN e
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AAZ 13

Schaltverhalten: (3Lgb = 25 %)

Gespeicherte Ladung 1) bei Ip = 10 mA

Q = 20 (2 30) pas

(gemessen bei einer Abfallzeit fiir

Iy, von < 5 ns, -U. =5V, R, = 500 Q)

Beim Einschalten auf ID = 20 mA ist
Uy p = 0,7 (£1,5) vV
D M H ¥

(gemessen bei einer Anstiegszeit fiir

I, von 5 ns und an 10 mm langen An-
schluBdrihten)

D;: =zu messende Diode
Dy: Diode mit niedriger Speicher-
ladung (z.B, ausgesuchte AAZ 13)

Dy: Diode mit niedriger Durchlaf-
spannung (z.B, 0A 47)

1) In der angegebenen MeBschaltung flieBt wihrend des Impulses der Strom I,
tiber Dy, Dy und R;. Die GrioBe von I, wird durch Spannungsmessung an den
Anschliissen 1-1 ermittelt. In der Impulspause bewirken die in der Dio-
de D; gespeicherten Ladungstriger einen StromfluB von Masse iiber €, D3,
Dy, R, nach ~-U,, wodurch C aufgeladen wird. Da die Dauer dieses Strom-
flusses klein gegeniiber CRy ist, 1ldBt sich die gespeicherte Ladung aus
der Gleichung Q = C'ugoy u berechnen., Hierin ist Upo y der Scheitelwert
der in der Impulspause an den Anschliissen 2-2 auftretenden Spannung.

12‘5;81 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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AAZ 15

GERMANIUM - GOLDDBARTDIODE
in Minjaturausfiihrung,

Allzweckdiode mit kleinem DurchlaB-
widerstand, fiir hohe Sperrspannungen

Abmessungen in mm:

Weifer Ring: Katodenseite

max.2 nicht verzinnt
¥

.
A 4 o i L
"‘g;g-‘ | — 0
max.76
64125
i gl
Virmewiderstand: K § 0,45 grd/mW
Absolute Grenzwerte: (Q%ngb = 80°C)
-U = max. 75 V 1 - max. 55 mA 1) h) = max, 60 °C '
D D ugh
—up y = max. 75V ip y = mex. 250 mA ﬂmgb = min. -55 °C
~Ug40p = MaXx. 115 V igtep = Max. 300 mA 3% = max. 75 °C
3; = min. -55 °C
Statische K erte:
aAtischne ennwer S\ugb - 25 oc ’S‘ugb - 60 oc
Up (Ip = 0,1 ma) = 0,15 (£ 0,23) 0,08 (50,18) vV
Up (Ip = 10 ma) = 0,35 (2 0,45) 0,30 (5 0,40) V
Up (Ip = 250 mA) = 0,70 (% 1,10) 0,65 (31,05) Vv
-1y (<Up =1,5 V) = 0,6 (32,5) 12 (£ 30) A
~Ip (-Up = 10 V) = 1,0 (£ 4,0) 16 (5 60) pA
-Ip (-Up = 75 V) = 10 (5 25) as (£120) A

Dynamische Xennwerte:

Cp= 1,2 ($4) pF bei -Up = 0,75V, f = 0,5 MHz

1) ty,y = max. 50 ms. Bei :$u p = 25 °¢ ist Ip = max. 140 mA; Temperatur-
abhiingigkeit sowie Grenzwerte fir Gleichrichter- und Impulasbetrieb siehe

Redukticnskurven.

VORLAUFIGE
RLAVF VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 661
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AAZ 15

_I!IIII_I_IIIII,ITIITlEIITIII!I ll|i!l||‘[||
I max = Maximaler arithmetischer Mittel- _Un= OV
i wert des Durchlafstromes in UD - 40V Dot
150 Gleichrichterschaltungen bei si- o
i nusformigem Eingangssignal mit ~Up=75V .
15 mox | kapazitiver Last sowie bei Impuls- I 25°C
(mA) [ betrieb, £,=max.50ms B e
s Ve = Leitzeit der Diode {Up>0) e e PE g o
I 7 Periodendauer P - - =3
100 N T T
LT TR — =] 45 °C
SRP R __"" e cCeEn
- . e -:: = i .- 55 DC
- o = = I e =1 T L --] | n o
50 g I g = el e | Pl e 60 ¢
—| = . - 4 -
0 P = { |
0 0,20 0,40 060 080 W 1,00
6.6 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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AAZ 15
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AAZ 17

GERMANIUM - GOLDDRAHTDIODE
in Miniaturausfiihrung,

fiir Schalteranwendungen

Abmessungen in mm:

Weiler Ring: Katodenseite ) .
max.2 nicht verzinnt

v ¥
‘.
e i—=dn
o o H ' ‘w
=
max.76
’ 64 25
=1
Wirmewiderstand: K S 0,45 grd/mW
Absolute Grenzwerte: (:%ngb - 60°C)
-Up = max., 50 V Iy = max. 40 mA 1) ’Bugb = max. 60 °C
—up y = max. 50 V ip y = max. 150 mA Shgh = min. -55 °C
“Ugiop = Max. 5 V istoB = max, 200 mA 3% = max, 715 °C
A, = min. -55 °C
Statiache Kennwerte: 31
0
Shgb =25 °% ugh = 80 °C
Uy (Ip=0,1 m) = 0,15 (£ 0,25) 0,09 v
Up (Ip= 10 mA) = 0,35 (2 0,65) 0,30 v
Uy (Ip = 150 mA) = 0,74 (2 1,10) 0,68 v
-Ip (-Up = 1,5 V) = 1,5 (2 3,5) 14 pA
-Ip (-Up = 10 V) = 4,0 (£ 20) 22 bA
-1y (-Up = 50 V) = 30 (2 150) 100 pA

Dynamische Kennwerte:

Cp = 1,6 (S4) pF bei -Up = 0,75V, f = 0,5 MHz

1) ty,y = max. 50 ms. Bei Bh_b = 25 °% 1ist Ip = max. 110 mA; Temperatur—

abhiingigkeit sowie Grenzwerte fiir Gleichrichter- und Impulsbetrieb siehe
Reduktionskurven.

VORLAUFIGE 6.61
DATEN VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN Ssy
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AAZ 17

Ubergangsverhalten: (S‘ugb = 25 °C)

Beim Umschalten von ID = 5 mA auf —UD = 35 V ist

Il

850 (S 1200) pA nach 0,5 ps

-i
D
60 (2 120) upA nach 3,5 ps

...iD

gemessen in nachstehender Schaltung

Impuls-Generator
Rechteckimpulse ” ] Osziltograf
50kHz, ¥y =05 2 9 Eingangskapa-
B " aen .=
Anstiegszeit ® o zitat Cj-40pF
=0 us § Anstiegszeit
Innenwiderstand =0025us
R7==60043
I LT L T T T I T T T T T T T LT T T I |
Dmax L 1 T T T 'I T T LI T -I T I.f T T T I‘ LI T T T T T
(mA) Ip max = Maximaler arithmetischer Mittelwert des
m DurchlaBstromes in Gleichrichterschal -
150 tungen bei sinusformigem Eingangs- |
signal mit kapazitiver Last sowie bei
Impulsbetrieb, #y,=max.50 ms
Leitzeit der Diode (Uy>0)
Vr = : Vgt =
Periodendauer
~Up= OV R 25°C
100 —— == §5V AP N EE
Up =50V < S P
e e e 45°C
50 » S o ety 55 °C
et el - e 60 °C
| e ) L i
0 e
0 0,20 0,40 0,60 080 ¥ 1,00
6.61 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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AAZ 17
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GERMANIUM - GOLDDRAHTDIODE
in Miniaturausfiihrung,

fiilr Schalteranwendungen

Abmessungen in mm:

Weifler Ring: Katodenseite
max.2 nicht verzinnt

v R
. 3
6. ¢ o o i
L |
3B —j—df
max.76
64£25
e

Wirmewiderstand: k £ 0,45 grd/mW
Absolute Grenzwerte: (;}ugb = 60°C)

-Up = max. 20 V Ip = max, 65 mA 1) shgb = max, 60 °C

up y = max. 20 V ip y = max. 300 mA dogh = min. =55 °C

-Ugyto8 = WAX. Jov igtep = max. 400 mA :&s = max. 75 °C

QL = min. -55 °C

Statische Eennwerte: '&ugb = 25 OC '3ugb = 80 °C

vy (Ip = 0,1 ma) = 0,15 (S 0,21) 0,00 v

Up (Ip= 10 ma) = 0,34 (£ 0,41) 0,29 v

Up (I = 300 mA) = S 0,78 v

~Ip (-Up = 1,5 V) = 0,6 (£ 3,5) 5 uA

-1y (-Up = 10 V) = 3 (% 15) bA

-1y (-U0p = 20 V) = 8 (5 50) 15 bA

Dynamische Kennwerte:

Cp = 1,8 (34) pP bei -Up=0,76V, f = 0,5 MAz

AAZ 18

1y tyy = max. 50 ms. Bei '&u p = 26 °C ist Ip = max. 180 mA; Temperatur-
abhéingigkeit sowie Gremzwerte fir Gleichrichter- und Impulsbetrieb siehe

Reduktionskurven.

VORIBUFIGE  VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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AAZ 18

Ubergangsverhalten: (’&ugb = 25 %)

Beim Umschalten von Ip = 300 mA + Oszillograf
. - der—
auf -UD = 20 V isat nach 3,5 psa 15V Quecksgbler'- E%:ﬁﬁngzwiner
elals
i Eingangskapa-
-ip = 40 (S 150) A Vpe0,2 YT
. -0 Anstiegszeit
gemessen in nebensatehender 0,016 us
Schaltung
Beim Einschalten auf Ip = 300 mA Impuls—Generator 1002 Oszillograf
ist
Impulsfrequenz Elngan%
- 0.65 V 20 kHz ap321
Up M ’ Spanpung 100 V
up = 0,62 V nach 0,4 us Impulsdauer 1 us AHSt(l)f izﬁgt
Innenwiderstand
gemessen in nebenstehender MeB- 150 @
anordnung
I us
I
|
1
|
I »
a%p“L~ ?
200
| O O A o
p NN S
D max g = 25°CH
(mA) “Up = OV e T
———=Up = 10V et
m—mea—-Up = 20V 1T
150 0 - == r350C
y. e -
"4 —— Ly of ]
et =l S
; EESEERES- 45°C
100 S RS E e RGRE
v lertarird=— 55 °C
y - - (|
7 > o ] T
F 4-:;- Sasan! = 60°C
: - e =TT
50 = L b ] t
e T T T 1T /o mox = Maximaler arithmetischer Mittelwert des DurchlaBstromes in
Gleichrichterschaltungen bei sinusférmigem Eingangssignal
mit kapazitiver Last sowie bei Impulsbetrieb, ¢, = max.50ms
7 v o= Leitzeit der Diode (Uy>0) )
0 Periodendauer o
0 0,20 0,40 0,60 0,80 100 W
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STLIZIUM - GLEICERICHTERZELLE
{Katode am Gehduse)

Abmessungen in mm:

Durchmesser der Bohrung fiir Befestigung
der Gleichrichterzelle =2 13 mm

Drehmoment bei Befestigung

maximal 250 kp°cm

minimal 100 kp°cm fiir gute Widrme~
ahleitung 1)

cH i
Gewicht: ca. 80 g W Q
(mit Befestigungsteilen ca, 100g) - o p
. max.185
Unter der Typenbezeichnung 56 206 kénnen Wy e
eine Beilegscheibe und eine Mutter separat o o N Swa7
geliefert werden, § é i *g}
_— € "t Tivs
Wirmewiderstand: ‘ ‘ ® o £
S
Eg i grd /W } ——M'12.._
Absolute Grenzwerte:
-Up = max. 400 V
2
- = max, 400 V
DM 800 V 3; Kennwerte:
-u = max.
stoB bei 7, = 25%C: Up (In= 14)%20,8V
1 = max. 20 A 4)5)7) G DD ’
D = . <
. 6 Up (Ip = 100 A) = 1,5V
5? M = max., 100 A )
. = max. 150 %C
j bei U = 125°C: -I, (~Up,=400V) < 2,0 mA
'\?'S = min. -55 °C G D ( D ) ’
ﬁh = max, 150 °C

Wirmewiderstand zwischen Gehduseboden und Chassis ca, 0,15 grd/W

fir KEommutierungsspitzen gilt -up o = max. 800 V

(-

ma¥, Dauer 10 ms, nicht als Betriebswert zuléssig

s

N St M

Integrationszeit t,, = max. 20 ms

L5

bei Batterieladegerdten darf dieser Wert bei vollig entladener Batterie um
max, 25 % tberschritten werden. Die Gremzstromkurven Iy ... = f ({%G) bzw,
Ip pax = f (f}ugb) sind zu beachten.

6) Eine Uberschreitung dieses Wertes bis zu der durch die Kurven ipj maxzf(t)

gegebenen Grenze ist zulﬁséig.

7) Dieser Wert kann bei Ausnutzuhg der durch die Kurven ip y p,5 = f(t) gege-
Bengn Grenze iiberschritten werden.
VORLAUFIGE  yALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 15-;5;
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Maximal zullissige Betriebawerte als Gleichrichter mit ohmscher Last

Zah) der| max.zuldssige max., zul. | Gleichspannung
Schaltung Gleich- [ AnschluBspan- [ Gleichstrom (abgerundet)
(nach DIN 41 761) richter—| nung Uy ;.. 1o max U,
zellen (Veff) (A) (V)
E Einwegaschaltung 1 280 20 125
schaltung
B Briickenschaltung 4 280 40 250
s Sternschaltung 3 280 60 190
pp |Drehstrom- 6 280 60 380
Briickenschaltung
ps |Doppelstern- 6 280 96 190
schaltung
Doppelstern—
DSS|schaltung mit 6 280 120 165
Saugdrossel
Betriebswerte als Gleichrichter fiir Batterieladegerite 1)
Zahl der| Anschlufi- |[Gleich~ | Gleich- | max. Anzahl
Schaltung Gleich~ spannung strom |Spannung der
(nﬂ.ch DIN 41 761) richter- UN IO UO Akkumulator—
zellen (Vef:l.’) (A) (V) zellen 2)
N (Mittelpunkt- 2 255 25 120 54
schaltung
B Briickenschaltung 4 255 25 240 108
] Sternschaltung 3 255 37,5 135 60
pp (Prehstrom- 6 255 37,5 24 108
Briickenschaltung ’ 0
ps [Doppelstern— 6 255 75 120 54
schaltung

1) Netzspannungsschwankungen von max. +10 % sind zuldssig; in die
Primdirleitungen des Transformators sind Drosselspulen einzufiigen,
damit ip M max = 100 A nicht fiberschritten wird.

2y Nennspannung pro Zelle 2,2 V

12.61
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Kurzzeitige Uberspannungen, die durch Schaltvorgidnge im Netz entstehen und die
zur Uberschreitung von ~UgytoB max fiihren kiénnen, miissen durch Dimpfungsglieder,
die parallel zur Primir- oder Sekunddrwicklung des Transformators geschaltet
sind, unterdrickt werden.

Formeln fiir die Berechnung eines RC-Seriengliedes:
parallel zur Transformator-Primdrwicklung

€y ~ 200 I/U . (0F) wund Ry = 150/C; (Q)
parallel zur Transformator-Sekundirwicklung
Cy ~ 225 n 15/, (kF) und By % 200/Cy (@)

mit Upr.....prim&re Transformatorspannung in Veff

Igev+--.primirer Magnetisierungsatrom des Transformators in Aeff
n...-..U rﬁ/!"uDu‘

Cl, 02.-- iu llF

Betriebshinweise:

Durch den Abbau von gespeicherten Ladungstrigern (hole—storage) kénnen in Ver-
bindung mit der verwendeten Schaltung Uberspannugen auftreten. Sofern dabei
“Ugiof magx Uberschritten wird, mul jede Gleichrichterzelle durch einen parallel-
geschalteten Kondensator (ca. 0,2 uF) oder durch einen VDR-Widerstand geschiitzt
werden, Um eine Uberschreitung der durch die Grenzstromkurve ip y p.y = f (t)
gegebenen Werte zu vermeiden, ist eine flinke Sicherung notwendig, die diesen
Bedingungen geniigt.

c ., y o — 1.0
23 + B
j U" U. :1 9‘ E U‘
i Uy il __—______—l
1, —.
U
S U, o8 "1 U,

DS DSS
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6 X

i \

K6 rugb
(grd/W)
5 L
4
k.
N,
3
N
A Y bkvm
\‘\ u
N o
2 RS,
Q}-ef
I‘-—'hu
I —

] Quadratisches Kuhlblech in
1S vertikaler Lage, 2 mm Cu oder

—1 3mm Al, Gleichrichterzelle in

L der Mitte, Kg/cp=015grd/ W

0 100 200 300 F (cm?) 400

Kg/ugb = Kg/cn * Xchfugh
KG/ugb = Wirmewiderstand zwischen Gehiuseboden und Umgebung
KG/Ch = Widrmewiderstand zwischen GehHuseboden und Chassis

KCh/ngb = Wirmewiderstand zwiachen Chassis und Umgebung

12%-31 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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30
Pmax
(W) Uy, = max. 280 Veft 9 By
Sf S/
25 gg <5
-5 A
S
BN LY 4
\' o
c
20 @
A (\Q‘
&
&
a)&
S
15 A
A
4
A
10 r
V.
y ‘l
| y
y
5 A
0
0 5 0 15 I{A) 20
800[1[1 T LI LI LI L L L L DL TTT[r [y 1T 111 T TIT[TITHIpy T P rT T LN BN AN
'DMmar [ ipmmex 1St hier der maximal zulassige Scheitelwert einer innerhalb BEl
(A) = der Zeit t periodisch mit 50Hz auftretenden sinusférmigen Stromhalb-{1r
L welle.Dieser Wert ist nicht als Betriebswert zuldssig. L1
600 %
Ny T
~
‘\
S
= k750
I, N
-“‘\I’G:fzsoc -
200 A —— —] .
[ —
0 Ll 1l 1 N O T T I I O Y | L L s ro b pdalil 81 1) 1 N AR 1 LU Ll iialiiigl
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VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 122-911

Page 247 /446




Download v. www.rainers-elektronikpage.de; gescannt von Hr.R.Fredel

BYZ 15

f= ]
(T rpru1rT T VT T JIIrJryryrr T T T 1 1 1 M=y rryrrrrrp T T T 1 1 8
LN
AY A
AV >
) Q
X Tt I
\ 3
\‘ w
OL) 1
o \T 8
w0 { b
" \
) L ]
» {
L ¥
A Y
AY
A 8
\
AY o~
\
My
B N A | i | N N W S A 0 5 U O T I O S i lllllllil‘ll L Illljo
O o Q — A
o 0 < - <
— | E
=X
Tryryeryp T 71 7 T T 1T Jrfjryrrrrrrr T T 1T 71 TITYT [T T T 71T T T 1T T 7 N
———
=
(]
)
m—
-y
o P
. g .
») iy
IOQZ-.I@'
v:)oOq
Cl=/
¢ 0,
()
o|IIII‘:;I’-“K lJIIOJJl I I | L Illl'_JJIIlll L LIJI'—O
o —~ S — o
6.6] VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN




Download v. www.rainers-elektronikpage.de; gescannt von Hr.R.Fredel

BYY 22

SILIZIUM - GLEICHRICHTERZELLE
(Katode am Gehduse)

Abmessungen in mm:
mnmhmegser.der Bohrungsfﬁr Befestigung 128 -
der Gleichrichterzelle =2 8,5 mm
O L
Drehmoment bei Befestigung: f U d g}ﬁ
maximal 60 kp*cm . 70 NE
minimal 30 kp-cm fiir gute Wirme-
ableitung 1)
Gewicht: ca. 25 g b
(mit Befestigungsteilen ca. 35 g) 8
. ) em117
Unter der Typenbezeichnung 56 215 kinnen SW17 Egrrna&+ ¢
eine Beilegscheibe und eine Mutter separat o - xé
geliefert werden, Y i *fgg :
. . x| ‘x' 4 3
Wirmewiderstand: xm® | ST
K, S 1,1 gra/w Es SE
= r J
¢~ T E b s
Absolute Grenzwerte:
-Up = max. 200 V
~up y = max, 200 V ;) . \
ennwerte:
“Ugiop = MAX. 400 V ) i S oso ¢
Ip - max. 10 A 4)5)7) bei Vg = 257C: T (ID = 1 A) ; 0,8V
ipy = mex. 50 A 5) Up (Ip = 50 4) 21,5V
ﬁﬁ = max. 150 °C <
. 3 0 . -
& = min. =55 °C bei Uy = 125%C: -Ip(-Up= 200 V) £ 2,0 ma

Py = max. 150 °C

Wirmewiderstand zwischen Gehduseboden und Chassis ca, 0,3 grd/w

2} fiir Kommutierungsspitzen gilt ~up y = max. 400 V
3) max. Dauer 10 ms, nicht als Betriebswert zulidssig
4) Integrationszeit t, _ = max. 20 ms
5) Bei Batterieladegeridten darf dieser Wert bei villig entladener Batterie um
max, 25 % iiberschritten werden. Die Grenzstromkurven I ... = f‘(l?G) bzw,
) Ip max = 1 (1$ugb) sind zu beachten,
) Eine ﬁberschreitung dieses Wertes bis zu der durch die Kurven ip y max=f(t)
gegebenen Grenze iat zuldssig.
") Dieser Wert kann bei Ausnutzung der durch die Eurven ip ¥ max = [(t) gege-
benen Grenze iiberschritten werden.
y VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 1281

DATEN 273
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Maximal zullissige Betriebswerte als Gleichrichter mit ohmscher Last

Zahl der |max.zul#ssige |max.zullissiger Gleichspannung
Schaltung Gleich- [AnschluBspan-|Gleichstrom (abgerundet)
(nach DIN 41 761) |Tichter-inung Uy ... To max Us
zellen (Vef?f) (4) (V)
E |Einwegschaltung 1 140 10 80
schaltung
B Briickenachal tung 4 140 20 125
Sternechaltung 3 140 30 95
pp |Drehstrom- 6 140 30 190
Briickenschaltung
ps |Doppelstern- 8 140 48 95
schaltung
Doppelstern-
DSS |schaltung mit 6 140 60 80
Saugdrossel

Betriebswerte als Gleichrichter fir Batterieladegerite 1)

Zahl der| AngchluB- |Gleich~|Gleich~- max. Anzahl
Schaltung Gleich~ | spannung strom |spannung der
(nach DIN 41 761) |richter- Oy I, U, Akkumulator-
zellen (Veft) (4) (v) " Zellen 2)
u (Mittelpunkt- 2 125 12 60 27
schaltung
B Briickenschal tung 4 125 12 120 54
Sternschaltung 3 125 i8 70 32
pp |Drehstrom- 8 125 18 120 54
Brilckenschaltung
ps |Doppelstern- 8 125 36 60 27
gchaltung

1) Netzspannungsschwankungen von maximal +10 % sind zul¥ssig; in die Primir-
leitungen des Transformators sind Drosselspulen einzufiigen, damit
ip M max = 50 A nicht tiberschritten wird.

2) Nennspannung pro Zelle 2,2 V

1227-21 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Kurzzeitige Uberspannungen, die durch Schaltvorginge im Netz entstehen und die
zur Uberschreitung von “Ugi08 max fiihren ktnnen, miissen durch Diémpfungsglieder,
die parallel zur Primir- oder Sekunddrwicklung des Transformators geschaltet
sind, unterdriickt werden.
Formeln fiir die Berechnung eines RC-Seriengliedes:

parallel zur Transformator-Primarwicklung

Cy ~ 200 Ip/Up, (wF) und Ry = 150/C; (Q)
parallel zur Transformator-Sekundérwicklung

Cp ¥ 226 0% 13/, (WF) und By ® 200/C; ()
mit U eess primidre Transformatorspannung in Veff

r
Ig...... primidrer Magnetisierungsstrom des Transformators in Aeff

- R Uer§/|—uD W
€y, Co ..., in uF

Betriebshinweise:

Durch den Abbau von gespeicherten Ladungstréidgern (hole-storage) kénnen in Ver-
bindung mit der verwendeten Schaltung Uberspannungen auftreten, Sofern dabei
“UitoB max urverschritten wird, mufl jede Gleichrichterzelle durch einen parallel-
geschalteten Kondensator {ca. 0,2 uF) oder durch einen VDR-Widerstand geschiitzt
werden. Um eine Uberschreitung der durch die Grenzstromkurve ip Y max = § (t)
gegebenen Werte zu vermeiden, ist eine flinke Sicherung notwendig, die diesen
Bedingungen geniigt.

I
E —1 M —l, 5 — c‘,
j u“ U. jEjy. E‘ U.
i : Uy ? _——______l

. ol

—_—fe *

U,
AN os il
DS DSS
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.8]
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T T T T T T T T T T T T T T T T
T T T T T T T TP T L T
-rQuadratisches Kiihlblech in vertikaler Lage, H
K 12 mmCu oder 3mm Al,Gleichrichterzelle in der Mitte ]
O T Keycn = 0,3grd/W N
(grd/W)[ [ G/Ch~ > ar
10
1
1
8— \ Rai
A
\
\
IRSE ]
N 1
RSN
4 ‘
M,
N
™ —
I - - blank
mu b -
2 ™ _-Qesc Warz4
0
0 100 200 300 F (cm2) 400

K6 /ugb = Bg/ch * Ech/ugd

KG/ugb = Wirmewiderstand zwischen Gehiuseboden und Umgebung
KG/Ch = Warmewiderstand zwischen Gehduseboden und Chassis
KCh/ugh = Wirmewiderstand zwischen Chassis und Umgebung

?7‘2] VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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4
Pmax ]
w U,, = max.140 Veff .
(W) N Z) St
12 ) Q‘o‘__j._
S
'3' Q\\
O _rr ~
. o
10 é i\cg.
7
55@'
(%
&
8 <
A
6 y
4 y
=
0
0 2 4 6 8 Ip(A) 10
LOOIIII T rrerrrrmnn e T T T TPV FrrfIf r 1711 T T TT T T r 1171 T LER LA B R U
ioMmax : L : o . .

(A) [—'DMmax ist hier der maximal zuldssige Scheitetwert einer innerhalb mEE
——der Zeit { periodisch mit 50Hz auftretenden sinusférmigen Stromhalb-
——welle.Dieser Wert ist nicht als Betriebswert zuldssig. HH

300 ~
~
M,
200 ~
S (7 <
G 7§'C
— ey
\___ L]
= Y. Tont i
100 g l25°c =
0|\|| i [ S O 0 IV T A ' 1 O S I AT A | 1 | S R 0 2 7 e L Ll latalalaly
001 0} 1 10 t(s) 100
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BYZ 14

SILIZIUM - GLEICHRICHTERZELLE
(Katode am Gehduse)

Abmessungen in mm:

Durchmesser der Bohrung fiir Befestigung
der Gleichrichterzelle = 13 mm

¥
o
©

=F 0

Prehmoment bei Befestigung:

maximal 250 kp-cm

minimal 100 kp’cm fiir gute Wirme-
ableitung 1)

max. 33 [«

P

17545 ————+

Doz

Gewicht: ca. 80 g
(mit Befestigungsteilen ca., 100 g)

max.18,5¢
]
Unter der Typenbezeichnung 56 206 kénnen '2" a* SW 27
eine Beilegscheibe und eine Mutter separat ‘2 g — —
geliefert werden. E E$ ¢ *g%
AR
Wirmewiderstand: ‘ ? :'-"=.*=i E
s ] hs—
Bg = 1 grd/W M12
Absolute Grenzwerte:
-Up = max. 200 V
- 2
-up y = max. 200V 3) Kennwerte:
“Ugpop = max. 400V 4)5 . bei Py = 25°%: Up (Ip = 1 A) $0,8V
Ip = max. 20 4 %)°)7) Up (Ip = 100 4) 1,57
ip g = max. 100 A 6)
j = max, 150 °C <
$. = min. -85 °C bei g = 125%: -I; (-Up=200v) < 2,0 ma
Py = max. 150 °C
]J Wirmewiderstand zwischen Gehduseboden und Chassis ca. 0,15 grd/W
2) fiir Kommutierungsspitzen gilt -up = max. 400 V
3) max. Dauer 10 ms, nicht als Betriebswert zulidssig
4) Integrationszeit t,, = max. 20 ms
5) bei Batterieladegeriten darf dieser Wert bei villig entladener Batterie um
max. 25 % iiberschritten werden. Die Grenzstromkurven Ip .. = f ({%G) bzw.
Ip max = T (ﬂiugb) sind zu beachten,

%) Eine tberschreitung dieses Wertes bis zu der durch die Kurven ip y . =f(t)

gegebenen Grenze ist zuldssig.

7) Dieser Wert kann bei Ausnutzung der durch die Kurven ip v oy = f(t) gege-
benen Grenze iiberschritten werden.
VORLAUFIGE  yALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 1261
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Maximal zullissige Betriebswerte als Gleichrichter mit ohmscher Last

Zahl der| max.zulissige [max.zul#ssiger|Gleichspannung
Schaltung G}eiih‘ ADSChlgBSPan' Gl;ichstrom (&bg;rundet)
rrefhter—| nung  UN max o max 0
nach DIN 41 761
( ) zellen (Veff) (A) (V)
E Einwegschaltung 1 140 20 60
M Hittelpunkt— 9 140 40 60
gschaltung
B Briickenschal tung 4 140 40 125
S Sternschaltung 3 140 60 95
pp |Drehstrom- 6 140 60 190
Briickenschaltung
ps |Doppelstern- 6 140 96 95
schaltung
Doppelstern-
DSS |schaltung mit 6 140 120 80
Saugdrossel
Betriebswerte als Gleichrichter fiir Batterieladegeriite 1)
Zahl der| AnschluB- Gleich~ | Gleich-|max. Anzahl
Schaltung Gleich- spannung strom gpannung | der Akkumu-
( b DIN 41 761) richter-— Uy I, U, lator-Zellen
nac
zellen (Veff) (A) (V) 2)
M |Mittelpunkt— 2 125 25 60 27
schaltung
B Briickenschal tung 4 125 25 120 54
5 Sternschaltung 3 125 37,5 70 32
pp |Drehstrom- 6 125 37,5 120 54
Briickenschaltung
ps |Poppelstern- 6 125 75 60 27
schaltiung

1) Netzspannungsschwankungen von max. +10 % sind zulidssig; 1in die Primér-
leitungen des Transformators sind Drosselspulen einzufiigen, damit
ip M max = 100 A nicht iiberschritten wird.

2) Nennspannung pro Zelle 2,2V

12.61
282
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Betriehshinweise:

Kurzzeitige Uberspannungen, die durch Schaltvorginge im Netz entstehen und die
rur Uberschreitung von ~Ugi0B max Jubren kdnnen, miissen durch Ddmpfungsglieder,
die parallel zur Primir- oder Sekunddrwicklung des Transformators geschaltet
sind, unterdriickt werden,

Formeln fiir die Berechnung eines RC-Seriengliedes:
parallel zur Transformator-Primarwicklung

~

€y = 200 15/U,, (wF) und Ry ¥ 150/C; (2)

parallel zur Transformater-Sekundidrwicklung

~

Cp % 225 n® 15/U . (WF) und Ry ¥ 200/C, ()

mit Upr ...+ primire Transformatorspannung in Veff
I «+¢+. primidrer Magnetisierungsstrom des Transformators in Aeff
noeeees U N2/ oup

Cys Co vva. in uF

Durch den Abbau von gespeicherten Ladungstrigern (hole—storage) kinnen in Ver-
bindung mit der verwendeten Schaltung {fberspannungen auftreten, Sofern dabei
“UgiroB max dberschritten wird, mull jede Gleichrichterzelle durch einen parallel-
geschalteten Kondensator (ca. 0,2 uF) oder durch einen VDR-Widerstand geschiitzt
werden. Um eine Uberschreitung der durch die Grenzstromkurve iD M max = I (t)
gegebenen Werte zu vermeiden, ist eine flinke Sicherung netwendig, die diesen
Bedingungen geniigt.

!O
M — 1, = +
E—:—j»« B j
j ' EJ‘ E U.
Uy _______*—l
DB
DSS
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.61
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6
K6 rugh
(grd/w) \
5 )
. ~+
4
A’
3 C N —H
My
\\ Qbhk
M
My
h N
e =
2
SC/”*%
=7
| -
11 Quadratisches Kihlblech in
11 vertikaler Lage, 2 mm Cu oder
15 3mm Al, Gleichrichterzelle in
—++ der Mitte, Kg/cp=0,15grd/ W
0
0 100 200 300 F (cm?) 400

K6 /ugb = Xg/ch * Kcn/ugh
KG/ugb = Wirmewiderstand zwischen Gehiuseboden und Umgebung

KG/Ch = Wiarmewiderstand zwischen Gehduseboden und Chassis
KCh/ugh = Wirmewiderstand zwischen Chassis und Umgebung
1228-21 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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30 :
A
ow) Uy = max 140Ved :j
“ :
S :
25 C” é??: ;
S S
& %, |
G .
7]
S
& &
20 é‘ r |
&
X7/
o
.kggr
15 W
y
V.
10 y
y
A7
5 A
4
v,
0 ,
0 5 10 5 I (A) 20 ;
800!|r| T TT T[T V7 T TT T TV T H T T ¢ 71 T L3R L AL LR LT L L T TTTTITT] Y
'oMmax " fpMmex 1St hier der maximal zulassige Scheitelwert einer innerhalb (]
(A) |7~ der Zeit t periodisch mit S0Hz auftretenden sinustérmigen Stromhalb-1;
—— welle.Dieser Wert ist nicht als Betriebswert zuldassig. aal
600
S
.
I N
400 e )
P, :7
N %) X
'n-..__i_-.-"-’s,:lzs°C -
200 = S—— — mEna
OIIJI 1 | R O | 1 Lt baestabdal 1 g 1) O O T O A S T O 'l Ll L litilatily
001 0l 1 10 t(s) 100
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gen in mm:

Gehfinse;

Allglas

spannungen bei kleinen Leistungen

WeiBer Ring: Katodenseite

SILIZIUM - ZENERDIODEN
in Miniaturausfiihrung,
zur Erzeugung von Vergleichsspannungen

und zur Stabilisierung von Verbraucher-

BZZ 10 bis BZZ 13

max.2 nicht verzinnt
! ¥
o
&)" 'S¢ v H "
i —=d
max.76 -
- 64125
- ]
Wirmewiderstand: K § 0,45 grd/m¥
Absolute Grenzwerte:
Ip = max. 50 mA :E = max. 150 °C 3; = min. -55 °C
I, = max. 25 mA } = max. 150 °C
Kennwerte: (i}ugb = 25 °C)
Up (Ip = 0,1 mA) = 610 mV -1y (-UD=rv,£hugb=so°c) = 0,004 pA
Up (Ip = 10 mA) = 760 mV
—uy (V) A(=T5) /A (mV/grd) r, (Q)
Typ bei -Ip = bei -Ip = bei -Ip =
1 mA 5 mA|20 mA| 1 mA| 5 mA[20 mA | 1 mA| 5 mA] 20 mA
BZZ 10 6,0 6,15| 6,3 | -1,0| +1,0| +2,0 | 280 27 | 3,0
(5,3...6,6)
BZZ 11 6,5 6,65| 6,75| +1,5| +2,2| +3,0 | 140 | 6,0 [ 2,0
(6,8...7,2)
BIZ 12 7,2 7,25| 7,35) +3,3] +3,7] +4,1 17 | 3,0 | 1,5
(6,4...7,9)
BZZ 13 8,0 8,05| 8,2 | +4,6| +4,9| +5,2 | 6,0 | 3,0 | 2,0
(7,1...8,7)
VORLEUFIGE  yALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN ';ﬁg‘,
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OA S5

GERMANTUM — GOLDDRAHTDIODE

Allzweckdiode mit kleinem Durchlall-
widerstand, fir hohe Sperrspannungen

Abmessungen in mm:

Roter Punkt: Katodenseite

0432

mng,S nicht verzinnt

Absolute Grenzwerte:

-Up = max. 100 50V ugh = max. 75 %¢c
-up M = max, 100 o0 v ) {}ugh = min. -55 °¢
Ip (-Up=07V) = max. 130 45 mA ) Sg = max. 90 °C
Ip (-Yp y max) = max. 115 35 mA ') 3y = min. =55 °C
iD M = max. 350 350 mA
i (tp§1ps,VT=0,01)= max. 1000 mA
igtop (51,0 8) = max. 500 mA
igiop (t £ 0,8 8) = max. 600 mA
Kennwerte: §}
T fﬁugb = 25° ugh = 60°C
Up (Ip=0,1ma) = 0,15 (0,10...0,25) V 0,08 (0,03...0,20}) V
Up {Ip = 10ma) = 0,4 (0,25...0,55) V 0,35 (0,20...0,50) V
Up {Ip =200 ma) = 0,8 (0,50...1,00) V 6,77 (0,48...1,00) V
Up {Tp =300 mA) = 0,9 (0,55...1,25) V 0,88 (0,55...1,25) V
~Ip (-Up = 1,5 V) = ,8 (0,2....5) pA 15 (5,0...26) pA
~Ip (<Up = 10 V) = 1,1 (0,3....8) uA 20 (5,5...30) pA
-1y (=Up = 50 V) = 2,5 (0,45...9) uA 32 (7,5...60) pA
-Ip (-Up = 100 V) = 8,0 (0,7...30) pA 50 (10...120) pA
1) t,y = max. 50 ms
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 122-2(1)
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OA7

GERMANIUM - GOLDDRAHTDIODE

fiir Schalteranwendungen

Abmessungen in mm:

Roter Punkt: Katodenseite

- .__maxl15 min.37

T e e

= % = —
TR I T N

maTc.LS nicht verzinnt

Wirmewiderstand: K &£ 0,4 grd/mW

Absolute Grenzwerte:

Shgb ~esoc p = 75 °C

ug
-Up = max. 25 25 v ’Shgb = max, 175 °C
—up y = max. 25 25 vV Dhgb = min. -55 °C
~Ugy,p = max. 30 30 v ig = max. 15 °C
I, = max. 140 50 ma 1) M = min. =55 °C
ip y = max. 250 250 mA
istoB = max. 400 400 mA
Statische Kennwerte:
— 0 _ o
Pygp = 25 °C ygp = 60 °C
U, (I = 0,1 mA) = 0,18 (0,12...0,26) 0,11 (0,06...0,19) V
Up (Ip = 1 mA} = 0,25 (0,20...0,33) 0,20 (0,14...0,28) V
Up (I = 10 ma) = 0,38 {(0,30...0,48) 0,35 (0,25...0,43) V
Up (Ip = 30 mA) = 0,50 (0,36...0,65) 0,47 (0,32...0,61) V
Up (1 = 50 mA) = 0,56 (0,40...0,78) 0,54 (0,37...0,75) V
Up (Ip = 250 mA) = 1,00 (£ 1,65)
I (-Up =1,5 V) = 0,4 5 (& 20) WA
~Ip (-Up = 10 V) = 1,5 9 (< 30) WA
~1p (-Up = 25 V) = 6,0 22 (£ 150) uA
l) tyy = max. 50 ms; Temperaturabhiingigkeit sowie Grenzwerte fiir Gleich-
richter—- und Impulsbetrieb siehe Reduktionskurven
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN IQigg
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OA7

Beim Umschalten von ID = 5 mA auf —UD =5 YV 1ist

-ip = 140 (-250) wA nach 0,5 .=
—ip > 25 LA nach 3,5 .s
gemessen in nachstehender Schaltung
Impuls-Generator
Rechteckimpulse Lo o Oszillograt
50kHz, Vr =05 ° a3 Eingangskapa-
he] s g .
Anstiegszeit T o zitat C;j=40pF
<0 us _2' Anstiegszeit
Innenwiderstand : » =0025 s
Fﬁ'=50053
i TTTTTTTT 1T iF
| ID(mA) N ]
H Bygp= 25°C 4
———— Dugh= 60°C [T }
I
3 1
"4
L-Up (V) C0,8 06 04 0,2 4
0 02
- n.—_..
) 1
¥l
oA
12.60 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Ip max=maximaler arithmetischer Mittelwert
des Durchlafstromes in Gleichrichter-
schaltungen bei sinusformigem Ein- f}ug =
gangssignal mit kapazitiver Last 25,90
sowie bei Impulsbetrieb, .
Iy max V, = Leitzeit _der Diode (Up > 0) . L
(mA) Periodendauer ’:: - b 4,0°C
t,y = max.50ms T - .
100 s aml T =
ll et =1 -t
| —-Up = OV S uRT s . 55°C
:_—--UD: IOV‘ i T E . =
—--—=I-Up = 25V i a4 TT
'1 = I~
e -t
50 =1 el 75°C
e e e e T
00 02 0,4 06 08 10
|
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OA9

GERMANIUM - GOLDDRAHTDIODE

fiir Schaulteranwendungen
bei hoheren Striomen

Abmessungen in mm:

Roter Punkti: Katodenseite

. max.b . min37
oLb ) \
F;;ff —— ]
Ny w = |
Ev 4 w39
max.l5 nicht verzinnt
Wirmewiders tand: K S 0,35 grd/mW

Absolute Grenzwerte:

0] e O
Fugh = 25°C f}ugb 75°¢C
-Up = max. 25 25 v .3ugb = max 75 “c
—up y = max. 25 25V 3., = min. -55 °C
“Ugtop = Max. 40 40 v Sg = max. 90 %C
Ip - max. 270 90 wA ') &, = min. -55 °C
iD M = max. 500 500 mA
istoB = max. 800 800 mA
Statische Kennwerte:
o0 _ ano

:}ugb = 25°C :%ugb = 607C
up (Ip = 0,1 ma) = 0,15 (£ 0,21) 0,09 (£ 0,15) v
Up (I = 10 mA) = 0,33 (& 0,41) 0,28 (& 0,35)
p ‘'D ,
Up (Ip = 500 mA) = 0,70 (< 0,90) 0,66 v
-Ip (-Up = 1,53 V) = 0,7 (£3,5) g8 (S 20) A
-Tp (-Up = 10 V) = 1,5 (& 10) 12 (L 45)
I (-Up = 25 V) = 7,0 (£ 59) 20 (< 100) A

1) L,y = max. 50 ms; Temperalurabhingigkeit sowie Grenzwerte fir Gleich-
richter— und Impulsbetrieb siehe Reduktionskurven.
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.60
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Dynamische Kennwerte: ( ém”h = 25°%)

Kapazitil Cq =3 (27) pF bei =Up = 0,75V, = 500 kHz

Ubergangsverhal ten

Beim Umschal ten von ID = 400 mA auf —UD = 10 V ist

<

~ip = 150 A nach 3,5 ps, gemessen in nachstehender Schaltung
*o - * Oszillograf
Quecksilber-Q o
oY Relais [] ﬁ Anstiegszeit
™~
Vy=0,2 1 uF - 0,016 ps
- © i T
26V +

Beim Einschalten auf ID = 400 mA ist

up y = 0,8 (& 1,1) v
up = 0,7 (&£ 1,0) V nach 0,1 us, gemessen in nachstehender MeBanordnung
100
Impuls - Generator Oszillograf
Impulsfrequenz Eingangskapazitat
20 kHz C;j= 20 pF
Impulsdauer 1 us Anstiegszeit
Spannung oy ! =0,04 ys
fo— 1 us ——»
|
|
|
|
|
|
! N N
—1JQ3p5Lt~ t L‘M-0}3PS-—iJ t
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] ] } i] ]‘ [_1] ‘ T T ! L]
= T _Ip (mA) Sy
T K T et
Vg6 = 25°C+ s S
———— ugh < 50°C ! b !' 1
T , 1] ] B
L } I . 4
; i | NN A ]
T 20 N
ﬁ [ VI LI
| ! ]
f - : _‘- l 'l . ]
_UD(V) 11 ! ; . N ;’ s :{. 1
0,8 11 06 04 02 & N2 -
J 1401 01502703
T LU (V)
i Je . _.T}___j,..
g .-—--'—h;—lq = :-'— .‘;ﬁ : ."'_"-"'77 ]D (MA)T;— -T
OO T T e 751 1
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Ip mox =Maximaler arithmetischer Mittelwert
—des DurchlaBstromes in Gleichrichter-
| schaltungen bei sinusformigem Ein- Il
~gangssignal mit kapazitiver Last Vugb=
- sowie bei Impulsbetrieb, | 250C
I mox |- Ve = Leitzeit der Diode (U, >0) -_“f-ﬁ ~
(ma) - 77 ¢ Periodendauer | P LA an
" t,, = max.50ms T —rer 40°C
200 i = =
g et - ‘—!—
EBBEL | ke 55°C
fooe 4 S T =
e LRI 1
100
ke 75°C
ot = T , -'-._—-.-- [ i i
:‘ = - +-.-' : ! ! ! T T
- =T = UD = 0OV
———Uy=10V
0 | EER P Y28V
0 0,2 04 06 08 ¥ 10
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GERMANIUM - GLEICHRICHTERZELLE

fir mittlere Strome und Spannungen

f+— max. 22—
Abmessungen in mm:

Die Katode liegt am Metallgehéiuse.
Beim Befestigen der Diode darf ein
Drehmoment von 3 kp°cm nicht iiber-
schritten werden.

]
-

16

Mé&

Gewicht: ca. 10 g

{,1

Warmewidersatand:
K 5 grd/w

Absolute Grenzwerte:

—UD = max. 85 V ID = max. 12 A 33 = max, 75 °C

-up y = max. 85 V iD M = max. 12 A 35 = min. -55 9¢C

C, = max. 1000 yF 1) i i a = max, 90 A %) d, = max. 75 °C
Kennwerte:

S-J. = 25 °C 3J. =25°¢ 33:7500

Up (I5=0,1A) = 0,3 v -TIp (-Up= 1V) = 25 pA 1,5 mA

Up (Ip= 24) = 0,5 v ~Ip (~Up=85V) = 40 pA 1,8 (S 4) ma

0,6 {20,7) v

il

Up (Ip= 124)

Betriebswerte als Gleichrichter mit ohmscher Last:

3

bei nominaler Netzspannung, 3hgb§ 45°C, mit Kiihlblech Kupfer 100x80x1 mm“ je Diode
Schaltung Nenn-— Nenn- Gleich-
nach DIN 41 761 Anachlufispannung | Gleichstrom | spannung
Binwegschaltung (E), 1 Zelle 54 v 3) 3,5 A 24 v
Briickenschaltung (B), 4 Zellen 54 V 7,0 A 48 V
Drehstrom- 54 V 10,5 A 2V
Brﬁckenschaltung_(DB), 6 Zellen

1) bei —up = 85 V; bei kleineren Sperrspannungswerten kann Cj proportional
vergroflert werden
2) Einschalt-Stromstof

3) Bei Benutzung eines Ladekondensators ist die maximal zuléssige Anschluf-
spannung 27 V, im tibrigen sind die angegebenen Grenzwerte zu beachten.
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GERMANITM - GOLDDRAHTDIODE
in Miniaturausfiihrung

fir Schalteranwendungen

Abmessungen 1n mm:

Weiller Ring: Katodenselle

max.2 nicht verzinnt
v v
o |
. e e ¥
M O X b
£ |
| P‘ max.7,6
| 64125 _
Wirmewiderstand: K S 0,45 grd/mW
Absolute Grenzwerte:
—S‘uwbzza“(‘. a\uguz““%
—UD = max. 25 25 vV ;}ugb = max. 6 o0
"D M = max. =7 25V &ugb = min. -55 °C
Uy tof = max. 30 40 V A}H = max. 715 °C
ID = max. 110 H0) m 1) £& = min. =55 °¢C
I'p M -~ max. {50 1 50 mA
Litol = MUX. 200 200 mA
Sltatische Kennwerte; 